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Предисповие

Настоящий справочник является дополнением к выпущенным

в 1989 r. издательством «Радио и связь» справочникам «Полупро-

водниковые приборы. Транзисторы' малой мощности» и «Полупро 

водниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности».

За прошедшее время отечественной электронной промышленностью

разработано и освоено в серийном производстве более сотни типов

транзисторов, предназначенных для использования во входных каскадах

усилителей, в выходных каскадах усилителей мощности, операционных,

дифференциальных и импульсных усилителях, селекторах телевизион 

ных приемников, reHepaTopax кадровой и строчной разверток, низко-

вольтных и высоковольтных преобразователях и стабилиз торах по 

стоянноrо напряжения, электронных реrуляторах напряжения, переклю-

чающих устройствах, устройствах управления rазоразрядными панеля 

ми переменноrо тока, устройствах зажиrания двиrателей BHyтpeHHero

сrорания и др.

Целью справочника является ознакомление читателей с указанными

новинками электронной техники. ПреДl10лаrается ВЬ1пустить несколько

таких дополнений.
В справочнике приводятся электрические и эксплуатационные xa 

рактеристики и параметры транзисторов. Справочные данные о транзи-

сторах составлены на основе сведений, зафиксированных в rосудар-

ственных стандартах и технических услови'ях на конкретные типы

приборов.
Сохранена форма представления данных в виде отдельных справоч-

ных листов на каждый тип прибора, а также зарекомендовавшая

себя положительно структура представления данных, принятая в указан 

ных выше справочниках: приведены краткие сведения о технолоrии, ос-

новном назначении, rабаритных и присоединительных размерах, марки 

ровке, значениях параметров и их зависимостях от условий эксплуа-

тации, режимах измерения, предельных эксплуатационных режимах

'И условиях работы приборов.
 янекоторых типов модернизированных транзисторов (кристалл

в новом корпусе), сведения о которых публиковались в вышедшиХ ранее

справочниках, с целью сокращения объема зависимости параметров

от электрических режимов не приводятся.

Справочник не заменяет технических условий, утвержденных в yc 

тановленном порядке, и не является юридическим документом для

предъявления рекламаций.



YCnOВHwe обозначени_ зnектрических

параметров

Uкэ постоянное напряжеиие коллектор эмиттер

Uкэо, rp rраничное напряжение
Uкэ О постоянное напряжение коллектор эмиттерпри токе

базы, равном нулю
Uкэ R постоянное напряжение коллектор эмиттерпри за 

даАНОМ сопротивлении в цепи база эмиттер
Uкэк постоянное напряжение коллектор  эмиттерпри KO 

роткозамкнутых выводах базы и эмиттера .

Uкэх постоянное напряжение коллектор эмиттерпри за 
данном обратном напряжении база эмиттер

"
.,uкэR, н

импульсное напряжение коллектор эмиттерпри за 

.

данном сопротивлении в цепи база эмиттер
Uкэк, н

импульсное напряжение коллектор эмиттерпри KO 

роткозамкнутых выводах базы и эмиттера
Uкэх. н импульсное напряжение коллектор эмиттер при за 

данном обратном напряжении база эмиттер

Vкэо, проб пробивное напряжеltИе коллектор эмиттерпри токе

базы, равном нулю
Uкэ. R. проб прuбивное напряжение коллектор эмиттерпри за 

.

данном сопротивлении в цепи база эмиттер
Vкэк. проб пробивное напряжение коллектор эмиттерпри KO 

. роткозамкнутых выводах базы и эмиттера
Uкэх. проб пробивное напряжение коллектор  эмиттерпри за 

данном обратном напряжении база эмиттер
Uкэ, макс  аксимально допустимое постоянное напряжение

коллектор эмиттер

Ui.э.If. макс
максимально допустимое импульсное напряжение

коллектор эмиттер
UКБ постоянное напряжение коллектор база

UКБ. и импульсное напряжение коллектор база

Ц-П о. проб пробивное напряжение коллектор база при токе
.

базы, равном ну.лю
UКБ. макс

максимально допустимое постоянное напряжение

коллектор база
UкБ.и . макс

максимально допустимое импульсное напряжение

, кОллектор база
UэБ

'

о. проб пробивное напряжение эмиттер базапри токе ба 

зы, равном нулю
UЭБ постоянное напряжение эмиттер база

АUБЭ падение напряжения на участке база эмиттер
UЭБ, макс

максимально допустимое постоянное напряжение

эмиттер база
UеИ напряжение сток исток

Uзи напряжение затвор исток
Uип напряжение исток подложка

uеи , макс
максимально допустимое напряжение сток исток

Uзи, макс максимально допустимое напряжение затвор исток
Uзе, макс максимально допустимое напряжение затвор сток
UеП, макс

максимально допустимое напряжение сток под 

ложка
Uип, макс

максимально допустимое напряжение исток под 

ложка
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Uзп . макс
максимально допуетимое напряжение затвор под 

ложка

/к постоянный ток коллектора

/э постоянный ток эмиттера

/Б постоянный ток базы

/к и импульсный ток коллектора

/э' и импульсный ток эмиттера

/Б' и импульсный ток базы

lKp критический ток биполярноrо транзистора
lк, нас постоянный ток коллектора в режиме насыщения

/Б иас постоянный ток базы в режиме насыщения

/к  aKC максимально допустимый постоянный ток коллектора

/э: макс максимально допустимый постоянный ток эмиттера

IБ макс максимально допустимый постоянный ток базы

/К, н: макс максимально допустимый импульсный ток коллек 

тора

lэ, и. макс
максимально допустимый импульсный ток эмнт 

тера

/с. макс максимально допустимый постоянный ток стока

/с. ост остаточный ток стока
.

IЗ
j
ПР ), макс максимально допустимы прямой ток затвора

С. н, макс максимально допустимыи импульсный ток стока

Cr емкость reHepaTopa

Сэ емкость эмиттерноrо перехода

Ск емкость коллекторноrо перехода

С'I н входная емкость полевоrо транзистора
С22 и выходная  МI<ОСТЬполевоrо транзистора
CI2 и проходная емкость полевоrо транзистора
Сэс О емкость затвор сток при отсоединенном выводе

истока

Сэн О емкость  атвор истокпри отсоединенном выводе
стока

f частота

frp rраничная частота коэффициента передачи тока
в схеме с общим эмнттером (аЗ)

КуР коэффнциент усиления по мощности биполярноrо
(полевоrо) транзистора

Кш коэффнциент шума биполярноrо (ПOJlевоrо) TpaH 
зистора

Кнас коэффициент насыщения

КСТ и коэффициент стоячей волны по напряжению

1 длина выводов

р постоянная рассеиваемая мощность биполярноr«?
(полевоrо) транзистора

Р
ср средняя рассеиваемая мощность биполярноrо (поле 

Boro) транзистора
Р
И импульсная рассеиваемая мощность биполярноrо

(полевоrо) транзистора
РК постоянная рассеиваемая мощность коллектора

РК ср средняя рассеиваемая мощность коллектора
'Р
вх входная мощность биполярноrо (полевоrо) TpaH 

зистора
 PBX(по) входная мощность в пике оrибающей (средняя

мощность однотоновоrо сиrнала с амплитудой, paB 
ной амплитуде двухтоНовоrо сиrнала в пике оrи 

бающей)

8



. Рвых (по)
выходная мощность в пике оrибающей (средняя
мощность OAHOToHoBoro сиrнала с амплитудой,
равной амплитуде ABYXToHoBoro сиrнала в пике

оrибающей)
Р
пад мощность падающей волны СВЧ сиrнала

Рмакс максимально допустимая постоянная рассеиваемая

мощность биполяриоrо (полевоrо) транз.истора
Р

и макс
максимально допустимая импульсная рассеиваемая

.

мощность биполярноrо (полевоrо) транзистора
Рк, и, макс

максимально допустимая импульсная рассеиваемая
мощность коллектора '\,

Рк. tp. макс максимально допустимая средняя рассеиваемая мощ 

ность коллектора

Q скважность

RK сопротивление в цепи коллектор источникпитания

Rбэ сопротивление в цепи база эмиттер
Rб сопротивление в цепи база ИС1'ОЧfJИКпитания

Rи СОПРОТИ8JIение наrрузки
Rr выходное сопротивление reHepaTopa при измерениях

Rr тепловое сопротивление
. Rr (п к)

тепловое сопротивление переход корпус

Rr и (п к) импульсное тепловое сопротивление переход корпус

kr (п с)
тепловое сопротивление переход среда

h2lэ ,  Iэ статический коэффициент передачи тока в режимах
малоrо и большоrо сиrналов

SI2б коэффициент обратной передачи напряжения в cxe 

ме с общей базой ОБ)

I S r2б ' модуль коэффициеита обратной передачи напряже 
кия в схеме ОБ

 Iэ коэффициент прямой передачи напряжения в схе-

ме ОЗ

S22б коэффициент отражения выходной цепи в cxe 

ме ОБ
т температура окружающей среды
Т
к температура корпуса, для бескорпусных транзисто 

ров кристаллодержателя (подложки)
Т
п температура p nпере.хода

llK коэффициент полезноrо действия коллектора

llc' коэффициент полезноrо действия стока

t
8кл время включения

t
выкл время выключения

t
зд время задержки

t
ир время нарастания

tp'ac. время рассасывания
t
сп время спада
t
и длительность нмпу,льса

tф длительность Фр.онта импульса

"ЗВе5ДОЧКОЙ в тексте отмеч,ен'ы значения п'араметров, приведенные
в с равочных данных ТУ. При производстве полупроводниковых
приборов 'ОIlИ Moryт не контролироваться.

Значения эксплуатаЦИОНН!>IХ J!-аННblХ,. приведенных без указания
температурноrо диапазона, справедливы ВQ., ,всем интервале темпе 

ратур окружающей среды для AaHHoro типа транзистора.

Значения электрliческих параметров, прнведенные без специальноrо
.указания температуры окружающей среды (температуры корпуса),
справедливы для температуры +25

0

с.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СПРАВОЧНblЕ ДАННЫЕ БИПОЛЯРНblХ

ТРАНЗИСТОРОВ

Раздел первый

Транзисторы маломощные

сверхвысокочастотные

Транзисторы n p n

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме

АЗ при U
кБ

==2 В, Iк==5 мА:

Т== +25 ос
Т== +100 ОС. .

Т==  60ос .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при UкБ
==2 В, lэ==5 омА, f==300 мrц, не

менее. . . . . . .

rраничное напряжение при lэ==5 мА, не менее. . .

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой

частоте при UкБ ==2 В, lэ==5 мА, f==30 мrц, не бо 

лее

J

 f::::'i ,

,
'

J

Lr) ..,..

N

10

КТ396А9.

КТJ8БАЭ

Б

Транзистор кремниевый эпи 

таксиально планарный CTPYKTY 

ры п p пусилительный. Пред-
назначен для применения в уси 

лителях СВЧ. Выпускается в

пластмассовом корпусе с жест 

кими выводами. Маркируется
зеленой точкой на корпусе. Тип

прибора указывается в этикетке.

N\acca транзистора не более

0,05 r.

40.. .250

40...500
20...250

7
15 В

15 пс



Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ==5 В,

не более. .

Емкос1'Ь эмиттерноrо перехода при ИЭБ == 1 В, не

более

Входное сопротивление в режиме малоrо сиrнала Б

схеме ОБ при ИкБ==2 В, /э==5 мА, f==50...1000 rц,

не более .

Обратный ток коллектора при И
КБ

== 15 В, не более

Т== +25 оС . . . . . . . . . . . . .

Т== +100 ОС .

Обратный ток эмиттера при ИЭБ ==3 В, не более.

2 пФ

2,5 пФ

11 Ом

0,5 мкА
5 мкА
1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

постоянное напряжение коллектор база. 15 Б

постоянное напряжение коллектор эмиттер при

RБЭ==З кОм. 15 В

Постоянное напряжение эмиттер база. 3 В

Постоянный ток коллектора. . . . . . 40 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
l

:

T== 60...+25ос

Т==+100°С .

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

100 мВт
25 мВт

+ 125 ОС
1 ОС/мВт
 60...+100 ос

I
При изменении температуры окружающей среды от +25 до

+100 ос Рк, макс
уменьшается линейно.

J

c:::i .
.

,
'

3

":1 ...,.

 c-i

к

о,щ;

КТ3106А9

кТJ!ОБА 9

70

.....

....:

Б

Транзистор кремниевый эпи 

таксиально планарный CTPYKTY 
ры n p nусилительный. Пред 
назначен для применения во

входных и последующих каска

дах усилителей высокой часто 

ты. Выпускается в пластмассо 

БОМ корпусе с жесткими BЫBO 

дами. Маркируется синей точкой
на корпусе. Тип прибора указы 
вается в этикетке. Масса TpaH 

зистора не более 0,05 r.

11



Электрические параметры

Коэффициент шума на частоте f== 120 Mru при
ИкБ ==5 В, /э==5 мА, Rr==50 Ом, не более.

типовое значение .

Коэффициент усиления по мощности на частоте

f== 120 Mru при ИкБ ==5 В, /э==5 :v1A, Rr
.==50 Ом,

типовое значение .
.

Статический коэффициент передачи тока в схеме

ОЭ при ИкБ==I,В, /к==5 мА, не менее:

Т== +25 и + 100 О С .

Т==  60ос

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при ИкБ ==2 В, /э==5 мА, f== 100 Mru, не

менее . . . . .. .

постоянная времени цепи обратной связи на высокой

частоте при ИкБ ==5 В, /э== 10 мА, f==30 Mru, не

балее . . ., .

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ==5 В, не

более .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ== 1 В, не бо 

лее

Обратный ток коллектора при ИКБ
== 15 В, не, более:

Т== +25
0 С

Т==.+ 100 ос .

Обратный ток эмиттера при ИэБ ==3 В, не более.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 15 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

RБЭ
== 10 кОм .

Постоянное напряжение эмиттер база.

Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи
== 10 мкс, Q==2. .

ПОС'fоянная рассеиваемая мощность коллектора
l

:

Т==  60...+25ос .

Т==+IОО0С.
Температура р-n перехода .

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

2 дБ

1,4
* дБ

19* дБ

40
20

9

10 пс

2,5 пФ

3 пФ

0,5 мкА
5 мкА
1 мкА

15 В
3 В
20 мА
40 мА

100 м Вт

25 мВт

+ 125 ос
1 °С/мВт
 60...+100ос

I
При изменении температуры окружающей среды от +25 до

+ 100 ос РК . макс уменьшается линейно.

h21э/h21Э 5нА

1,1

KTJT05A9

 I......

/
......

Зависимость статиче-
cKoro коэффициента
передачи тока от тока

коллектора

0.9

0,8

5 10 15 [к,нА
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I<ш Кш5В,дБ

0,1

I<ТЗ106А9
o, 

0,8

0,6

О,З

0,2

о 5 10 15 Iэ.мА

о

 o.'
s 7,5 ик6 , В

Зависимость КОiффИ 
циента шума от напря 
жения коллектор база

Зависимость коэффи 

циента шума от тока

эмиттера

Транзисторы p n p

КТ3150&-.1

Транзистор кремниевый эпи 

таксиально планарный струк,
туры p n pусилительный. Преk
назначен для применения в уси 

лителях высокой частоты. Бес 

корпусной на кристаллодержате 

.
ле .с защитным покрытием и rиб 

кими выводами. Тип прибора yKa 
з ываетсяв этикетке. Масса TpaH 

зистора не более 0,02 r.

КТ3150Б 2

2,2 !,4

C'OI

c-.i

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при UКБ 5В, /э 2,5мА. . . . . . . . . .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой
частоте при UКБ 5В, /Э 1 О мА, f 100 Mru .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при
/K lOмА, /Б lмА. .

60...180

12...15*...17*

Напряжение насыщения база эмиттерпри /K 1ОмА, /Б 1 мА. . . . . . . . . .

Время рассасывания при /K 10 мА, /Б 1 мА .

П стояннаявремени цепи обратной связи на BЫCO 
кои частоте при UКБ 5В, /э==5 мА, f 30Mru. .

0,1*...0,14*...
0,25 В

0,8*...0,85*...1,2 В

16*...20*...30* нс

4*...7*...30 пс

13



Емкость коллекторноrо перехода при UКБ
== 10 В .

Емкость эмиттерноrо перехода при иэБ==о . .

Обратный ток коллектора при ИкБ==40
В .

Обратный ток эмиттера при ИэБ
==4 В .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база.

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

RБэ
== 10 кОм .

Постоянное напряжение эмиттер база.

Постоянный ток колектора .

Импульсный ток коллектора при t
и
== 10 мкс, Q==2. .

постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1:

Т==  60...+65ос .

Т== +85 ос

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход среда..

Температура окружающей среды .

0,5*...0,75*...2 пФ
1,1*...1,3*...2 пФ
0,001 *..:0,01.*...
...0,5 мкА

0,001 *...0,005*...
0,5 мкА

40 В

35 В
4 В
30 мА
50 мА

120 мВт
88 мВт
+ 125 О С

0,45 °С/мВт

 60...t85ос

1

При измерении температуры окружающей среды от +65 до

+85 ос Рк , макс
уменьшается линейflO.

hZ13

90

80

70

60

50

400,1 ТО Iэ,мА

Зависимость статическоrо коэф 

фициента передачи тока от тока

эмиттера

Uкэ. ипс ,8

0,5
lк/IБ "'/О

0,4-

o,J

0,2

0,1

КТJ150Б 2

4- 8 12 [к,мА

Зависимость напряже 
ния насыщения коллек 

тор эмиттер от тока

коллектора

1Т3161'\, 11"3161'\-5
2TJT62A

\t:)
с:::)

\t:)
'Q)'

2 l,J

6.6 lJ.5

к

14
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о)



ТранзиСТОРЫ кремниевые эпитакси 

ально планарныеструктуры p n pуни 

версальные. I:Iредназн.ачены для приме 

нениЯ в усилительных и переключающих

устройствах ВЧ и СВЧ диапазонов

длин волн. Выпускаются в металло 

стеклянном корпусе с rибкими BЫBoдa 

ми (2Т3162А) и в бескорпусном оформ 
ленИИ на пластине, кристаллы неразде 

ленные. Тип прибора указывается на

корпусе и в этикетке. Масса транзисто 

ра в корпусе не более 0,5 r, бес 

корпусноrо 0,0025 r.

2TJ162A 5

а G

c:::i

Электрические параметры

Статическин коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при UкБ==3 В:

при /э== 10 мА:

Т== +25 ОС .

Т== + 125 ос

Т==  60ОС.

прн /э==50 мА .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при UкБ ==20 В, /э== 10 мА, f== 100 мrц .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к== 10 мА, /Б== 1 мА .

Время рассасывания при /к== 10 мА, /Б== 1 мА
Постоянная врем{'ни цепи обратной связи на высокой

частоте при UкБ == 10 В, /э== 10 мА, f==30 мrц .

Емкость коллекторноrо перехода при UкБ == 10 В .

Емкость эмиттерноrо перехода при uэБ == 1 В .

Обратный ток коллектора при UкБ ==60 В, не более:

Т== +25 ОС
Т== + 125 ОС. . .

Обратный ток эмиттера при UэБ ==4 В, не более:

Т== +25 ОС .

Т== +125 ОС .

1<

00 c: 
0.55 а

60...100* ...200
42...600
18...240
25...60* ...80

7...13*...16*

0,07*...0,1 *...

0,25 В
40*...80*...100* нс

8*...20*...150 пс

1,4*...1,6*...5 пФ
3*...4,5*...6 пФ

0,5 м кА
15 мкА

0,5 м кА
15 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 60 В
Постоянное напряжение коллектор """"""7 эмиттер при
RБэ==5 кОм. . . . . . . . . . . .. 60 В
ПОстоянное напряжение эмиттер база. 4 В
ПОСТоянный ток коллектора. . . . . .. 150 мА
Постоянн.ая рассеиваемая мощность коллектора

l

при
Т==  60...+25ос

Температура окружающей среды

I

При Т> +25 ос Рк . макс
снижается на 2 мВт/°С.

300 мВт

 60...+125 ос

15



п213

Зависимость статическоrо коэф 

фициента передачи тока от тока

эмиттера

ТОО

80

60

ЧIJ

20

!о то

Iз,мА

Раздел второй

Транзисторы средней мощност низкочастотные

транзисторы n p n

1Т506А-5

Транзистuр КРСМНlIСВЫЙ плзнарный структуры п p ппер('ключатеЛh 

ный. Предназначен для применения в переключающих устройствах,

импульсных модуляторах; преобразователях, линейных стабилизаторах

напряжения. Бескорпусный, кристаллы на пластине неразделенные.

Тип прибора указывается в этикетке. Масса транзистора не более

0,0066 r.

Б

2Т505А  5

Э 1(

3 0,32
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Электрические параметры

'Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

пр" UкБ ===5 В. /э==0.3 А:
.

Т=== +25 ос

т==+125 ОС, не менее .

T== 60ОС, не менее .

rраннчная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при Uкэ == 10 В, /1(==30 мА. . . . .

fраничное напряжение при /э==30 мА, не менее.

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к;:=0,3 А./Б ==0.03 А. .

30.. .80*. ..150*

30
10

10...17* ...21 * Mru
400 в

0,15* ...0,35*...
0,6 В

Напряжение насыщения база эмиттер при /к==
:::0.3 А. /Б===0,03 А . 0,7*....0.8*...1* В

Время включения при Uкэ ==200 в,/к
== 1 А, /Б==0.2 А 0,08*...0,19*...

0,25 мкс

Предельные эксплуатационные данные

П'ОCТQЯнное напряжение коллектор база при

dUJ(Бfdt== 1600 В/мкс. . . . . . . . .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
dUкэ/dt==16ООВ/мкс,RБэ==IООм. . . . .

Импульсное напряжение коллектор эмиттер при
.dUкэ/dt==1600 В/мкс, RБэ ==10 Ом, t

и ==50 мкс .

Постоянное напряжение эмиттер база . . .

Постоянный ток коллектора

'

И)j!1УЛЬСНЫЙ ток коллектора

Постоянный ток базы .

Импульсный ток базы. .

Постоянная ,рассеиваемая мощность коллектора:
при температуре подложки  60...+25ос (с
теплоотводом)I .

.

при температуре окружающей среды  60...
. +25 ОС (в условнОЙ микросхеме без теплоот 

вода)
2

.......... ... 0,8 Вт
при температуре окружающей среды  60...
+25 ос (кристалл без теплоотвода)3 .

Температура p nперехода . . . . . .

Температура окружающей среды .

Вре ярассасывания при Uкэ ==200 В, /к== 1 А, /Б==
 i2: \.. . . . . . . . . . . . . . . .

.

Время спада при Uкэ ==200 В, /к== 1 А, /Б==0.2 А .

Емкость коллекторноrо перехода при UкБ ==5 В

Емкость эмиттерноrо перехода при UэБ ==0,5 В

Обратный ток коллектора не более:

Т==+25 ос. UкБ==800 В .

Т==+ 125 ос. UкБ===400 В .

Обратный ток эмиттера при UэБ ==5 В, не более.

0,8* ...2.5* ...

3,5 мкс

0,2*...0.35* ...

0,5 мкс

25*...30*...40* пФ

94
*
...350*...

1100* пФ

1 мА

0,4 мА

1 мА

800 В

800 В

800 В
5 В
2 А
5 А
0,5 А
1А

10 Вт

25 мВт
+ 150 О С

 60...+125ос

При Т
к>+25 ос Рк макс уменьшается на 0.08 вт/ос

При Т>+25 ос Рк 'макс уменьшается на 6.2 мВт/ОС
Прн Т>+25 ос. Рк . макс

уменьшается на 0.2 мВт/ОС
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Транзисторы p n p

КТ505А, КТ505&

Транзисторы кремниевые планарные структуры p n pпереключатель 
ные. Предназначены для применения в источниках вторичноrо

электропитания и переключающих устройствах. Выпускаются в метал.

лическом корпусе с rибкими выводами и стеклянными изоляторами.

Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзистора не более 2 r.

 .
"&

..............,

........

:..:.......... - 

б,б IJ,5 с:::)

КТ505 (А, Б)

I.t)

к

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при ИКБ
== 10 В, /э==500 мА, не менее.

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при ИКБ
== 10 В, /э==50 мА, не менее.

rраничное напряжеllие при /к==20 мА, не менее:

КТ505А
КТ505Б .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к==0,5 А, /э==О,1 А, не более.

Напряжение насыщения база эмиттер при /к==
==0,5 А, /э==О, 1 А, не более.

Время включения при Икэ==40 В, /к==200 мА,

/Б==20 мА, не более.

типовое значение .

Время выключения при Икэ ==40 В, /к==20Ь мА,

/Б==20 мА, не более.

типовое значение .

Емкость коллекторноrо перехода при ИКБ
== 10 В,

типовое значение.

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==0,5 В, типо 

вое значение

Обратный ток коллектора при ИКБ
== ИКБ ,

макс'

не

более .

Обратный ток эмиттера при ИэБ ==5 В, не более.

18

25

20 MrL 

250 В
200 В

1,8 В

1,8 В

0,3 мкс

0,25* мкс

3,5 мкс

2,7* мкс

50* пФ

420* пФ

100 мкА

10(} мкА



Предельные ЭКСQлуатационные данные

постоянное напряжение коллектор база:
КТ505А . . . . . . . . . . .

КТ505Б
постоянное напряжение коллектор эмиттер:
'. При RБэ==100 Ом:

КТ505А
КТ505Б

при Rбэ==оо:
КТ505А
КТ505Б

300 В
250 В

300 В
250 В

250 В
200 В
5 В
11\
2А
0,5 А

Постоянное напряжение база эмиттер
Постоянный ток коллектора.

Импульсный ток коллектора при tи
== 10 мс .

Постояниый ток базы .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
тк ::='  60...+25ос:

с теплоОтводом 1. .

.

'без теплоотвода
2

.

Теftlпература p nперехода .

Температура окружающей среды

5 Вт
1 Вт

+ 150 ос
 60ОС"Т

к
==

== + 1 00 о С

I
При Т

к> +25 ос РК макс уменьшается линейно до 2 Вт при
Т",== + 100 ос

'

2
При Т> +25 ос Рк, макс

уменьшается линейно до 0,4 Вт при
Т== +100 ос

1,0

(J,1

100 Uкэ.8

Зависимость статическоrо коэф 
ФИциеита передачи тока от TOl\a

Эмиттера

Области безопасной работы
транзисторов

h21З
1БО

120

IfТ505(А,Б) UКБ ='58
Т. =+25

0

С
i----""" r--.

K

/""

/
\
\

80

40

о
10' 102 103lэ.иА
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Uкэ,нnс ,
в

2,5 Iк/IБ =5
КТ505(А,Б) ТК

= + 25
0

с ЗависимоСТИ напряжен.ий насы.

щения коллектор эмиттер [1

база эмиттер от тока коллек.

тора

2,0

1,5

1,0

0,5

О
0,05 О,! 0.5 [к ,А

.1Т505'\-5

Транзистор кремниевый планарный структуры p n pпереключатель.

ный. Предназначен для применения в высоковольтных стабилизатора>.

напряжения и преобразователях. Бескорпусный, на пластине, кристаk

лы неразделенные. Тип прибора указывается в этикетке. Масса транзи,

стора не более 0,003 r.

2T505A 5
э к

c-..t

2 QJ15

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при UКБ == 10 В, lэ==0,5 А:

Т== +25 ос

Т== +125
0

С, не менее.

Т==  60ОС, не менее . ....

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при Uкэ ==10 В, I
K ===50 мА.

20

25...120* ...140*

18
15

20...30*...40* MI'[I



 .r.раничное напряжение при /э==20 мА, не менее.
.

типовое зна чение. . . . . . . . . .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к:;::::0,5 А, /5==0,1 А. .

Напряжение насыщения база эмиттер при /к==
:=:0,5 А, /5==0,1 А. . .

Время включения при Uкэ ==40 В, /к==0,2 А, /Б==
:::=0,02 А. ., ......

Время выключения при Uкэ==40 В, /к==0,2 А,
/в==0,02 А . .. . '"

Время рассасывания при Uкэ ==40 В, /к==0,2 А,
15==0,02 А . . . .

Емкость коллекторноrо перехода при UкБ ==5 В .

Емкрсть эмиттерноrо перехода при UэБ ==0,5 В.

Обратиый ток коллектора при UкБ ==300 В, не более:

Т== +25 ос . . . . . . . . . . . . .

Т== +125 ос .

Обратиый ток эмиттера при UэБ ==5 В, не более.

Предельные эксплуатационные данные

 Постоянное напряжение коллектор база при
dUкБ/dt==250 В/мкс .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
dUкэ/dt==250 В/мкс, RБэ== 100 Ом .

Постоянное напряжение эмиттер база.
Пост.оянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора
I
при {н ==2 мс, Q 2.

постоянный ток базы. .

Пocroянная рассеиваемая мощность коллектора:

r
при темпер туреподложк.и  60...+25ос (с теп 
JЮOтводом) . . . . . . . . . . . . . 5 Вт
при температуре окружающей среды 60...
+25 ос (в условной микросхеме без теплоот 
вода)

3
......... '" 1 Вт

при температуре окружающей среды  60...
+25 ос (кристалл без теплоотвода)4 .

Температура p nперехода . . . . . .

Температура окружающей среды

При Q<2 /к. н, макс==/К, MaKcQ.
При изменении температуры корпуса от +25

Р
к. макс умеНьшается линейно на 0,04 вт/ос.

+

3

!lРи Изменении температуры окружающей среды

12 С Рк., макс уменьшается линейно на 6,6 мвт/ос.

+125  РИИзменении температуры окружающей среды
С Рк., макс уменьшается линейно на 0,2 мвт/ос.

250 Н

270* В

0,15*...0,7*...1,8 В

1,35*...1,6*...
1,8* В

0,2*. ..0,25*...
0,3 мкс

1,7*...2,7*...
3,5 MKC

0,7*...1,6*...
2,6 мкс

27*...50*...70* пФ
320*...420*...
500 пФ

100 м кА
500 м кА
100 м кА

300 В

300 В

5 В
IА
2А

0,5 А

25 мВт

+ 175 ос

 60...+125 ос

до + 125 ос

от +25 до,

от +25 до
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2Т509А-5

Транзистор кремниевый планарный структуры p n pусилительный.

Предназначен для применения в высоковольтных стабилизаторах напря 

жения в качестве реrулирующих
элементов в микрорежиме. Бескорпус 

ный, на пластине, кристаллы неразделенные. Тип прибора указывается

в этикетке. Масса транзистора не более 0,0007 r.

2T509A 5

3 Б К

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

при UкБ==10 В, /э==О,1 мА:

Т==+25 ос

Т==+85 ОС, не менее.

Т==  60UL, не менее

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при Uкэ
== 10 В, /к==0,5 мА, не менее.

типовое значение .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к== 100 мкА, /Б== 10 мкА, не более.

типовое значение

Напряжение насыщения база эмиттер при /к==
== 100 мкА, /Б== 1 О мкА, не более .

типовое значение .

Емкость коллекторноrо перехода при UКБ
== 100 В,

не более

ЕмкостЬ эмиттерноrо перехода при UэБ ==0,5 В,

не более .

Обратный ток коллектора при UкБ
==500 В, Т==

== +25...+85 ОС, не более .

Обратный ток коллектор эмиттер при Uкэ
==450 В,

Rбэ == 10 кОм, не более:

Т== +25 ос

Т== +85
0 С

Обратный ток эмиттера при UэБ==5 В, не более.

22

0.3

15...100*

15
1О

10 мrц
15* мrц

1 В

0,55* В

1 В

0,58* В

2,9* пФ

25* пФ

5 мкА

10 мкА

15 мкА

5 мкА



Предельные эксплуатационные данные

пОстоянное напряжение коллектор база при
dUКБ/dt==150 В/мкс. 500' В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
R6,==10 кОм, dUкэ/df==150 В/мкс. . . .

Постоянное напряжение эмиттер база .

Постоянный ток коллектора .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при температуре ПОДложки  60...+25ос (с
теплоотводом )

1
. . . . . . . . . . . . 1 Вт

при температуре окружающей среды  60...
+25 ос (в условной микросхеме без тепло 
отвода)

2
. . "

.... .

при температуре окружающей среды  60...
+25 ос (кристалл без теплоотвода)3 .

Температура p nперехода
Температура окружающей среды

450 В

5 В
20 мА

0,3 Вт

25 м Вт

+ 150 ос

 60...+85ос

I
При Т

к> +25 ос Рк. макс уменьшается на 8 мвт/ос.2
При Т> +25 ос рк макс уменьшается на 3,3 мВт/ос.3
При Т> +25 ос Рк: макс уменьшается на 0,2 мВт/ос.

Раздел третий
Транзисторы средней мощности

высокочастотные

Транзисторы n p n

2Т630А-5

2 ТБJОА 5
Э Б

1(\
1\

N....

c::i 
:.!

' 101 o'J2'!o.Ol
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Транзистор кремниевый планаРНБlЙ структурный n p nуниверсаль 
ный. Предназначен для применения в элементах управления rазо 

разрядной панелью переменноrо тока, силовых каскадах ключевых стаби 

лизаторов и преобразователей в составе rибридных микросхем. Бес 
корпусный, на' пластине, кристаллы леразделенные. Тип прибора указы 
вается в этикетке. Масса транзистора Не более 0,005 r.

Электрические: параметры
Статический коэффициент передачи тока в схеме

03 при И
кэ==10 В, /к==0,15 А, не менее.

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при Икэ
== 10 В, /к==0,05 А, не менее. .

rраничное напряжение при /э==ЗО мА, не менее.

Пробивное напряжение коллектор база при /к==
== 100 мкА, не менее .

Время включения при /к==0,2 А, /Б==40 мА,
не более

типовое значение .

Время выключения при /к==0,2 А, /Б==40. мА, не

более

типовое значение .

Емкость коллекторноrо перехода при ИКБ
== 10 В,

не более
Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==0,5 В,
не более .

Обратный ток коллектора при ИкБ ==90 В, не более.

Обратный ток эмиттера при ИэБ ==7 В, не более.

40

50 М[ц
90 В

120 В

0,25 мкс

0,1* мкс

0,5 мкс

0,2* мкс

15 пФ

65 пФ
100 мкА
100 м кА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 120 В
Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

Rбэ ==3 кОм .

Rбэ
== 00

Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора
ИмпульснЬ!"й ток коллектора при t

и
== 100 мкс

Постоянный ток базы .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
Т== +25 ос .

Температура p n перехода .

Температура окружающей среды .

2Т665А9, 2Т66569

120 В
90 В
7 В
lА
2А

0,2' А

0,8 Вт
+150

0
С

 60...+125ос

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры n p n
универсальные. Предназначены для применения в УСилителях и переклю 
чающих устройствах. I?ыпускаются в пластмассовом корпусе с Жесткими

выводами. Маркируются условными знаками: 2T665A9 2A,'2Т665Б9 
2Б. Тип прибора указывается в этикетке. Масса

траНЗИстора Не бо 
лее 0,1 r.
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2T66:r(A9, Б9)
ч.,б
1,8

1<)

 - со
t:::)

Электрические параметры

;Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

l UкБ ==2 В, /э==0,15 А. . . . . . . . .

i'раничная частота коэффициента передачи тока в

 eMe
03 при UкБ==5 В, /э==50 мА, типовое зна 

i На еич о н'апря е ие'при '/э з'о  A: e e ee;
.

2Т665А9 . . . . . . . . . . . . . .

2Т665Б9

 апряжение насыщения коллектор эмиттер при

!
==0,15 А, /Б== 15 мА, не более. . . . . .

,

апряжение асыщения
база эмиттер при /к==

, 0,15 А, /Б 15мА, не более. . . . . .

.ремя включения при Uкэ==20 В, /к===0,2 А,

1,
==40 мА, не более. . . . . . .. .,.

ремя выключения при Uкэ==20 В, /к==0,2 А,
==40 мА, не более . . . . . . . . . . .

.,,'

ремя спада при Uкэ==20 В, /к==0.2 А, /Б==40 мА,
Ire более .

 MKOCTЬколлекторноrо перехода при UкБ==5 В, не

 ee.. . . . . . . . . . . . . . . .

 MKOCTЬэмиттерноrо перехода при UэБ==0,5 В, не

 ee ................

Рбратны ток коллектора при' UкБ==100 В, не более

:t>6ратныи ток эмиттера при UэБ ==5 В, не более. . .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база:
2Т665А9
2Т665Б9 ...........

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

при Rбэ
== 1 кОм:

2Т665А9 .

2Т665Б9 .

при Rбэ==оо:
2Т665А9
2Т665Б9. . . . . . . . .

Постоянное напряжение эмиттер база.

Постоянный ток коллектора. . . . . .

Импульсный ток коллектора при tи
== 10 мс .

40...250

200* М[ц

80 В
60 В

0,3 В

1,1 В

0.1 мкс

0,5 IIКС

0,2 мкс

25 пФ

150 пФ
lOMкA
1О мкА

120 В
100 В

100 В
80 В

80 В
60 В
5 В
IА

1,5 А
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Постоянный ток баЗ/.! .

,

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
т
к
==  60...+25ос:

с теплоотводом .

без теплоотвода

Температура p nперехода
Температура окружающей среды

IzZT3

700

80

2Т555(А8.Б9J UКБ = 28
Т=+25

0

с

V..... "

\

\

50

*0

20

ОТО 100 [э,мА

Зависимость статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

эм иттера

КТ680А

I<Т680А

 .

5.2

a..-j

"-

0,7 "':..
:::t

26

0,3 А

при

1 Вт

0,3 Вт

+ 150 ос
 60ос..,т

к
==

== + 100 о С

UКЭ.нас : lIБЭ. нас , в

0,1

[/(/IБ=10 2Т565(А9,Б9)
Т=+25

0

с 1.0-"'"

f-------
ОБЭ

I
насf-------

111 I
111 I

Uкз,/V
. I

0,04
то 100 [к,мА

Зависимости напряжений насы-

щения коллектор эмиттер и

база эмиттер от тока коллек 

тора

Транзистор кремниевый эпи 

таксиально планарный структу-
ры n p-n усилительный. Пред 
назначен для применения в уси-

лителях низкой частоты. B yc 
кается в пластмассовом корпусе с

rибкими выводами. На корпус
наносится условная маркиров 
ка уrолок черноrо цвета и бук 
ва «А». Тип прибора указывает-
ся в этикетке. Масса транзисто-
ра не более 0.3 r.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме оэ:

при Uкэ==1 В, IK==5oo мА:
т== +25 ОС. . . . .

Т==+85 ос .

T== 45ос .

при Uкэ==1 В, IK==1 А .

при Uкэ== 10 В, 1к==5 мА. .

при Uкэ==5 В, 1к==50 мА, не менее. . . . .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой час 

тоте при Uкэ==5 В, 1к==50 мА, '== 100 М[ц, не менее

типовое значение .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер:

при/к==1 А'/Б==О,1 А.
при I K==O,1 А, IБ==О,ОI А. . . . . . .

Напряжение насыщения база эмиттер при IK
== I А,

I Б ==О,1 А.

Обратный ток коллектора при UкБ==25 В, не более:

Т==+25 и  45ос .

Т==+85 ос ... .

Обратный ток эмиттера при UэБ==5 В, не более.

85...180* ...300
85...600 .

40...300

60*...150*
50*...200*
80*

1,2
2,5*

0,27*...0,4*...0,5 В

0,03*"..0,05* ...0,2 В

0,9*...0,95* ...1,2 В

10 мкА

500 мКА
10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 30 В

Постояннье напряжение коллектор эмиттер. 26 В

Постоянное напряжение база эмиттер. 5 В

Постоянный ток коллектора. 0,6 А

Импульсный ток коллектора при t
и
==20 мс, Q== 100 2 А

Постоянный ток базы . 100 мА

Импульсный ток базы при t
и
==20 мс, Q== 100. . . . 200 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора! при
T +25ос .

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход.  среда
Температура окружающей среды .

I
При Т>+25 ос РК . макс

снижается линейно на

п213

I<Т680А

0,8

0.6

0,4

0,2

lJкэ = 18

80

40

fO 3 10 2 fO 1 [к, А

Зависимость статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

коллектора

0,35 Вт
+ 125 ОС/Вт
286 °Cj13T
 45...+85ос

3,5 мВт/Ос.

о 0,5 Т 1,5 2 IK,A

Зависимость напряжения Hacы 

щения коллектор эмиттер от

тока коллектора
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КТ683А, КТ6836, KT683B КТ68зr, КТ683Д,
КТ683Е

Транзисторы кремниевые ПЛi:1нарные структуры п p пуниверсаль 
ные. Предназначены для Ilрименения в УСИ,1ИТС.1ЯХ и переключаю 

щих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими BЫ 

водами. Тин прибора указывается на корпусе. Масса транзистора

не более 1 r.

7,8

*

1-,
*

......

-..:
.....

93,05

I.t)

!.Q."

KT68J(A  E) 2.8

Б

К

Э

0,88 0,6

2,3 ',22,3

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при U
кэ

== 10 В, /к==0,15 А:
КТ683А, КТ683В, КТ68зr .

КТ683Б, КТ683Д .

КТ683Е . . .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при UКБ
== 10 В, /э==50 мА, не менее.

rраничное напряжение при /э==ЗО мА, не менее:

КТ683А
КТ683Б, КТ683В
КТ68зr
КТ683Д, КТ683Е

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при
/к==0,15 А, /Б==15 мА, не более. .

Напряжение насыщения база эмиттер при /к==
==0,15 А, /Б== 15 мА, не более. . . . .

Пробивное напряжение коллектор эмиттер при
/ к==О,1 мА, Rбэ ==3 кОм, не менее:

КТ683А

КТ683Б, КТ683В
КТ68зr . .

КТ683Д: КТ683Е

40...120
80...240
160...480

50 мrц

90 В
80 В
60 В
40 В

0,45 В

1 В

150 В
120 В
100 В
60 В
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Пробивное напряжение база эмиттер при /э==
==0,1 мА, не менее:

КТ683А, КТ683Б, КТ683В .

КТ68зr, КТ683Д, КТ683Е. .

Время включения при Uкэ==40 В, /к==0,2 А, /Б==
==40 мА, типовое значение.

В ремя Выключения при Uкэ==40 В, / к==0,2 А,
/Б==40 мА, типовое значение.

Емкость коллекторноrо перехода при U
КБ== 1 О В,

не более

Емкость эмиттерноrо перехода при UэБ==0,5 В,
не более .

Обратный ток коллектора при UкБ==90 В дЛЯ
КТ683А, КТ683Б, КТ683В и 40 В для КТ68зr,
КТ683Д, КТ683Е, не более.

[к,мА

Статический ТК = +25ос

103
режим

102

то
'

10 50 Uкэ, В

Области безопасной работы

транзисторов

[Jкэ, нас, В
..,.,. СУ

KT683(A E')
Iк/IБ =5
Тк

:: +25 ос

)'

l/

1'-0....

0,7

0,6

0,5

0,#

0,3

0,2

0,'

О
1 10 100 [к,мА

Зависимость напряжения Ha 

сыщения коллектор эмиттер от

тока коллектора

7 В

5 В

0,1 *
мкс

0,2* мкс

15* пФ

65* пФ

мкА

h21Э

250

'50

ТОО

50

100 1000 [з,нА

Зависимости статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

эмиттера

lJБЭ, нас, В
, '"''

[к/IБ =5
' ,

KT68J(A E)
Т
К
= +2S

o

C

I

/

1,.-

!,J

1,2

l.l

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6
1 10 100 [к ,нА

Зависимость напряжения Hacы 

щения база эмиттер от тока

коллектора
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база:

КТ683А . .

КТ683Б, КТ683В .

КТ68зr .

КТ683Д, КТ683Е .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

при Rбэ 3кОм:

КТ683А .

КТ683Б, КТ683В .

КТ68зr .

КТ683Д, КТ683Е .

при Rбэ 00:
КТ683А . .

КТ683Б, КТ683В .

.

КТ68зr .

КТ683Д, КТ683Е .

Постоянное напряжение база эмиттер:
КТ683А, КТ683Б, КТ683В .

КТ68зr, КТ683Д, КТ683Е .

Постоянный ток коллектора .

и мпул.ъсный ток коллектора при tи 1 мс.

Постоянный ток базы . ......

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
1

при
ТK  60...+25ос:

С теП.100ТВОДОМ .

без теплоотвода .

Температура p nперехода .

Температура окружающей среды

150 В
120 В
100 В
60 В

150 В
120 В
100 В
60 В

90 В
80 В
60 В
40 В

7 В

5 В

1А

2 А

0,2 А

8 Вт

1,2 Вт

+ 150 ос

 60oc...TK 
=== + 125 ос

I

При Т
к>+25 ос Р К. макс

снижается линейно на 0,064 Вт/ос с тепло 

отводом и на 0,0096 Вт/ос без теплоотвода.

КТБJ9 (А И)
2.8

7,8 0,2

:.z

2J:!:o.OJ

30

Транзисторы p n p

КТ639А, КТ6396, КТ639В,

KT639r, КТ639Д,

КТ639Е, КТ639Ж, КТ639И

0.5

т.2

Транзисторы кремниевые

эпитаксиально планарныеCTpyK 
туры p n pуниверсальные. Пред 
назначены для применения в Kac 
кадах предварительноrо усиле 
ния и в переключающих устрой 
ствах. Выпускаются в пластмас 
совом корпусе с жесткими BbIВO 

дами. Тип прибора указывается
на корпусе. Масса транзистора
не более 0,7 r.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при UкБ==2 В, lэ== 150 мА:
при т== +25 ОС:

КТ639А, KT639r, КТ639Е .

КТ639Б, КТ639Д, КТ639Ж
КТ639В .

КТ639И .

при Т==+ 125 ОС.

при T== 65ОС, не менее.

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при UкБ==5 В, lэ==30 мА, f==20 мrц .

rраничное напряжение при lэ==50 мА, не менее:

КТ639А, КТ639Б, КТ639В
KT639r, КТ639Д
КТ639Ж
КТ639И

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при
1к==500 мА, IБ==50 мА .

Напряжение насыщения база эмиттер при Iк
==

==500 мА, IБ==50 мА .

Время рассасывания при Iк==500 мА, IБ==50 мА,
типовое значение.

Емкость коллекторноrо перехода при UкБ== 10 В .

Емкость эмиттерноrо перехода при UэБ==0,5 В. .

Обратный ток коллектора при UКБ==30 В, не более:

Т==+25 ос
Т==+125

0С .

Обратный ток эмиттера при UЭБ==5 В, не более.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база:

КТ639А, КТ639Б, КТ639В .

KT639r, КТ639Д .

КТ639И
Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
Rбэ== 1 кОм для КТ639Ж .

Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора. . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
1

при T== 60...+35ос . .

Температура p пперехода . . . . . .

Тепловое сопротивление переход среда
Температура окружающей среды. . .

40...100
63...160
100...250
180...400

0,8h2Iэ , мин'"

3h 21э макс

0,3h2 ;э, мин

4...10*...12*

45 в-
60 В

80 В
30 В

0,15*...0,35* ...0,5 В

0,92*...0,96*...
1,25 В

200* нс
15*...20* ...50 пФ
90*...120* ...200 пФ

100 нА
100 м кА
100 нА

45 В
60 В
30 В

100 В

5 В

1,5 А
2 А

1 Вт

+ 150 ос
115 0

CjBT
  60...+125 ос

15 T
Рк, маки

Вт== .

I

При Т>+35 ос постоянная рассеивающая мощность коллектора

определяется из выражения
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Iб. мА

I(Т6i!J(А И)
50

40

30

20

10

О 0.2 0.'" 0.6 О,В lJ,з,В

hZ13

80

ба

40

20

UКБ=28
КТ6J9(kИ)

.....

i'-..
.........
,

r--.

о 0,4- о,в 1,2 {,6 2 [к,А

Зависимости тока базы от Ha 

пряжения база эмиттер

Зависимость статическоrо коэф 

.фициента передачи тока от

тока коллектора

lJкэ, нас, 8.Тrp . иrц

КТ6J9(А И)
100

lJKfi =58
160

120

80

'+IJ

КТ6J8(А И)

о,в

О,б

0.4

0,2

о 10 20 Iк ,мА о 0.2 о,,*- 0,6 0,8 1 Iк.А

Зависимость rраничной частоты

от тока коллектора

Зависимость нанряжения Hacы 

щения коллектор эмиттер от

тока коллектора

КТ661А
Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры p n p

импульсный. Предназначен для применения в быстродействую 
ш:их ключсвых устройствах электронных автоматических телефонных
станций. Выпускается в металлическом корпусе с rибким'и BЫBoдa 

I<Т661А

б,б 13,5

Qc)

..:1-

о)

1(

\t:)
с:::)'
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ми и стеклянными изоляторами. Тип прибора указывается на корпусе.
Масса транзистора не более 0,5 r.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при Ик ==10В, IK==150 мА:

Т==+25 ос
Т==+85 ос .

T== 45ос . . .

при Икэ==10В,/к==0,1 мА,неменее.

Модуль коэффициента передачи тока на высокой
частоте при Икэ==20 В, I K==50 мА, f==100 мrц,
не менее .

типовое значение .
.

rраничное напряжение при lэ== 10 мА, не менее.

Напряжение насыщения коллектор эмиттер, не

более:

при I K
== 150 мА, 15== 15 мА .

при I K==500 мА, 16==50 мА. . . .

Напряжение насыщения база эмиттер при I K
==

== 150 мА, 15== 15 мА, не более.

Время включения ври 1 к== 150 мА, 16== 15 мА .

Время выключения при I
K
== 150 мА, 16== 15 мА.

Емкость коллекторноrо перехода при Ик5
== 10 В .

Обратный ток коллектора при И К5==50 В, не более:

Т::ж:::+25 и  45ос .

Т==+85 ос
братный ток коллектор эмиттер при И к'С\==30 В,
И Э5==0,5 В, не более.

Обратный ток эмиттера при Иэ5==5 В, не более.

Предельные эксплуатационные

Постоянное напряжение коллектор база.
Постоянное напряжение коллектор эмиттер.
Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора:

.

с теплоотводом .

без теплоотвода .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
тK== 45...+25ОС:

С теплоотводом
1

. .

без теплоотвода
2

.

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход среда
Тепловое сопротивление переход корпус
Температура окружающей среды .

100...175*...300
100...600

40...300
75

2
3* .

60 В

0,4 В

1,6 В

1,3 В

15* ...30* ...45* нс

100* . ..1 20* ..,

150* нс
4*...6*...8* пФ

0,01 мкА
1 мкА

50 нА
10 мкА

дан ные

60 В

60 В

5 В

600 мА

300 мА

при

1,8 Вт

0,4 Вт

+200 ос
440 ОС/Вт
97 ОС/Вт
 45ОС... Тк==
==+85 ос

1

При Тк>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

20 т
к

определяется из выражения Рк ,
макс'

Вт==

2
При Т>+25 ос В

200 T
Рк ,

макс'

T 
440

.

2 В. М. Петухов 33



Uкэ, на.с .8

КТ66!А

0,2

Зависимость напряжения'
насыщения коллектор

эмиттер от тока коллек 

тора

[кРБ
= то

0,8

0.6

0.4

О,! то то 2 [к,мА

h213

J<Тбб!А
200

UКБ =108
!БО

Зависимость статическоrо

коэффициента передачи
тока от тока коллектора

'+о

О,! то 102 [к. мА

КТ661А

Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры p n p

импульсный. Предназначен для применения в быстродействующих
ключевых устройствах электронных автоматических телефонных станций.

Выпускается в металлостеклянном корпусе с rибкими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзистора не более

1,5 r.

6,6 !J,5

е5

Б

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме оэ:

при Uкэ==IО В, /к==150 мА:

Т==+25
0С. . . . .

Т==+85 ос
T== 45ос .

100...300
100...600
40...300

34



при Икэ==10 В, /к==500 мА, не менее.

при Икз== 1 О В, / к==О, 1 мА, не менее. .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте пр\! И
кэ

==20 В, /к==50 мА, f== 100 мrц,
не менее .

2

rраничное Напряжение при /э== 1 ОмА. 60...75*...95* В

Напряжение насыщения коллектор эмиттер:

при /к== 150 мА, /5== 15 мА .

при /к==500 мА, /5==50 мА, не более.

Напряжение насыщения база эмиттер:

при /к== 150 мА, /5== 15 мА .

при /к==500 мА, /5==50 мА, не более. . .

Время выключения при /к==150 мА, /5==15 мА,
'не более. 200 нс

Емкость коллекторноrо перехода при ик5
== 10 В,

не более . 8 пФ

Обратный ток коллектора при Ик5==50 В, не более:

Т==+25 и  45ОС. . . . . . . . . . . 0,01 мкА

Т==+85 ос 1 мкА

Обратный ток коллектор эмиттер при И
кэ

==30 В,
ИЭ5==0,5 В, не более. 50 нА

Обратный ток база эмиттер при Иэ5==5 В, не более 10 мкА

50

75

0,15*...0,3*...0,4 В
1,6 В

0,8*...1 *...1,3 В
2,6 В

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор' база. 60 В
Постоянное напряжение коллектор эмиттер. 60 В
Постоянное напряжение база эмиттер. 5 В
Постоянный ток коллектора . ... 400 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
1

при T== 45...+25ос .

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

0,6 Вт

+200 оС
290 ОС/Вт
 45...+85 ос

1

При Т>+25 ос пост )Яннаярассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

200 Т
Рк .

макс'

Вт==
29()'"

.

Uкэ."f1C , В

кТ662А

IK/16 ':' 10

Зависимость напряжения
насыщения коллектор
эмиттер от тока коллек 

тора

0,8

0,6

0,4

0,2

0,' то то 2
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h21Э

кТ6б'lА
Зависимость статичеСКОfО

коэффициента передачи
тока от тока коллектор 

200

,БО

'20

80

40

0,' то IOZ [к,нА

11664А9, 1166469

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры p n p
универсальные. Предназначены для применения в усилителях и пере 

ключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жест 

кими выводами. На корпусах транзисторов наносят условные знаки:

2Т664А9 1 А, 2Т664Б9 1 Б. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,1 r.

*6

1,8

,2Т664 (АВ, Б9)

C'I

... 0.8

Б

К

0,5

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

при UкБ
==2 В, /э==0,15 А .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при U
кБ

==5 В, /э==50 мА, типовое значение

rраничное напряжение при /э==ЗО мА, не менее:

2Т664А9
2Т664Б9

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к==0,15 А, /Б==15 мА, не более.

Напряжение насыщения база эмиттер при /к==
==0,15А'/Б==15мА,неболее.. .

Время включения при U
кэ

==20 В, /к==0,2 А, /Б==
== 40 мА, не более.

40...250

140* мrц

80 В

60 В

0,3 В

1,1 В

0,1 мкс
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........ Iк/IБ == 10
.

2Т554(А9,Б9j.
T==+2s

0
c uБЗ, нас

,1

 /

Время выключения при И
кэ==20 В, /к==:0,2 А,

/ Б==:40 мА, не более. . . . . . . . . . . .

Время спада при И
кэ==:20 В, /к==:0,2 А, l Б==:40 мА,

не более. . . . . . . . . . . . . . . .

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ==:5 В,
не более .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ==:0,5 В, не
более. .

Обратный ток коллектора при И
КБ==:

100 В, не более

Обратный ток эмиттера при ИэБ==:5 В, не более. . .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база:

2Т664А9

2Т664Б9
.

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:
при Rбэ

==: 1 кОм:
2Т664А9
2Т664Б9 .

при Rбэ==:оо:
2Т664А9 .

2Т664Б9'. .

Постоянное напряжение эмиттер база.
Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при t
и
==: 1 О мс .

Постоянный ток базы .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
тK==  .60...+25 ос:

с теплоотводом .

без теплоотвода .

Температура p nперехода .

Температура окружающей среды

h21Э Uкэ. нас UБЭ, нас, 8
, I

100........ 2 Т664(Аэ,БЭ)

80

иK == 28
T""+2s

0

c

r'\
\

2

60

40

20 0,1

о
10 Iз,мА 10!ОО

Зависимости статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

эмиттера

0,7 мкс

0,3 мкс

25 пФ

150 пф

10 мкА

10 мкА

120 В

100 В

100 В

80 В

80 В

60 В

5 В

1А

1,5 А

0,3 А

1 Вт

0,3 Вт

+150 ос

 60ОС...Т
к
==:

==:+ 1 00 ос

тоо Iк,мА

Зависимости напряжений Hacы 

щенин коллектор эмиттер и

база эмиттер от тока КОJ]лек 

тора

:37



КТ668А, КТ6686, КТ6688

КТ668 (А  8)

 .

Транзисторы кремниевь 
эпитаксиально планарные CTPYK 

туры p n pусилительные. Пред 
назначены для примснения в уси 

лителях, reHepaTopax, переклю 

чающих устройствах. Выпуска 
ются в пластмассовом корпусе

с rибкими выводами. Тип прибо 

ра указывается на корпусе. Mac 

са транзистора не более 0,3 r.

5,2

"'-

ч')

/(

Lt)

 .

Электрические параметры

Коэффициент шума на частоте f== 1 кrц при U кэ==
==5 В, /к==0,2 мА. Rr==2 кОм. . . . . . . .

Статич скийкоэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при U
кБ

==5 В, /э==2 мА:

при т== +25 ос:
КТб68А .

КТ668Б .

КТ668В . .

при Т==+125 ос.

1,4*...2,7*...10 дБ

при T== 60ос, не менее.

Модуль коэффициента передачи тока на высокой
частоте при UкБ==5 В, /э==lO мА, f==lOO мrц.
Напряжение насыщения коллектор эмиттер:

при /к== 10 мА, /Б==0,5 мА .

при /к== 100 мА, /Б==5 мА .

75...140
125.. .250
220...4 75

0,8h21э мии'"

2,5h2Iэ
'

макс

0,3h2Iэ : мни

2...2,7*...3*

Емкость коллекторноrо перехода при UКБ== 10 В .

Обратный ток коллектора при u
кБ==зо В, не более:

Т==+25 ос '.
т== + 125 ос . ......

Обратный ток эмиттера при UэБ==5 В, не более.

0,08*...0,17*...0,3 В
0,15*...0,25* ...

0,65* В
1 *...4,5*...7 пФ

15 нА
4000 нА
100 нА

ПреАельиые эксплуатациоииые АаИllые

Постоянное напряжение коллектор база. 50 В
Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
R бэ== 00, /к==2 мА . 45 В
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Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ТОК коллектора
Импульсный ток коллектора .

Постоянный ТОК базы . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
I

при T== 60...+25ос .

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

5 В

100 мА
200 мА
50 мА

500 мВт

+ 1 50 ос

0,25
0

CjMBT
 60...+125 ос

!

При Т>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

1 50  Т
Р
к ,

\1акс'

мВт==
(\%.

IБ,мА

50

40

30

20

ТО

0,2 0,4 0,6 0,8 [!БЭ, В

Зависимости тока ба 

зы от напряжения ба.

за . эмиттер

Кw.дБ

(Jкэ =58
20

f= lи-ц

Iб

12

8

q.

h21Э

100

50

то 102 1О З 1Оч. IK,MKA

Зависимость СТG\ти'/еСКОI'О коэффициента
передачи тока от тока КОЛ"Iектора

кТбб8(k8)

10 102

Зависимости коэффициента шу.
ма от тока коллектора

тo J IK ,,.,кА

Uкэ. H C. В

КТ5б8(А 8)

IБ =O,05IK
0,2

0,1

О 20 40 БО 80IK,,.,A

Зависимость напряжения Hacы 
щения коллектор эмиттер от

тока коллектора
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!<Т681А

C'I

..:j. 

КТ681А

Транзистор кремниевый
эпитаксиально планарныйCTPYK 
туры p п pусилительный. Преk
назначен для применения в уси.

лителях низкой частоты. Выпус 
кается в пластмассовом корпусе

с rибкими выводами, На корпус

наносится условная маркиров 

ка черный квадрат и буква
«А». Тип I1ри60ра указывается
в этикетке. Масса транзистора не

более 0,3 [.

5,2

C'I

"-

<:::! ч)

к

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при Икэ==1 В, /к==500 мА:
Т==+25 ос
Т== +85 ос .

T+ 45ос .

при И К;j===1 В, /к===1 А
при Икэ=== 1 О В, / к=== 5 мА, не менее.

типовое значение.

при Икэ===5 В, Iк==50 мА, не менее.

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при ИК:'1==5 В, /к==50 мА, f== 100 мrц,
не менее .

типовое значение.

Напряжение насыщения коллектор эмиттер:

при/к==1 А'/Б===О,1 А.

при /к==О,1 А, /Б==О,ОI А .

Напряжение насыщения база эмиттер при / к==
== 1 А, /Б==О,1 А .

.

Обратный ток коллектора при И
кБ==25 В, не более:

Т==+25и 450С. . . . . . . . . . .

Т==+85 ос
Обратный ток эмиттера при И

эБ==5 В, не более.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база.

Постоянное напряжение коллектор эмиттер.
Постоянное напряжение база  .эмиттер.
Постоянный ток коллектора .

И мпульсныЙ ток коллектора при t
и
==20 мс, Q== 100

Постоянный ток базы .

И IVlпульсный ток базы при tи==20 мс, Q== 100.

40

85...100* ...300

85.. .600

40...300

БО. ..80

50

130*

80

1,2

1,5*

0,27*...0,4*...0,5 В

0,03*...0,05* ...0,2 В

0,9*...0,95* ...1,2 В

10 мкА

500 м кА

10 мкА

30 В

25 В

5 В

О,б А

2 А

0,1 А

0,2 А



Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
I

при т:::;;;: +25 ос .

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

0,35 Вт
+ 125 ос
286 ОС/Вт
 45...+85ос

I

При Т>+25 ос Рк.
макс

снижается линейно на 3,5 мвт/ос.

h213 Uкэ, нас , В

I<Т687А
200

160
Uкэ

= 18
0,8

120 0,6

80 0,4

4[J 0,2

1O J !O 2 !O l IK,A О 0,5

I<ТБВ1А

т.s 2 Iк , А

Зависимость статическоrо коэф 

фициента передачи тока от тока

коллектора

Зависимость напряжения Hacы 

щения коллектор эмиттер от

тока коллектора

KT68SA, KT68S&, KT68SB, KT68Sr,

KT68SA, KT68SE, КТ68SЖ

КТб85(А Ж)

Транзисторы кремниевые

эпитаксиально.планарные струк,

туры p n pуниверсальные. Пред 

назнаЧf>НЫ для применения в уси.

лите.1ЯХ и переключающих уст.

ройствах. Выпускаются в пласт 

массовом корпусе с rибкими BЫ 

водами. Тип прибора указывает 

ся в этикетке. Масса транзисто 

ра не более 0,3 r.

('o.j

*
"-
"-
о..:

I 5,2 .1

r
('o.jl

 i

"-

11)

к
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при И
кБ==10 В, /э==150 мА дЛЯ КТ685 (А, Б, В, П,

И
кБ ==1 В, /э==150 мА дЛЯ КТ685Д, ИкБ==1 В,

/э==300 мА дЛЯ КТ685 (Е, Ж):
при т== +25 ос:

КТ685(А, Б, Е)
КТ685 (В, r, Ж) .

КТ685Д .

при Т==+125 ос

при Т== 60ОС, не менее.

Модуль коэффициента переда
l
lИ тока на высокой

частоте при ИкБ==20 В, /э,,=,.'30 мА, f== 100 мrц,
не менее:

КТ68,5 (А, Б, В, П .

КТ685Д
КТ685(Е, Ж) .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к==150 мА, /Б==15 мА, не более:

КТ685 (А, Б, В, r) . . .

КТ685(Д, Е, Ж) " .

Напряжение насыщения база эмиттер при /к==
== 150 мА, /Б== 15 мА, не более:

КТ685 (А, Б, В, П .

КТ685 (Д, Е, Ж)
Время рассасывания при /к==150 мА, /Б==15 мА,
не более .

Емкость коллекторноrо перехода при ИКБ== 10 В,
нl.' бu,!\:е.

КТ685(А, Б, В, r) .

КТ685(Д, Е, Ж) . .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ==2 В, не бо 

лее.
'. .

Обратный ток коллектора при И Б==SО В дЛЯ
КТ685(А, Б, В, П, ИкБ==25 В дЛЯ КТ685(Д, Е, Ж),
не более:

при т== +25 ОС;
КТ685(А, В, д, Е, Ж)
КТ685 (Б, П

при Т== + 125 ОС:

КТ685(А, В)
КТ68,5(Б, r, д, Е, Ж)

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное наПРЯЖt'ние коллектор база:

КТ685(А, Б, В, П .

КТ685(Д, Е,Ж). .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
/к==10 мА, Rбэ==оо:

КТ685(А,В) .

КТ685(Б, П .

КТ685 (Д, Е, Ж)
Постоянное напряжение эмиттер база.
Постоянный ток коллектора . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
I

при Т== 60...+25ос .

42

40.. .120

100...300

70...200

32...300

12

2

3,5

2,5

0,4 В

0,3 В

1,3 В

1,1 В

80 нс

8 пФ

12 пФ

30 пФ

0,02 мкА

0,01 мкА

20 м кА

10 мкА

60 В

30 В

40 В

60 В

25 В

5 В

600 мА

600 м Вт



Температура p nперехода . ....

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

+ 150 ос

0,208
0

С/мВт
 60...+125ос

.

I

При Т>+25 ос Рк. макс  нижаетсяна 4,8 мВт/ос.

КТ686А, КТ686Б, КТ686В, KT686r, КТ686Д,
КТ686Е, КТ686Ж

т== 60ос, не менее . . . . . . . . .

при ИКБ
== 1 В, lэ==300 мА, Т==+25 ос, не менее:

КТ686А, KT686r, КТ686Ж. . . . . .

КТ686Б, КТ686Д. . . . . . . . . .

КТ686В, КТ686Е . .

при Ик.Б== 1 В, lэ==500 мА. Т==+25 ос, не менее:

КТ686А, КТ686Б, КТ686В, KT686r, КТ686Е 20
КТ686Ж . . . . . . . . . 40

rраиичная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ прн ИкБ==5 В, lэ== 10 мА, не менее.

типовое значенне. . . . . . .

Транзисторы кремниевые
эпитаксиально планарныеCTpyK 
туры p n pуниверсальные. Пред-
назначены для применения в уси 

лителях мощности. Выпускаются
в пластмассовом корпусе с rиб-

кими выводами. На корпус TpaH 

зистора наносится только обозна 

чение типономинала без индекса

«КТ». Полностью тип прибора
указывается в этикетке. Масса

транзистора не более 0,3 r.

Электрические параметры

Статнческин коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при:
ИкБ==1 В, lэ==100 мА:

Т===+25 ос:

КТ686А, KT686r, КТ686Ж

КТ686Б, КТ686Д .

КТ686В, КТ686Е .

Т==+125
0С .

I<Т586 (А Ж)

C\.I

 -

5.2

Ir)

.....

0.7
.....

100...170* ...250
160...240*...400
250...400*...630

0,8h21э мии'"
.

2,5h2Iэ : макс
0,3h2Iэ ,

мин

60
100
170

100 мrц
150* Mr"
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Напряжение на'сыщения коллектор эмиттер при
Iк==500 мА, IБ==50 мА .

Емкость коллекторноrо перехода при иКБ== 1 О В:

КТ686А, КТ686Б, КТ686В, KT686r, КТ686Д,

КТ686Е
КТ686Ж

Обратный ток коллектор 'эмиттер при иКЭ==
== иК,Э, макс'

не более:

Т===+25 ос

Т==+125 ос .

Обратный ток эмиттера при иЭБ==5 В, не более.

0,2*...0,3*...0,7 В

6*...8*,..12 пФ
30*,..40*...50 пФ

0,1 мкА
1 О мкА

0,1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

КТ686А, КТ686Б, КТ686В .

KT686r, КТ686Д, КТ686Е, КТ686Ж .

Постоянное напряжение база эмиттер. .

Постоянный ток коллектора при ТK== 60...+25ос

Импульсный ток коллектора при t
H
== 1 О МС .

Постоянный ток базы .

-

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

тK== 60...+25ос:
С теплоотводом 1. .

без теплоотвода
2

.

Температура p nперехода .. .

Тепловое сопротивление переход среда
Тепловое сопротивление переход корпус.

Температура окружающей среды

45 В

25 В

5 В
800 мА

1,5 А

100 мА

1,4 Вт

0,625 Вт

+150
0С

0,2
0

С/мВт
0,09

0

С/мВт
 60°С...Т,,==
=== + 125 ос

I

При Т
к>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

2
При Т>+25 ос

В 150 TKР
К,

макс'
м T 

0,09
.

150 Т

РКмакс' MBT== .
(/КЭ, HCJC ,В

КТб8б(А ж)

0,8
Iк /IБ =1О

0,6

0,4

0,2

10 то 2 Iк, мА

Зависимость напряжения Ha 

сыщения коллектор эмиттер от

тока коллектора

44

1t< ,нА при 18 Iк, нА при 58

I<Т68б(А-Ж
500

400

JOO

200

ТОО

10'

8

6

4-

2

о 0,2 0,4- 0,5 а8 {JБЭ,В

Зависимости тока коллектора от

напряжения база эмиттер



Раздел четвертый

Транзисторы средней мощности

сверхвысокочастотные

транзисторы n p n

КТ659А

Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры n p n
переключательный. Предназначен для применения в BЫCOKOCKOpOCT 
ных переключающих устройствах. Выпускается в металлостеклянном

корпусе с rибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1,5 r.

I<Т65ЭА

со
...:t

<:::)
о;

6,6 13,5

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при U
кэ==

1 В, 1к==З00 мА, не менее.

типовое значение .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при U
кэ

==10 В, Iк==100 мА, {==100 мrц,
не менее .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер:

при Iк== 1 А, IБ==О,1 А, не более.

типовое значение .

при Iк==О,1 А, IБ==О,ОI А, ие более.

типовое значение .

Время включения при I
к
==1 А, IБ==О,1 А, не более

типовое значение. . .

Время выключения при I
к
== 1 А, IБ==О,1 А, не более

типовое значение .

Емкость коллекторноrо перехода при UКБ== 1 О В,

не более .

типовое значение .

35
125

3

0,9 В

0,36* В

0,26 В

0,11* В

40 нс
11 *

нс

80 нс

60* нс

10 пФ

6* пФ
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Предель ыеэксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 60 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер. 50 В

Постоянное напряжение база эмиттер. 6 В
Постоянный ток коллектора . . . . . 1,2 А
Постоянная рассеива'емая мощность коллектора

1

при T== 45...+25ос .

Температура p пперехода .

Тепловое сопротивление переход среда
Температура окружающей среды .

1 Вт

+ 180 ос

155 ОС/Вт
 45...+85ос

1
При Т>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

18 T
Р
к . макс'

Вт== .

Is,HA Uкэ.нас,В

КТ659А НТ659А
1002S 45

IK/Is -то
8020 0,4

IS o,J 60

10 0,2

5 0,1 20

42 0,4- О 0,2 o,/i 0,6 48 IK,A О 0,2 0,4 0,6 IK,A

Зависимости тока базы Зависимость напряже Зависимость статиче 

от напряжения база ния насыщения кол cKoro коэффициента
эмиттер лектор эмиттер от передачи тока от тока

тока коллектора коллектора

1Т671А-1

2T671A 2

8,5

0,66

2,2

О, 72 О, 1

l.t:I l.t:I

t-)

IQ
IQ
1:::)
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Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры n p n
rенераторный. Предназначен для применения в УСИJlителях мощности и

reHepaTopax в диапазоне частот 2...8,5 rrц в схеме ОБ при напряжении
питания 13 В в составе rибридных микросхем. Бi:'скорпусные, в кри-

сталлодержателе, с rибкими вывuдами. На корпус транзистора наносят

условный знак букву «Т» черной краской. Тип прибора ук<.вывается
в этикетке. Масса транзистора не более 0,115 r.

Электрические параметры

Выходная мощность на частоте f===8,5 rrц при
U

п
===12 В, [к===120 мА, Р

вх
===100 мВт .

Коэффициент усиления по мощности на частоте

f===8,5 rrц при И
п
===12 В, [к===120 мА, Р

вх
===100 мВт

Коэффициент полезноrо действи я на частоте

f===8,5 rrц при И
п
===12 В, [к===120 мА, Р

вх
===100 мВт,

типовое значение.
Фаза коэффициента передачи тока на высокой часто 

те в схеме ОБ при f===1 rrц, ИкБ===5 В, [к===100 мА

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ===5 В, ти 

повое значение.

Обратный ток коллектора при ИКБ=== 15 В, не более:

Т=== +25 и  60ос .

Т===+125
0С .

Обратный ток эмиттера при ИЭБ
=== 1,5 В, не более:

Т===+25 и  60ос

Т==+12 ос

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания .

Постоянное напряжение коллектор база

Постоянное напряжение эмиттер база

Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора.
. . . . .

Постоянная рассеивающая мощность коллектора
l

при UкБ===8 В, TK=== 60...+63ОС. . . . . . .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в дина 

мическом режиме
2
при TK=== 60...+50ос .

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход кристаллодержа 
тель
Тепловое сопротивление переход кристаллодержа 
тель в динамическом режиме.

Температура окружающей среды .

300...350*...
400* мВт

4,8*...5,1*...6* дБ

25* %

5,7* ...5,8* ...13 rрад

1,45* пФ

1 мА
5 мА

0,4 мА
5 мА

13 В
15 В

1,5 В

0,15 А

0,15 А

0,9 Вт

1,3 Вт

+ 1 90 ос

130 ОС/Вт

100 ОС/Вт
 60ос...тк===
===+125 ос

I

При Тк>+63 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

190 Тк
РК .

макс'

Вт===
------ПО'

2
При Тк>+50 ос средняя рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

Р В
190 Тк

К, ср. макс' T 
100

.
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Pв IX. Вт

0.5

44-

0,3

0,2

ат

10

О LfО 80 Т20 750 ?ах ,мВт

Зависимости выходной мощно 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо дей 

ствия коллектора от входной

мощности

 !
с:::5

2 ТliВ2 (A 2, Б 2)

1: ::5:1  ,
0,6

э

о)

Ii

9,5

Раых ,
Вт Ку,р,дБ llK'%
ип=!28 2Тб71k2 5

0.5 Iк=72DмА

f=8,5rru, 4-0
0,4

0,3 35

0.2 30

0,1 25

о 2 4 Б В ип, В

Зависимости выходной мощно.

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо дей 

ствия коллектора от напряжения
питания

1Т681'\-1,
1Т681&-1

IQ
с::)

Транзисторы KpeM 
ниевые эпитаКСИаJIЬНО'

пл а на рные структуры

n p nусилительные. Пред-
назначены для примене 

ния в малошумящих уси 

лителях в rерметизиро 

ванной аппаратуре. Бес 

корпусные, в керамиче 

ском кристаллодержателе,
с rибкими выводами. Map 
кируются цветным знаком

«У» у базовоrо BЫBO 

да: 2T682A 2 синеrо

цвета, 2Т682Б 2 черно 

ro цвета. Тип прибора YKa 
зывается в этикетке. Mac 

са транзистора не более

0,3 r.

Электрические параметры

МИНl1маЛЫIЫЙ коэффициент шума:
на частоте {==3,6 rrц при UкБ ==7 В, 'э==20 мА 3,2*...3,3*...4 дБ
на Частоте f==65 MrrJ. при UкБ ==5 В, 'э== 10 мА,

Rr==RH==50 Ом . 1,3*...1,52*...2* дБ
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Оптимальный коэффициент усиления по мощности

на частоте {===3,6 rrц при ИкБ ===7 В, 'э===20 мА

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при
И
кБ

===7 В, 'э===20 мА, не менее:

при Т=== + 25 и + 125 о

с:

2Т682А 2

2Т682Б 2

при T=== 60ОС:

2T682A 2
2Т682Б.2

rраничная час 1 ота I\оэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при Ик1)==7 В, 'э===20 мА.

Обратный ток коллектора при ИКБ
=== 1 О В, не более:

Т===+25 и  60ос .

т=== + 125 ос .

Обратный ток эмиттера при ИЭБ
=== 1 В, не более:

Т===+25 и  60ос .

Т===+ 125 ос .

Емкость коллекторноrо перехода при ИКБ
=== 1 О В .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИЭБ===О .

7...8,7* ...9,2* дБ

40
80

20
40

4,4*...4,7*...
...5,7* rrц

1 мкА
20 мкА

20 мкА
200 м кА

0,7*. ..0,8*...
...0,9* пФ
...4 ,3*. ..4,4 *...

...4,9* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 1 О В

Постоянное напряжение эмиттер база. 1 В

Постоянный ток коллектора. . . . . . . . . 50 мА

Постоянная раСССIJВ3Е'!\I!3Я \ЮЩНОСТh K(),l,'1E'KTOra
1
при

T=== 60...+60ос .

Температура р.n перехода .

Тепловое сопротивление переход кристаллодержа 

тель

Температура окружающей среды .

330 мВт

+175 ос

250 ОС/Вт
.60...+ 125 ос

В
1 75 Тк

Рк , макс'

T 
250

.

1
При Т>+60 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

Хш,IoIКН ,До l<у.Р'опт,дБ

5 20

Lf 75

J 12

2 В

4

о 2 3 ц.j,IIЦ

3ависимости коэффициента шу 
ма и коэффициента усиления от

частоты

7

б

5

4

3

2
!о 20 30 Iэ,мА

Зависимости коэффициента шу 
ма от тока эмиттера
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кш.н"и, Kw,onm, /(ш,50 ,дБ

f=J.5Пц 2Т682(А.1J.,Б 2)
7
Iэ 20иА IJ

11 W 50

6

5

J

2
2 Ij. 6 8 lJкБ,В

Зависимости коэффициента шу 
ма от напряжения коллектор

база

Зависимости коэффициента уси.
ления от тока эмиттера

2T691A 2

 t
0,56

N

I.r)

c:::i

50

Ку,р,I1акс,l<у,р',пт, Ку,Р50 ,дБ

.f=3.бт
2Тб82(А-Z,Б Z

12 '

Iз=20мА Ку,Р,накс
то

8

6

ц.

2
2 4 6 8 lJкБ,в

Зависимости коэффициента уси 
ления от напряжения коллек 

тор база

Ify,P,"QKC ,Ку,р,опт ,1< ,р.5D,дБ

12 lJf(5 -7В 2Т682{А--2,И)

f==J.5Пц
10

8

6

*

2
20 JO ,"О /э.мА

транзисторы p n p

2Т691А-2

Транзистор кремниевый
планарный структуры p n pуси 
лительный с нормированным KO 

эффициентом шума на частоте
1 rrц. Предназначен для при 
менения в СВЧ усилителях.

Бескорпусный, в керамическом
кристаллодержателе, с полоско 

выми выводами. На транзистор
наносят черной краской условный
знак « ».Тип прибора указы 
вается в этикетке. Масса TpaH 

зистора не более 0,2 r.



Электрические параметры

Коэффициент шума на частоте f== 1 rrц при ИКБ ==

==10 В, Iк==5 мА, не более.

Коэффициент усиления по мощности на частоте

/==1 rrц при ИкБ ==10 В, Iк ==50 мА, не менее

rраничная мощность на частоте /== 1 rrц при
и КБ== 1 О В, 1 к==50 мА, не менее.

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при U
КБ

== 10 В, lэ==50 мА, не менее:

Т==+25 и + 125 ос
T== 60ос

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при ИКБ
== 10 В, lэ==50 мА, не менее.

Емкость коллекторноrо перехода при ИКБ
== 10 В,

. не более .

Обратный ток коллектора при LJкБ
==40 В, не более:

Т==+25 и  60ос .

Т==+45 ос
Т== + 1 25 о С .

Обратный ток эмиттера при ИэБ ==3 В, не более.

4* дБ

6,6* дБ

23 мВт

20
10

3 rrц

3,5 пФ

1 мА
3 мА
10 мА
1 мА

Предельиые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 40 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

Rбэ==100 Ом .

25 В

Постоянное напряжение эмиттер база. 3 В

Постоянный ток коллектора . .., . 0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1:

TK== 60...+25ос .

Т
к ==+125

0

С

Температура p nперехода .

Температура окружающей среды

I
При Т

к>+25 ос РК . макс
уменьшается линейно.

э

Эквивалентная схема транзисто-
ра 2Т691А-2 в активном режнме

1,2 Вт
0,25 Вт

+ 150 ос
 60ос."Тк

==

== + 125 ос

f(
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0,9

0,8

0,7

0,6

о 50 100 150 200

Iэ,мА

Зависимость статиче 

cKoro коэффициента
передачи тока от тока

эмиттера

frp/frp SOMA

0,8

0,8

0,7

0.6

2T691k2

/ ............

J

/

Kw/Kw 7rrц

2T691k2

0.9

0,8

о 20 40 60 80 100

lэ,мА

Зависимость rранич 
ной частоты от тока

эмиттера

0,7

0,6

0,2 О,Ч 0.6 0.8 1.0

f. rrU,

Зависимость коэффи 
циента шума от часто 

ты

Раздел пятый

Транзисторы мощные низкочастотные

Транзисторы n p n

1Т716.\, 1Т716&, 1Т7168
Транзисторы кремниевые меза планарныеструктуры п p пCOCTaB 

ные универсальные. Предназначены для применения в усилителях
и переключающих устройствах. Выпускаются в металлическом кор.
пусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами. Тип прибо 
ра указывается на корпусе. Масса транзистора не более 20 r.

10,5 9,6

J.З

.....

'"

27716 (A B)

Я9,ц.

"

"'-

к

2отО. (lJ 4,2

..:t

.....
t-)

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при UкБ ===5 В, lэ===5 А, не менее. 750

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при U
кэ ===5 В, Iк ===0,5 А, f===3 мrц, не менее 2
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rраничное напряжение при lэ== 1 00 мА, не менее:

2Т716А ..,
.

2Т716Б .

2Т716В

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

Iк ===5 А, IБ ==0,02 А, не более.

Напряжение насыщения база  .эмиттер при I
к
==5 А,

lь===0,02 А, не более.

Пробивное напряжение коллектор база при Iк
==

=== 1 мА, не менее:

2Т716А

2Т716Б

2Т716В

Пробивное напряжение база эмиттер при lэ==
===5 мА, не менее . .

Время включения при Икэ ==20 В, Iк ==5 А, lБ ==0,02 А,

не более. . .
.

Время выключения при Икэ ==20 В, lк==5 А, IБ ==

===0,02 А. не более.

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ ==5 В, не

более .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==0,5 В, не

более .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение КО,1Лсктор база:

2T716A .

2Т716Б .

2Т716В ............

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

при Rбэ == 1 кОм:

2Т716А

2Т716Б

2Т716В

при Rбэ==оо:
2Т716А

2Т716Б

2Т716В . . . . . . . . .

Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора. . . . .

Импульсный ток коллектора при tи ==2 мс .

Постоянный ток базы. . . . . . . . . . .

Импульсный ток базы при tи ==2 мс. . . . . . .

Постоянная рассеиваемая м.ощность коллектора] при

TK== 60...+25ос:

с теплоотводом
без теплоотвода . .

Температура p пперехода . .

Температура окружающей среды

80 В

60 В

40 В

2 В

3 В

100 В

80 В

60 В

5 В

2 мкс

7 мкс

150 пФ

350 пФ

100 В

80 В

60 В

100 В

80 В

60 В

80 В

60 В

40 В

5 В

10 А

20 А

0,2 А

0,3 А

30 Вт

2 Вт

+ 150 ос

 60ос... Тк==
== 1 25

о С

]

При Т
к>+25 ос Рк ,

макс

снижается линейно на 0,24 Вт/ос с тепло 

отводом и на 16 м ВТ /0 с без теплоотвода.
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2T716(A B) К

Б

.э

Принципиальная схема TpaH 

зистора

Зависимости времени включе 

ния, выключения и спада от

тока коллектора

А

20

10

Статическии 2T7!6(A "\.реж.'1И

"-

тк .. +25
0

с '"
1'..

2Т7168  :!!
2ПТББ

2Т71БА . 
I0.'

1 10 Uкэ,8

Области безопасной работы
транзисторов

h21З

ЮZ

2Т7'6(A 8) /' ....

.J

1

I UКБ-58

Тк=+2s
0

с

1

103

0,' Iэ. А

Зависимость статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

эМиттера

54

t, мкс

8
2T7!6(A 8! J Uкэ =208

Т= + 25ос I
Iк /IБ = 250

tвыкл

1"""'r----",
I 1"

tcn
"'

r\I f""""oo

I
.....

1\
I

fвкл

I I

б

ц.

2

2 J 4 5 б [к,А

К=?К 11P r./Рк,и,Н(JКС
1

Q,1

q 2 а=з'
....

а=5
io-"" /42Т7Тб(А 8)

9 ..... Тк=+25
0

с
a-lOO

0.01
lO z ю..., ю

D
то ' tи ,не

Зависимости коэффициента К от

длительности импульса

{Jкэ, "ас, (JБЭ, "ас .1J
2,5

2,0

2T7T6(A 8)
Тк=+2б

0

с
l.

,1'

UБЭ,нас "..... J
.....

......-
/ 

Uкэ. нас ./

1"-1-

1,5

f,O

0.5
[к, А

Зависимости напряжений Hacы 

щения коллектор эмиттер и

база эмиттер от тока коллек-

тора



1Т716А 1, 1Т716&1, 1Т71681

Транзисторы кремниевые меза планарныеструктуры п p-псоставные

универсальные. Предназначены для применения в усилителях и I1сре 

КJ\ючающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жест 

кими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса

транзистора не более 2,5 r.

2T7Т6(AT BT)
10.65

со

с(:)

fJJ,5

V:I

-.;;:

C'\I 
..:t-

. с(:)
.....

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в cxeMt' ОЭ

при Ию;==5 В, lэ==5 А:

2T716A1 . . . .

2Т716Б1, 2Т716В1 .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при Икэ
==5 В, I к ==0,5. А, f== 1 Mrll, не мен('с

rраничное напряжение при lэ==О, 1 Л, не мснес:

2Т716А1

2Т716Б1

2Т716В1

Напряжение насыщения КШIJl('КТОР ':lмиттер IIрИ

Iк ==5 А, 11)==0,02 А, не более.

Напряжение насыщения база эмиттер при Iк ==

==5 А, IБ ==0,02 А, 11(' более.

,Пробивное напряжение коллектор база IIрИ I к ==

== 1 мА, не менее:

2Т716А1

2Т716Б1

2Т716В1 . . . .. .... ..,

Пробивное напряжение база эмиттер при lэ==5 мА,
не менее

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ ==5 В,
не более

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==0,5 В,
не более

11;8

1.37

..::t-

О,!

28 l,!

500
750

80 В
60 В
40 В

2 В

ЗН

100 В
80 В
60 В

5 В

150 пФ

350 пФ
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Предельные эксплуатационные данные

[10СТОЯНIIОl' HLJIIP5l/IH'jHH' I\O,1,ll'KIOP ();! \а:

2'1'71 ():\ 1

2Т71liБ1

2n1LiBl

Постоянное наПРЯЖСНlIl' I\О:[Лl'I\ТОР ":JMIHT!:'p:

[IPIl R(H 0== I "Ом:

2Т716А 1

2Т716БI

 Т71БВ1

Ilpll R(,,,==CXJ:
2T7lbA1
2Т716Б1
2T71(jB!

[]остояннuе наflрЯЖl'НИl' база ::1МИПl'р.
Постоян[lЫЙ ТОК KO,'1.1E'KHJpCl
ИМIIУЛL,СНЫИ ток KO.'I,H'KTOP;1 ври '\10==:) \1С
Постоянный TOI\ ба',I,1

И\lII:-:II,СНЫ(1 ]ОК ua \Ы IlрИ 1,,==-=5 VJl'

[Iостоянна51 раСl'l'11Н;Il'мая \ЮIll[IOС[ 1, f\():I,lcKlopa
l

Ilp 1 ТI,о== БО .+25' с:
с П'IIJ100ТВОДОМ
(il'З Тl'[I.'IОО'1130Д,] .

ТСМ[lср;нура p 1IIIl'PCXO,j;1
ТС'I\IIlЕ'раТура окружаЮllll'И СрС',1,Ы

'(J() В
i)U В
6ОВ

1 ()() в
i)() в
Ы) В

80 В
60 В
4() В
5 В
1 О А
 ()Л.
(),2 А
0,4 :\

:)() ВТ
1 Br
-+ 1 S() С

ЫJ "С.
0== + 1 ()(;

I

[lpp 1',,>+2.')  C1\:" \I.1kl
СНIlЖаС"J':5i ,IfIIH'1111() ни (),24 В/'" С с Il'II:[(),

ОТВО 10\1 i' 11;1 S \1 [3'1
,. (' nl" r ("11 ()( 'ТВО 1;'

,О{):lиПI: nСJОIТ<Jl'IIОI;

i р cl Н \llСТОР,1

р (1 t)(} ; !)!

ТК ,А
20

10

h2! :;>
L! --; ..',ii'"

70 4- IrK = т 25 о:;
-:::.? Т71б(j'

rjli
J

1, r lili l :

то

.:::1:i
+

.!

Ту, = + 25

Q = !ОО

Е
. ::':::::::r: ,'  '1

 ":: ::+ '+ "itч' .\."t
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при И
кБ

==5 В, lэ==50 мА для КТ817Б2, lэ== 15 мА
для KT817r2, не менее.

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при U
КБ

== 1 О В, lэ==250 мА, не менее.

rраничное напряжение при lэ==О,1 А, не менее:

КТ817Б2
KT817r2

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

Iк ==1,5 А, IБ ==0,15 А, не более.

Напряжение насыщения база' эмиттер при I к
==

==1,5 А, IБ ==0,15 А, не более.

Пробивное напряжение база эмиттер при lэ== 1 мА,
не менее .

Емкость коллеКТорноrо перехода при ИКБ
== 1 О В,

типовое значение

Емкость эмиттерноrо персхода при ИзБ ==0,5 В, типо 

вое значение

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база:

КТ817Б2

KT817r2
Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

при Rбэ == 1 кОм:

КТ817Б2

КТ8171 :2

при Rбэ==оо:
КТ817Б2
KT817r2

Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи
== 10 МС .

Постоянный ток базы. . . . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора' при

TK== 40...+25ос:

с теплоотводом .

без теплоотвода .

Температура p пперехода
Температура окружающей среды

100

3 мrц

45 В
90 В

0,12 В

1,5 В

5 В

60* пФ

115* пФ

45 В
100 В

45 В
I()О В

45 В
90 В
5 В
3А
6А
1А

25 Вт
1 Вт
+ 150 ос
 40ос... Т

к
==

== + 1 00 о

С

1

При Т
к +25 ос PI\, макс уменьшается линейно на 0,2 Вт/ОС с тепло 

отводом и на 0,1 BT/oL без теплоотвода.

КТ841А, КТ841Б, КТ841В
Транзисторы кремниевые планарные структуры п p ппереключатель,

ные. Предназначены для применения в переключающих устройствах,
импульсных модуляторах, мощных преобразователях, линейных стабили 
заторах напряжения. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими
выводами и стеклянными изоляторами. Тип прибора указывается на

корпусе. Масса транзистора не более 20 r.
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Электрические параметры
.

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при ИкБ
===5 В, lэ ===5 А, не менее.

типовое значение .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при ИКБ
=== 10 В, lэ ===0,2 А, не менее.

rраничное напряжение при Iк ===О,1 А, не менее:

КТ841А, КТ841В .

КТ841 Б

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при
Iк===5 А, IБ === 1 А, не более.

типовое значение . . . .

Время включения при Икэ ===200 В, Iк ===5 А, IБ === 1 А

дЛЯ КТ841А, КТ841 Б, типовое значение. . . . .

Время спада при Икэ ===200 В, Iк ===5 А, IБ === 1 А

дЛЯ КТ841А, КТ841 Б, не более. . ., ...

Время рассасывания при Икэ ===200 В, Iк ===5 А,
IБ ===1 А дЛЯ КТ841 А, КТ841 Б, не более. . . . .

типовое значение .

Емкость коллекторноrо перехода при ИКБ
=== 10 В,

не более .

типовое значение .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИЭБ === 1 В, не

более .

типовое значение .

Обратный ток коллектора при И
КБ

=== ИкБ, макс,

he более .
. .

Обратный ток эмиттера при ИэБ===5 В, не более.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база:

КТ841А, КТ841В .

КТ841 Б

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:
при ИЭБ I,5В:

КТ841А, КТ841В .

КТ841Б .

при Rбэ==оо:
КТ841А, КТ841В .

КТ841Б .

J

C'OO.I

2 от6. Rfч)

12
20*

10 мrц

350 В

250 В

1,5 В

0,6* В

0,08* мкс

0,5 м кс

1 мкс

0,8* мкс

300 пФ

220* пФ

5000 пФ

3800* пФ

3 мА

10 мА

600 В

400 В

600 В
400 В

350 В

250 В
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Импульсное напряжение коллектор эмиттер nplI
Rбз <;, 100 ом:

KT841A, КТ841 В .

КТ841Б
Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи
== 10 мс .

Постоянный ток базы .

Импульсный ток баЗbI при t
и
== 10 мс .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
TK +25ос:

с теплоотводом 1. .

без тrплоотвода
2

.

Температура p пперехода .

Температура окружающеЙ среды

500 В
350 В
5 В
10 А
15 А
2 А

4 А

50 Вт

3 Вт

+ 150 ос

 45ОС...Т
К
==

== + 100 о

С

1

При Т
к>+25 ос РК .

макс
снижается линейно до 20 Вт при

тк
== + 100 о

С.
2

При Т>+25 ос Рк , макс

снижается линейно до 1,2 Вт при
Т==+ 100 Ос.

Iк,А

!О'

а > 100

ТОО

тo ,

1O 2
КТ8ч1А
I<T8lfTb

10 ТОО Uкэ, В

Области безопасной работы

транзисторов

Uкз, нас ИБЭ, НС1с , В

7

Iк/IБ =s
Тк =+25

0

сI{T8'+{(A B)

0,1

0.1 Iк. А

60

nZ7Э
ц.о

30

'11 "

и1<6=58I<Т84Т(A B)
...... Тк=+25

0
с

\

1/

11 1'1

1/

20

то

О
о,о{ at Iэ,А

Зависимость статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

эмиттера

Зависимости напряжений Hacы 

щения коллектор эмиттер и

база эмиттер от тока коллек 

тора



t,MKC
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1

......... (""о.
КТ841 (А в)

......." 111

(ВЫКJI

"-
r---..

"-

[)о...

tc 

0.1

0,1 Iк .А

Зависимости времени включе 

ния, выключения и спада от

тока коллектора

0,1

0.01
0.01 о.т 10 (н . МС

Зависимости коэффициента К
от длительности импульса

1Т874А, 1Т8746

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры n p п
пер ключательные.Предназначены для применения в источниках вторич 

Horo электропитания. Выпускаются в металлокерамическом корпусе
С полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 7 f.
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 150 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

UЭБ== 1,5В или RБэ ==10 Ом:

2Т874А

2Т874 Б

Импульсное напряжение коллектор эмиттер при

UЭБ== 1,5В или RБэ == 10 Ом, lи==20 мкс, Q== 10,

 :=   H    ап'ря е ие'ба'за :.....  M TT P:
Импульсное напряжение база эмиттер при lи==
==20 мкс, Q== 10 .

7 В

Постоянный ток КО.[lлектора . 30 А

Импульсный ток коллектора при lи==20 мкс, Q== 10 50 А

Постоянный ток базы ., 8 А

Импульсный ток базы при lи==20 мкс, Q== 10. . . 15 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора' при

TK==  60...+25ос

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус.

Температура окружающей среды .

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЗ

при Uкэ ==5 В, lи== 100 мкс, Q==20п, не менее:

при Тк==+25 ОС, Iк ==30 А:

2Т874А . . . . .

2Т874Б .

при Тк
== + 125 и  60ос. 'к==20 А:

2Т874А
2Т874Б

rраничное напряжение при Iк==О,1 А, L==25 MrH:
2Т874А
2Т874Б .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к==30 А, IБ==5 А, t
и ==100 мкс, Q==200. не более.

типовое значение . .

Напряжение насыщения база эмиттер при Iк
==

==30 А, lБ ==5 А, lи== 100 мкс, Q==200. . . .

Время спада при Uкэ==30 B./K==30 А, IБ ==5 А .

Время рассасывания при Uкэ==30 В, Iк==30 А,
JБ ==5 А, не более. . . : . . . . . . . .. .

Обратный ток коллектора при UкБ == 150 В, не более:
Т
к==+25 ос .

Т
к==+125 и  60ос . .

Обратный ток эмиттера при UкБ ==5 В, не более.

15
10

8
5

100...110*...115* В
120...130*...140* В

1 В

0,7* В

1,2* ...1,3* ...1,5* В

0,05*...0,15*...
0,2 мкс

0,5 м кс

3 мА
5 мА
10 мА

100 В
120 В

150 В
5 В

75 Вт

+ 175 ос
2 ОС/Вт
 60ос... Тк ==
== + 125 ос

175 TKРк . макс'
Вт==

2

1
При Т

к>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения
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lIКЭ . В

Область безопасной рабо 
ты транзисторов

Зависимость времени Вl\лючения

от тока коллектора

R т."(п- ). ОС/Вт
2

1

0.1

2Т874(А. Б)
....... 

111......

./
/'

() = 100
"..

TI("'+25't'

0.01
5

!O !O '*' ТO J !O 2 tи . с

Зависимость импульсноrо тепловоrо co 

противления переход корпус от дли 
тельности импульса

R r, и(п к)(Q) == (2 RT,и(п к)(100)) /Q+
+Rr, и(п к)(100)

tBKII , МКС

2Т87ц.(А,Б)

0.8

0.6

0.4

0.2

о то 20 JO 40 50 [к.А

1Т875А, 1Т8756, 1Т8758, 1T875r

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры п p п
переключательные. Предназначены для применения в усилителях и пере 

КЛючающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе с жест 

кими выводами и стеклянными изоляторами. Тип прибора указывает 
ся на корпусе. Масса транзистора не более 20 r.
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

при ИкБ ==5 В, 'э==5 А:
2Т875А, 2Т875Б, 2Т87БВ .

2T87Sr .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при Икэ
== 10 В, 'к==0,5 А .

rраничное напряжение при /к==30 мА, не менее:

2Т875А, 2Т875Б .

2Т875В
2T875r .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

'к ==5 А, 'Б== 1 А, не более .

Напряжение насыщения база эмиттер при 'к ==
==5 А, 'Б== 1 А, не более.

Время включения при Икэ ==30 В, 'к==5 А, 'Б==0,5 А,
типовое значение .

Время выключения при Икэ ==ЗО В, 'к==5 А, 'Б==
==0,5 А, типовое значение.

Время спада при ИКЭ ==ЗО В, 'к==5 А. 'Б==0,5 А,
типовое значение .

Емкость коллекторноrо перехода Прll ИКБ == 10 В,
типовое значение .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИБэ ==0,5 В, ти 
повое значение.

Обратный ток коллектора при ИКБ== И КБ, макс'

не более .

Обратный ток эмиттера при ИБэ==5 В. не более.

Предельные эксплуатационные даиные

Постоянное напряжение коллектор база:

2Т875А, 2T875r . 90 В
2Т875Б . 70 В
2Т875В 50 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:
при Rбэ== 100 Ом:

2Т875А, 2T875r 90 в
2Т875Б 70 В
2Т875В . 50 В

64

80.. .250
40...160

20...120 мrц

60 в

40 В

80 В

0,5 В

1,5 В

0,12* мкс

0,4* мкс

0,05* мкс

910* пФ

5500* пФ

3 мА

10 мА



при Rбэ===оо:
2Т875А, 2Т875Б

2Т875В .

2T875r

'Постоянное напряжение база   .эмиттер.
Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи
=== 10 мс .

Постоянный ток базы .

Импульсный ток базы при tи
=== 10 мс. . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
1

при TK=== 60...+25ос:
с теплоотводом .

без теплоотвода

Температура p пlIерехода .

Температура окружающей среды

60 В
40 В
80 В
5 В
10 А
15 А
ЗА
5 А

50 Вт
З Вт
+ 150 ос
. .60"'с... тк ===

=== + 125 ос

I

При Т
к>+25 ос Рк,

M<lKC уменьшается линейно на 0,4 Вт/ОС с теп 

лоотводом и на 20 мВт/ОС без теплоотвода.

It<,A
'D

 .

а>IРО I

 IJCтllти"ecкu.Й
реЖIJМ '

 ,
'"

I \. " "

I I I \' ,

7;.....+25
0

с \ \ 1\

lT8758

2Т875(А.Б) :
2Т875Т/lf

1 70 Uкэ.В

Области безопасной работы
транзисторов

Зависимости коэффициента К
от длительности импульса

3 В. М. Петухов

Л2ТЗ
200

!50

!ОО

50

О
О,О! -О,! ! Iэ. А

Зависимости статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

эмиттера

f( 2T875(A r),2T875(A r)
1

o,l

I rzv,

...  /

I i.-'"
....."'" 1/ 1/

/ ,J

U=J 1--'"
j IJ

Wool 1/
v i/

v
v J

rr / TI<=+25°C
V

и-/Оо "11 I "
.....r- I 111 I 11

I 1

!о !02 !oJ !04 fM,MКC

 , 65



Uкэ, нас , 8
аз

0,1

Iк/IБ "5 2T875(A rv
t------- j-.....- ,.........

TK =+2SoC

t------- t=t-------
t-------

,......I,Zt------- j.........

t7 ..........

..........

---""
 ....

......аОl
0,0' 0,' то Iк,А

Зависимость напряжения Hacы 

щения коллектор эмиттер от

тока коллектора

UБЭ, на.с , В

1,4

1,3

2T875(A п
Iк/IБ-S
TK -+Z5°C j

1/
j.........

j.........

 I-" I
L.c:t:: L.......

1,2

',1

,,О
0,01 0,1 f Iк,А

Зависимость напряжения HacЫ 

щения база эмиттер от тока

коллектора

1Т878А, 1Т8786

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планариые,структуры п p п

переключательные. Предназначены для применения в переключающих

устройствах, импульсных модуляторах, в источниках вторичноrо элект 

ропитания. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими BЫBO 

дами и стеклянными изоляторами. Тип прибора указывается на KOp 

пусе. Масса транзистора не более 17 r.
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме оэ

при
И
кэ

==5 В, Iк == 10 А:

1 Т
к ==+25 ос . . .

т
к
== + 125 и  60ос

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме оэ при Икэ == 10 В, Iк
== 1 А. . . .

rраничное напряжение при Iк ==О,1 А, L==40 MrH:
2Т878А .

2Т878Б, не менее .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

Iк
== 15 А, IБ ==3 А..

12...15*...50
5.. .50

10...22*...33* MrIt

400...460*...570* В

300 В

0,35*. ..0,42*...

1,5 В

Мапряжение насыщения база эмиттер при Iк
==

==15А,/Б ==3А. I,ОЫ...1,15*...2 В

Остаточное напряжение коллектор эмиттер при

Iк== 15 А, 'Б==3 А, не более. .' . . 30 В

'Бремя включения при Икэ==300 В, Iк ==10 А,
lБ ==2 А . 0,17*...0,23*...

0,4 мкс

Время рассасывания при икэ ==зоо В, Iк == 10 А,

lБ===2 А . . .

Время спада при Икэ ==300 В, Iк
== 1 О А, 'Б==2 А .

Емкость коллекторноrо перехода при ИКБ
== 10 В .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==2 В .

Обратный ток коллектора,  e.более:

при Т
к ==+25

0

С;
2Т878А при ИкБ ==800 В
2Т87S:Б при UкБ ==600. В

при Т
к ==+125 ОС;

2Т878А при ИкБ ==700 В
2Т878Б при ИКБ == 500 В

при T== 60ос

2Т878А при ИкБ==700 В

2Т878Б при ИкБ ==500 В. ., .

Обратный ток эмиттера при ИэБ ==6 В, не БО,lL'е .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор эмиттерl при
Rбэ==10 ом:

2Т878А
2Т878Б. . . . .

Импульсное напряжение коллектор эмиттер
Rбэ==10 Ом, tф I,5мкс:

2Т878А ....

2Т878Б.. .......

Постоянное напряжение эмиттер база.
Постоянный ток коллектора.. ..

Импульсный ток коллектора .

Постоянный ток базы

Импульсный ток базы

3*

0,8*...1,2*...2,5 мкс

0,15*...0,2*...
0,5 мкс

215* ...300* ...

500 пФ

5000* ...6200*...
10000 пФ

:3 мА

3 мА

10 мА
10 мА

3 мА

3 мА

40 мА

800 В

600 В

при

600 В
500 В

..

f

6 В
25 А

30 А

6.А
7А
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

с теплоотводом
2
при Тк ::;;;;:+25 ОС, Uкэ ==20 В .

без теплоотвода
3
при Т::;;;;: +85 ОС .

Температура p пперехода .

Температура окружающей среды .

100 Вт
2 Вт

+ 150 ос

 60ос... T ==
== +125 °L

1

При изменении ТК от +75 до + 125 ос и от  20до  60ос

UКЭ R, макс снижается до 700 В дЛЯ 2Т878А дО 500 В дЛЯ 2Т878Б.

2
flри Т

к>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

150 TKРк.
макс'

ВТ==
1,25

3

При изменении Т от +85 до + 125 ос Рк , макс
СННЖ:lL'ТСЯ ли 

нейно до 0,8 Вт.

1&.А

5

4

J

2

о 0.5 1 1,5 UЭ6 .В

Зависимость тока

базы от напряже 

ния база эмиттер

Rт,м(п-rc) , ОС/Вт

h21Э

20 50

16 40

12 ЗО

д 20

4 10

О 2 UЭ6,В D,l

Зависимость тока

эмитi'eр от налрЯ -
жения база эмит 

тер

2Т878(А.Б)

10 Iк,А

Зависимость статическо 

ro коэффициента переда-
чи тока от тока коллек 

тора

0.1

10-;5 то--'#- ,o 3 1O 2 !O l tv. , с

Зависимости импульсноrо тепловоrо сопротивления переход корпус

от длительности импульса
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Iк,А

7;..= +25 ос

7'n=+Т50
0

С

(} 10030
25

10

о.т
8
6

4

2

0.01
1 2 4

2Т878А

2Т878Б

ТО 20 40 ТОО 200 400

Uкэ, В

Области безопасной работы траН3ИСТОР08

1Т879А, 1Т8796

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры п p п
переключательные. Предназначены для применения в мощных пере 
ключающих устройствах. Выпускаются в металлокерамическом KOp 
пусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.
Масса транзистора не более 28 r.

2Т879 (А,Б)

22 12,5

э  '2.8

20

IJ,7

!(
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЗ

при И
кэ

==4 В, Iк ==20 А, не менее:

при Тк==+25 ОС:
2Т879А .

2Т879Б

при тк==+ 125 ос

при T== 60ОС:
2Т879А .

2Т879Б

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме оз при Uкэ
== 10 В, Iк

== 1 А, не менее.

rраничное напряжение при Iк==0,2 А, L==25 MrH,

не менее .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

Iк===20 А, IБ===2 А, не более:

2Т879А . . . .

2Т879Б .

Напряжение насыщения база эмиттер при Iк
===

===20 А, IБ ===2 А, не более.

Знерrия вторичноrо пробоя при ИЭБ=== 2 В,.
R6э ===50 Ом, L=== 10 MrH, не менее.

Время включения при Uкэ===100 В, Iк ===20 А,
IБ ==2 А, не более.

Время рассасывания при UКЭ=== 100 В, IK===20 А,

IБ ===2 А, не более .

Время спада при Икэ===100 В, I
к===20 А, IБ===2 А, не

более . . . . . . . . . . . . . . . .' .

Емкость коллекторноrо п рехода при ИКБ== 10 В,
не более
ЕМКQС;Ъ эмиттерноrо п€р€ д:апри ИэБ ===2 В, не более

Обратный ток коллектора'при' ИкБ ===200 В, не более:

Т
к ===+25 ос .

Т
к ===+125 и  600C

Обратный ток эмиттера при ИэБ===6 В, не более.

R
т.и(п к),ОС/Вт

1

0,1

2

0,01

To 5 IO J ю 2

20
15
10

10
7

10 мrц

200 В

1,2 В

2 В

1,8 В

100 мДж

0,35 мкс

1,2 мкс

0,25 мкс

800 пФ

10 000 пФ

з мА

10 мА

10 мА

2Т87S(А,Б)

1O 1 fи,с
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 редельныеэксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база . 200 В
Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
Rбэ == 1 О Ом. . . . . . . . . . . . . . . 200 В
Импульсное напряжение коллектор эмиттерl' при
Rбэ==100м,tф==1 мкс. . . '. . . .

Постоянное напряжение эмиттер база.
Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора
Постоянный ток базы .

Импульсный ток базы. .
. . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
2

при Uкэ ==20 В, Т
к ==+25 ос .

Температура p пперехода . .

Температура окружающей среды

Iк,А

75

SO

Области безопасной

работы транзисторов

10

0,0'
1

о,!

ТК -+25
0

с

Тп=,+200?;

2 ч 6 10 15 20 JO 50 80100 150 200
Uкэ,В

200 В
6 В
50 А
75 А
20 А
30 А

250 Вт
+200 о

С
 60ос... Т

к
==

==+ 125 ос

снижается линейно до 150 В при
I
При t

ф
<1 мкс uКЭ R, и, макс

t
ф ==0,5 мкс.

2

При Т
к>+25 ос постоянная рассеив(}('мая мощность коллектора

определяется из выражения

2OO TKРк. макс'
Вт==

0,7
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1Т881А, 1Т8816, 1Т8818, 1T881r

Транзисторы кремниевые
эпитаксиально планарныеCTPYK 
туры п p пуниверсальные. Преk
назначены для применения в уси 

лителях и переключающих YCT 

ройствах. Выпускаются в метал 

лическом корпусе с rибкими BЫ 

водами и стеклянными изолято 

рами. Тип прибора указывается
на корпусе. Масса транзистора
не более 2 r.

2Т88Т (А  r)
Б

/(

fg0,5J

Электрические параметры

СтаПlческий коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при ИКБ
== 1 В, /э== 1 А:

2Т881А, 2Т881 Б, 2Т881 В .

2Т881 r .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при ИкБ
==5 В, /э==0,05 А .

rраничное напряжение при /э==0,03 А, не менее:

2Т881А, 2Т881Б .

2Т881В
2Т881 r .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к== 1 А, /Б==0,2 А, не более.

Напряжение насыщения база эмиттер при /к== 1 А,

/Б==0,2 А, не более.

Время включения при Икэ ==20 В, /к== 1 А, /Б==0,2 А,
типовое значение .

Время выключения при Икэ ==20 В, /к== 1 А, /Б==0,2 А,
типовое значение .

Время рассасывания при Икэ==20 В, /к== 1 А,

/Б==0,2 А, типовое значение.

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ==5 В, типо 

вое значение . . .. .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==4 В, типо 

вое значение .
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80...250

40...160

30...300 мrц

60 в

40 В

80 В

0,35 В

1.3 В

0,08* мкс

0,6* мкс

0,5* мкс

200* пФ

900* пФ



Обратный ток коллектора при ИКБ == ИКБ ,
макс'

не более .

Обратный ток коллектор эмиттер при Икэ R==

== Икэ R, макс' Rбэ == 1 кОм, не более. .

Обратный ток эмиттера при ИэБ ==4,5 В, не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база:

2Т881А, 2Т881 r .

2Т881 Б .

2Т881В
Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

при Rбэ == 1 кОм:

2Т881А, 2Т881 r

2Т881Б

2Т881 В .

при Rбэ==оо:
2Т881 А, 2Т881 Б

2Т881 В .

2T881r
Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи
== 1 О мс .

Постоянный ток базы .

Импульсный ток базы при tи
== 10 мс. . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора'
при Тк== БО...+25ос:

с теплоотводом .

без теплоотвода .

Температура p пперехода .

Температура окружающей среды

0,2 мА

0,5 мА
1 мА

100 В
80 В
50 В

100-В
80 В
50 В

БО В
40 В
80 В
4,5 В
2 А
4 А
1А
1,5 А

5 Вт
(),8 Вт
+ 150 ос
 БОос... Тк

==

==+125 ос

I

При изменении Тк от +25 до + 125 ос РК макс
снижается линейно

на 0,04 ВТ/ОС с теплоотводом и на б,4 мВт/ОС без теплоотвода.

/к,А f}cl00
5

2

0.1

{Jкэ ,В

Области безопасной работы
транзисторов

100
80

50

40

100 1000 /э ,нА

Зависимости статическоrо коэф 

фициента передачи тока от тока

эмиттера
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t,MKC

1,8

IK/Is-5 2T88'(A r)

\

,\
l'

 .... )выкп
tpA; rтrtt--= t--.

JBKпl 11111

1,2

0.6

о
10 100 1000 [к,нА

Зависимости времени включения,
выключения и рассасывания от

тока коллектора

Uкэ. "ас ,8

0.5

0,4

. ,

2T88'(A r)

Iк/IБ - 5
тк =+25 ос

 I----
j
V

 I---- lL 
,.....................

i....,.ol,.o
1"--- ...-.

I

........ .....tl ........L....

O,J

0.2

0.1

010 100 1000 Iк. нА

Зависимость напряжения Hacы 

щения коллектор эмиттер от

тока коллектора

к О=1
1

0.1

z
"""т'

......

1---'...... v

I..JL..
1---'....... 2Т881(kr)

тоо

Тк=-+25
0

С

I I11 I
0.0' 0.' 10 tи , НС

Зависимости коэффициента К от

длительности импульса

Ur.э. нос. В

1,J

1,1

.......,..... I I

2Т8ё1(A r)
)IK/ls-5

1-------.......
ТК -+25

0
с

V
)

:;'

 "",,'"

0,9

0,7

0.5
10 fOU IJDO IK, нА

Зависимость напряжения Hacы 

щения база эмиттер от тока

коллектора

1Т885А, 1Т885&

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры п p п

переключательные. Предназначены для применеиия в источниках вто--

ричноrо электропитания. Выпускаются в металлическом корпусе с же 

сткими выводами и стеклянными изоляторами. Тип прибора указы 

вается на корпусе. Масса транзистора не более 20 r.
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2 Т885 (А,Б)
27,2

t::)
'":)

tO..I

""5

"':>

""5
""

,

t-':)

о;::::

t?

10.

8/,I

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при И
кэ

==5 В, /к==20 А, t
и
== 100 мкс, Q==2()o,

не менее:
т
к
== +25  C.

Тк==+J25и 600С..... .1.

rраничная Iчастота к')эффициента передаqи тока в

схеме ОЭ при Икэ ==5 В, /к==0,5 А .

:

rраничное наllряжение при /к==О,1 А, L==29 MrH:
2Т885А ...........

. . .

2Т885Б .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к ==30 А, /Б==6 А, t
и
== 100 мкс, Q==200 .

Напряжение насыщения паза эмиттер при /к==
==30 А, /Б==6 А, t и== 100 мкс, Q==200, не более. . .

Время НI\,!lu'i,'IIИЯ при И
кэ

==200 В, /к==30 А,
/к!JБ ==5. . . '. . . . . . . . . . . . .

Время рассасывания при Икэ==200 В, /к==30 А,
/Б1 ==6 А, /Б2==9 А, не более. . . . . . . . .

Время спада при Икэ ==200 В, /к==ЗО А, /Б1 ==6 А,

/Б2==9 А. . . . . . . . . . . . . . . .

Емкость коллекторноrо'перехода при Икв == 1 00 .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ==5 В .

Обратный ток коллектора при 'UKB =z=5{)O В, Не более:

Тк ==+25 ос . . . . . . . . . . . .

т
к
== + 125 и  60

оС. . . . . . . .

Обратный ток эмиттера при Иэв ==5 В, не более.

12

8

15...20* ...25* мrц

400.. .450* ...500* В
500...550*...600* В

1,2*.. .2*.. .2,5 -В

3,5 В

0,1
* ...0,15* ...

0,5* мкс

2 мкс

0,25* ...0,35*...
0.5 мкс

100*...150*...
200* пФ
3500* ...3800* ...

4500* IIФ

1 мА
2 мА
50 мА

75



Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор база. 800 В
Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
UЭБ== 1,5В или Rбэ ==10 Ом:

2Т885А
2Т885Б .

Импульсное напряжение коллектор эмиттер при
UЭБ ==  1,5В или Rбэ== 10 Ом, {l\==20 мкс, Q==2,

 ;;;::0,5 мкс. . . . . . .

llостоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи ==20 мкс, Q== 10
Постоянный ток базы .

Импульсный ток базы при tи ==20 мкс, Q== 1 О. . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
I

при TK== 60...+25ос .

Температура p пперехода .

Тепловое сопротивлеIlllе переход корпус

Температура окружаl(Jщей среды .

400 В

500 В

800 В

5 В

40 А

60 А

10 А

20 А

150 Вт

+ 150 ос

0,84 ОС/Вт
 60

о

с... тк
==

==+125
0

С

I

При Т
к>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора,

определяется из выражения

В
150 TK

РК,макс, T  .

1Т891А

Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры п p п
переключательный. ПреДн.а3и .чеli,для применения в ие:точниках вторич 
Horo электропитания. Выпускается в металлокерамическом корпусе
с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.
Масса транзистора не более 12 r.

2 Т89 lА

  T:. 
ЙJ,7

J.5

'<')

s:!
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Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме оэ

при Икэ ==4 В, lк ==5 А, t
и
== 100 мкс, Q==200:

Т
к
== +25 ос .

Тк
== + 125 ОС, не менее .

T== 60ОС, не менее.

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме оэ при Икэ ==5 В, IK ==0,5 А .

rраничное напряжение при IK ==O,1 А, L==29 MrH .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

IK ==40 А, IБ ==8 А, t
и
== 100 мкс, Q==200 .

Напряжение насыщения база эмиттер при IK
==

==40 А, IБ==8 А, t
и
== 100 мкс, Q==200 .

Время включения при Икэ
== 100 В, !к==40 А,

Iк /IБ ==5 .

Время рассасывания при Икэ == 100 В, IK==40 А,

IБ1 ==4 А, IБ2==8 А . . .

Время спада при Икэ
== 100 В, IK ==40 А, IБI ==4 А,

152==8 А .

Обратный ток коллектора при ИкБ
==250 В, не более:

Т
к
== +25 ос

Т
к==+125 и  600C.

Обратный ток эмиттера при ИБэ==7 В, не более.

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ == 100 В

Емкость эмиттерноrо перехода при UБэ ==5 В .

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор база при t
и
==

==20 мкс, Q==2 .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

ИБЭ== 1,5 В или Rбэ == 10 Ом.

Импульсное напряжение коллектор эмиттер при

ИБэ== 1,5 В или Rбэ ==I.0 Ом, tи 20 мкс,

  0,5мкс, Q==2. . . . . . . . .

llостоянное напряжение баз<! эмиттер.
Постоянный ток коллектuра .

Импульсный ток коллектор" "р!! t и ==20 М"С, Q== 10
Постоянный ток базы . ..,

Импульсный ток базы при tи ==20 мкс, Q== 1 О. . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора'
при TK== 60...+25ОС. .

Температура p пперехода . . . . . .

Тепловое сопротивление переход корпус

Температура окружающей среды .

20.. .35*.. .50*
20
8

12* ...17* ...20* мrц
250...280*...310* В

0,45*...0.75*...1,2 В

1,2*...1,5*...2 В

0,05 ...0, 15*...

0,3 мкс

0,4*...0,6*...1 мкс

0,05*...0,12*...
0,2 мкс

2 мА

5 мА

50 мА

300*...350*...
400 пФ

5000*. ..5800*...

6500 пФ

350 В

250 В

350 В
7 В

40 А

60 А

10 А

20 А

150 Вт

+ 150
о С

0,833 ОС/Вт
 60ос... Т

К
==

==+ 125 ос

150 ТК
Рк . макс'

Вт==
0,833

'При Т
к>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения
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Расстояние от корпуса до места лужения и пайки выводов 2 мм,

температура припоя +235 ос, время пайки не более 3 с.

lJкэ, нас, uiэ,нQс , ВhZT31r.,A

UКЭ =-4-В . 2Т89ТА

v--- r--.....

"......
...........

2Т891А
2,5

Iк/IБ =5
2

l,5

1

5

4-

J

2

SO

4.0

30

20

то 0,5

о 0,5 1 1,5 lJБэ .8 О то 20 30 4-0 Iк,А О та 20 ЗО /НJ IK .
А

Зависимости напряжений
насыщения коллектор

эмиттер и база эмиттер

от  OKaколлектора

Зависимость стати 

ческоrо коэффици 
ента передачи тока

от тока коллектора

Зависимости тока

базы от напряже 

ния база эмиттер

Области безопасной работы
транзистораIк,А

2Т8а1А Е =

" )J-: =
, r  <=b

.,. <:'

Cтaти"ec 1\.. "" 
кии режим

1\

ТК -+25
0

с
\
\ 1\

\

1\'
\

2

Зависимости импульсноrо тепловоrо

сопротивления переход корпус от

длительности импульса

10

Rт,М(N),.С/Вт
lT89TA

--

/ 
7

f}=2 ......
....... ?......

r:::t=  o, I

0,8

0,5

0,4-

0,2

1O 

llТ
1 fO 2 tM . С1O s ,O ,o ".102 Uкэ . В!о

Транзисторы p n p

1Т709А1, 1Т709&1, 1Т70981

Транзисторы кремниевые меза плаffарньrеструктуры rт n pсоставные
усилительные. Предназначены для применения в усилителях и пере 

ключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жест 
КИtJи выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса

транзистора не более 2,5 r.
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2Т709 (А2  62)

(4 J.5 1.37

-.;;;

;:f

2.5

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме

03 при ИкБ
==5 В, /э==5 А, не менее:

2Т709А2 .

2Т709Б2, 2Т709В2 .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при Икэ==5 В, lK==0,5 А, '== 1 мrц,

не менее .

rраничное напряжение при lэ== 100 мА, не менее:

2Т709А2
2Т709Б2
2Т709В2

Напряжение насыщения коллектор О/миттср при

/к==5 А, 15 O,02А, не более. .

Напряжение насыщения база эмиттер при /к==5 А,

/Б==0,02 А, не более. . . . . . . . . . . .

Пробивное напряжение коллектор база при /к==
== 1 мА, не менее:

2Т709А2

2Т709Б2

2Т709В2 .

Пробивное напряжение база эмиттер при /э==
==5 мА, не менее.

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ==5 В,

не более

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==0,5 В,

не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение КОJlлектор база:

2Т709А2

2Т709Б2
2Т709В2

Постоянное напряжение кол,дектор эмиттер:

при Rбэ ==1 кОм:

2Т709А2 .

2Т709Б2 .

2Т709В2 .

..8

-:t

500
750

3

80 В
БО В
40 В

2 В

3 В

100 В
80 В
БО В

5 В

250 пФ

1000 пФ

100 В
80 В
БО В

100 В

80 В
60 В
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при Rбэ===оо:
2Т709А2
2Т709Б2
2Т709В2

Постоянное напряжение база эмиттер
Постоянный ток коллектора
Импульсный ток коллектора при t

и
===5 мс .

Постоянный ток базы .

Импульсный ток базы при tи ===5 мс . .....

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
I

при TK=== 60...+25ос:
с теlIЛООТВОДОМ .

без теплоотвода .

Температура p пперехода .

Температура окружающей среды

80 В

60 В

40 В

5 В

10 А

20 А

0,2 А

0,4 А

30 Вт

1 Вт

+ 150 ос

 60ос...т
к
===

=== + 1 00 о

С

1

При изменении Тк от +25 до + 100 ос Рк,
макс

снижается линейно
на 0,24 вт/ос с теплоотводом и на 8 мВт/ОС без теплоотвода.

КТ816А1

Транзистор кремниевый эпитаксиально меза планарныйструктуры
p п pусилительный. ПреднаЗН3'It'fl для применения в усилителях
низкой частоты, операционных и дифференциальных усилнтелях,
преобразователях н импульсных устройствах. Выпускается в пластмас 

совом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на

корпусе. Масса транзистора не более 1 r.

80

1< Т876А 2

7,8 2,8

It:»
'"

0,5

1,2

....

..... 

......

.::t

Б

1(

э

2,3

0,88

2,3



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

при U
кэ

== 1 В, Iк ==0,03 А, не менее .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при ИКБ
== 10 В, lэ==250 мА, не менее.

rраничное напряжение при lэ==О, 1 А, не менее.

Напряженне насыщения коллектор эмиттер при

Iк
== 1 А, IБ ==О,1 А, не более.

типовое значение .

Напряжение насыщения база эмиттер при Iк
==

== 1 А, IБ ==О,1 А, не более.

типовое значение .

ПроБИВIJое напряжение база эмиттер при lэ==
== 1 мА, не менее .

Емкость коллекторноrо перехода при ИКБ
== 10 В,

типовое значение .

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==0,5 В, ти 

повое значение.

Обратный ток коллектора при U
кБ

==25 В, не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 40 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

Rбэ
== 100 Ом

Rбэ==оо
Постоянное напряжение база

Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи
== 10 МС .

Постоянный ток базы .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
I

при Т
к
==  40...+25ос .

Температура p nперехода
Температура окружающей среды

эмиттер

200

3 MrIJ,
25 в

0,6 В
0,33* В

1,5 В
0,92* В

5 В

60* пФ

115* пФ
100 мкА

40 В
25 В
5 В
3 А
6А
lА

25 Вт

+ 150 ос
 40ОС"'Т

к
==

== +100 ос

I
При Т

к>+25 ос Рк,
макс

снижается ЛИf!:ейно до 10 Вт при

Тк==+100 Ос.

1Т815А-5

Транзистор кремниевый меза планаl'RЫЙструктуры p n pсоставной.

Предназначен для, применения в усилитеЛях, и "переключающих YCT 

ройствах. Бескорпусный, на пластине, кри :r;лл неразделенные. Тип

прибора указывается в этикетке. Масса транзистора не более

0,025 r.
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2T825A 5

Б Э /(

5

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме 03
при UКБ== 10 В, /э== 10 А:

Т== +25 ос

Т==+125 ос .

T== 60ос

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при U
кэ==3 В, /к== 10 А, f== 1 мrц, не менее

rраничное напряжение при /э== 100 мА, t
и ==300 мкс,

Q== 100, не менее.

Напряжение насыщении коллектор эмиттер при
/к== 10 А, /Б==0,о4 А, не более.

НаЩ)/j,, ение насыщения база эмиттер при /к==
== [() д, /Б==0,о4 А, не более.

Про(jll!:!ное напряжение коллектор эмиттер, не Me 
нее:

Т==+25 ос при UэБ ==I,5 В, /к==1 мА.

Т==+125 ос при UэБ ==I,5 В, /к==5 мА.

Пробивное напряжение эмиттер база при /э==
==2 мА, не менее.

Время включения при /к== 10 А, /Б==40 мА, не более

Время выключения при /к== 10 А, /Б==40 мА, не более
Емкость коллекторноrо перехода при UКБ== 10 В,
не более .

Емкость эмиттерноrо перехода при UэБ ==3 В, не бо 

лее

0.32

500...18000
400...25000
100...18000

4

80 В

2 В

3 В

100 В
80 В

5 В
1 мкс

4,5 мкс

600 пФ

600 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор эмиттер' при
UэБ==I,5 В, Rбэ ==1 кОм, T== 60...+55ОС.
Постоянное напряжение эмиттер база.
Постоянны й ток коллектора
Импульсный ток коллектора.
Постоянный ток базы .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
при температуре подложки  60...+25ос (с теп-

лоотводом)
2

. . . . . . . . . . . . . 125 Вт

, 82

100 В

5 В
20 А
40 А

0,5 А



при температуре окружающей среды  60...

+25 ос (в условной микросхеме без теплоот.

вода)З .

при температуре окружающей среды  60...

+25 ос (кристалл без теплоотвода)4 .

Температура p ппереходз .

Температура окружающей среды .

3 Вт

40 мВт

+ 175 ос

 60...+125ос

1
При Т>+55 ос Uкэх . макс

снижается линейно до 80 В IIрИ
Т== + 125 ос

2
При Т

к>+25 ос Рк, макс
снижается. На 0,83 Вт/ОС

J

При Т>+25 ос Рк макс снижается' на 0,02 Вт/ОС
4

При Т>+25 ос РК.'макс снижается на 0,26 MBT/ C

1Т836А-5

Транзистор кремниевый планарный структуры p п pпереключатель 
ный. Предназначен для применения в переключающих устройствах,
усилителях мощности, источниках вторичноrо электропитания. Бес 

корпусный, на пластине, кристаллы неразделенные. Тип прибора указы 
ваеtся в этикетке. Масса транзистора не более 0,0058 r.

э

2Т83БА 5

Б к

Q)

c-,j

2,8 0,32

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

при UкБ ==3 В, /э==2 А:
Т==+25 ос ..

Т==+125 ОС, не менее.

T== 60ОС, не менее. .....

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при Uкэ ==5 В, /к==0,05 А. .

rраничное напряжение при /э== 100 мА
Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к==2 А, /Б==0,2 А .

20...50* ...100*

20
10

,1

4*...30*...40* мrц
80...100*...125* в

0,25*...0,45* ...0,6 В
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Напряжение насыщения база эмиттер при [к==2 А,
lБ==0,2 А .

Время вКлючения при Икэ ==85 В, [к==2 А, lБ==80 мА

Время выключения при Икэ ==85 В, [к==2 А, lБ==80 мА

Время рассасывания при Икэ ==85 В, [к==2 А,
lБ==80 мА .

Время спада при Икэ ==85 В, [к==2 А, lБ==80 мА .

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ ==5 В

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==0,5 В .

Обратный ток коллектора при И
кБ ==90 В, не более:

Т==+25 ос
Т==+ 125 ос .

Обратный ток эмиттера при ИэБ ==5 В, не более.

0,95*...1*...1,3 В
0,25* ...0,4 *...
0,6 мкс

0,31*...1*...1,6 мкс

0,2*...0,6*...1 мкс

0,1 * ...0,4*...0,6 мкс
340*...350*...

370* пФ
1500*.. .2200*...
2500* пФ

100 мкА
1000 мкА
1 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база . 90 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при'

Rйэ== 100 Ом . . . . . . . . . . 90 В

Постоянное напряжение эмиттер база. 5 В

Пос 1 оянный ток коллектора . 3 А

Импульсный ток коллектора при t
и
== 10 мс, Q==2 . 4 А

Постоянный ток базы .
1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при температуре подложки  60...+25ос ( с теп 

лоотводом)
1

. . . . . . . . . . . . . 5 Вт

при температуре окружающей среды  60...

+25 ос (в условной микросхеме без теплоот 

вода)2 .,....... '" 0,7 Вт,"

при температуре окружающей среды  60...

+25 ос (кристалла без теплоотвода)
з

.

Температура p nперехода .

Температура окружаЮЩl'11 среды .

I
При Т

к>+25 ос Рк , макс
снижается на 0,04 вт/ос.

2
При Т>+25 ос Рк . макс

снижается на 5,5 мВт/ос.
з
При Т>+25 ос Рк. макс

снижается на 0,2 мвт/ос.

КТ841А, КТ841&

25 мВт

+ 150 ос

 60...+125 ос

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры p n p

переключательные. Предназначены для прнменения в мощных преоб 

разователях, линейных стабилизаторах напряжения. Выпускаются в Me 

таллическом корпусе с жесткимн выводами и стеклянными изолято-

рами. Тип прибора указывается на корпусе, Масса транзистора

не более 20 r.

84



КТ81,.2 (А,'Б)
27,2

......

--.:

Б

К

.....

/3 /0, J

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

при UкБ ==4 В, 'э==5 А, не менее.

типовое значение .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при Uкэ
== 10 В, 'к==0,2 А, не менее.

rраничное напряжение при 'к==50 мА:
КТ842А
КТ842Б

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

Iк==5 А, IБ == 1 А, не более. 'j; iJ [. .

типовое,. uначение. .... ."

Напряжение насыщения база эмиттер при 'к==5 А,
'Б== 1 А, не более.

типовое значение. .. .. .

Время включения при Uкэ==20 В, Iк==2 А, 'Б==0,5 А,
типовое значение . ., .

Время спада при Uкэ==20 В, Iк==2 А, 'Б==0,5 А,
типовое значение .

.

Время рассасывания при Uкэ==20 В, 'к==2 А,

'Б==0,5 А, типовое значение.

Емкость коллекторноrо перехода при UКБ
== 10 В,

типовое значение .

Обратный ток коллектора при UКБ
== UКБ , макс'

не более .

Обратный ток эмиттера при UэБ ==3 В, не более.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное н'апряжение коллектор база:
КТ842А
КТ842Б

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:
при Rбэ

== 10 Ом:

КТ842А
КТ842Б .

э

C-J

15

20

10 мrц

250 в

150 В

1,8 В

0,5* В

1,8 В

1,1* В

0,12* мкс

0,13* мкс

0,8* м кс

250* пФ

1 мА

5 мА

300 В

200 В
п

300 В
200 В
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при Rr,,,==OCJ:
КТ842А

КТ8 12Б

Постояннос lIапряжение база эмиттер.

Постоянный ток коллектора .

ИМПУJIЬСIJ ый ток коллектора при tи
== 10 мс .

ПОСТОЯIlНЫЙ ток базы .

Импульсный ток базы при tи
== 10 мс .

ПОСТОЯl1ная рассеиваемая мощность коллсктора при

Т"== 45...+25 ос:
с теплоотводом 1. .

без теплоотвода
2

.

Темпсратура p.f1 перехода .

Температура окружающей среды

250 В
150 В
5 В
5 А
8 А
1А
2 А

50 Вт
3 Вт
+ 150 V

L

 45ос... Т, ==

== + I О() L

1
При Т

к>+25 ос Рк .
макс уменьшается линейно до 20 Вт при

Т... == + 1 00 о
С.

..

При Т>+25 ос Рк . макс уменьшается линейно до 1,2 Вт при

Т==+100
0

с.

30

25

20
0,1 Iэ,А

Зависимость статическоrо коэф 

фициента передачи тока от тока

эмиттера

[к, А a 100
Ю'

100

10 !

fO Z

100 ик3,8

Области безопасной работы

транзисторов

86

икз, нас lfБЗ, нас , В

2,5

2,0

Iк/IБ  5
..

ТК
= +25 ос

КТ842(А.ь)

:lr
c .........

/иK   I..--'l.;
т 111111

1.5

1,0

0,5

о
0,1 [К,А

Зависимости напряжений Hacы 

щения коллектор эмиттер и

база эмиттер от тока коллек 

тора

f(

1

О,!

0,05
аО! o,t 10 tи,не

Зависимости коэффициента К от

длительности импульса



1Т876А, 1Т8766, 1Т8768, 1T876r

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры p п p

переключательные. Предназначены для применения в усилителях и пере.

ключающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе с 1КeCT 

кими выводами и стеклянными изоляторами. Тип прибора указывается

на корпусе. Масса транзистора не более 20 r.

!] !О,З

Б
.....

-...::

1< t"i
9)
"'5

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при ИкБ ==5 В, lэ==5 А:

2Т876А, 2Т876Б, 2Т876В .

2T876r .

rраничная час.тота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при uкэ
== 10 В, /к==0,5 А. . . .

rраничное напряжение при 'к ==30 мА, не менее:

2Т876А, 2Т876Б .

2Т876В
2T876r .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

Iк==5 А, IБ
== 1 А, не более. . . . . . . . . .

11апряжение насыщения база эмиттер при Iк==5 А,

IБ == 1 А, не более. . . . . . . . . . . . .

Время включения при Икэ ==ЗО В, 'к==5 А, IБ ==0,5 А,

не более .

типовое значение

Время выключения при И кэ==ЗО В, Iк==5 А, IБ==

==0,5 А, не более .

типовое значение .

Время спада при Икэ ==ЗО В, Iк ==5 А, 'Б==0,5 А,
не более .

типовое значение .

Емкость коллекторноrо перехода при UкБ
== 1 О В,

типовое значение. ., ....

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ==0.5 В,

типовое значение.

Обратный ток коллектора при ИкБ== ИкБ.
макс'

не более. . . . . . . . . . . .

Обратный ток эмиттера при ИэБ==5 В, не более.

80...250

40.. . 160

20...120* мrц

60 В

40 В

80 В

0,5 В

1,5 В

0,25 мкс

0,12 мкс

1 мкс

0,4* мкс

0,2 мкс

0,05* мкс

910* пФ

5500* пФ

3 мА
10 мА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор.... база:

2Т876А, 2T876r .

2Т876Б .

2Т876В .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:
при Rбэ == 100 Ом:

2Т876А, 2T876r
2Т876Б
2Т876В

при Rбэ==оо:
2Т876А, 2Т876Б
2Т876В
2T876r

Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи
== 10 мс

Постоянный ток базы

Импульсный ток базы при t
и
== 10 мс. . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора'
при TK== 60...+25ос:

с теплоотводом .

без теплоотвода .

Температура p пперехода .

Температ"ра 01 ружающей среды

90 В
70 В
50 В

90 В
70 В
50 В

60 В
40 В
80 В
5 В
10 А
15 А
3 А
5А

50 Вт
3 Вт
+ 150 ос
 60ос."Т

к
==

==+ 125 ос

I

Пр" Tk>+25 ос Рк, макс

снижается линейно на 0,4 вт/ос с тепло 

отводом ). lIa 24 мВт/ОС без теПJIOотвода.

IК,А
20

то

О> 1Оа

I .I Статическ. "  '\.
режим   C'-О\.

,,-s. "-

,,(',
I \. "

т",=+25
0

С \\

2Т8768
с.....

2Т87б(А.Б)
'l.,Т87б r

0.'
1 10 L/кз. 8

Зависимость статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

эмиттера

88

Области безопасной работы
транзисторов

1z21Э
,50

,20
"'2Т876(А,Б,в

.'

/"'"

Jr876r

Vlo' L/Ks=58

1I Т", =, :, 50c

80

40

о
аor 0.' Iз. А



lIКЭ нас, В

0.2

0.1

Iк/IБ=5 2T875(kr)
Тк =+25

0

С

v

V

0.01 ат 1 Iк,А

Зависимость напряжения Hacы 

щения коллектор эмиттер от

тока коллектора

. lIБЭ, нас, В
1,4

1.2

I 111111I12r87б(А r)
Iк/IБ=5
Тк=+25

0

С i-----

)1

,..,..
.....1-'

1,0

0,8

0,5
0,01 о.т 1 Iк,А

Зависимость напр жения HacЫ 

щения база эмиттер от тока

коллектора

1Т877А, 1Т8776, 1Т8778

ТраНЗI!СТОРЫ кремниевые эпитаксиально планарные структуры

p n pсоставные универсальные. Предназначены для применения
в

усилителях
и переключающих устройствах. Выпускаются в металличе 

ском корпусе с жесткими выводами и стекляннЫми изоляторами. Тип

uрибора указывается на корпусе. Масса транзистора не более 20 r.

.....
>-.:

....

C'I

TJ 10, 3

2Т877 (A B)
27, 2 Э

Б

C'-I
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Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока в схеме 03
при ИКБ == 10 В, /э==10 А:

2Т877А

2Т877Б, 2Т877В .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при Икэ ==5 В, /к==3 А, не менее.

rраничное напряжение при /к==О,1 А, не менее:

2Т877А

2Т877Б .

2Т877В

Напряжение насыщеllИЯ коллектор эмиттер при
/к == 10 А, /Б==0,04 А, не более.

Напряжение насыщения база эмиттер при /к==
== 10 А, /Б==0,04 А, не более.

Время включения при И
кэ==20 В, /к== 10 А, /Б==

==0,04 А, типовое значение .

Время выключения при Икэ ==20 В, /к== 10 А,
/Б==0,04 А, типовое значение.

Время спада при Икэ ==20 В, /к== 10 А, /Б==0,04 А,
типовое значение . "

.

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ ==20 В,
типовое значение .

.

Емкость эмиттерноrо перехода при ИЭБ ==3 В, типо 
вое значение .

Обратный ток коллектор эмиттер пр.» И
КЭ

==

== ИКЭ макс,
ИЭБ == 1,5 В, не более. . . . .

Обратный ТО ,эмиттерапри ИэБ ==5 В, не более.

j ' '

Предельные эксплуатационные данные

r JОПОИllllOt' напряжение коллектор база:
 TK77А

2Т877Б .

2Т877В
.

Постояиное напряжение коллектор эмиттер:
2Т877А
2Т877Б .

2Т877 В
.

Постоянное напряжение эмиттер база.
Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи
== 10 мс .

Постоянный ток базы .
. . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
1

при TK== 60...+25ОС:
с теплоотводом .

без теплоотвода .

Температура p nперехода
Температура окружающей среды

750...1 0000

2500...18000

100 мrц

80 В
60 В
40 В

2 В

3 В

0,22* мкс

0,75* мкс

0,3* МКС

830* пФ

1300* пФ

1 мА
5 мА

80 В

60 В
40 В

80 В
60 В
40 13
5 В
20 А
40 А

1,5 А

50 Вт
3 Вт

+ 175 ос
 60ОС"'Т

к
==

==+125 ос

1

При Т
к>+25 ос РК макс снижается линейно на 0,44 Вт/ОС с теп 

лоотводом и на 20 MBTjot без теПлоотвода.
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Uкэ, нас , В

4-

3

Iк/IБ 250 2T877(A B)

Тк=+25
0

С

/
/

/
1.,.00

2

о
1 2 3456 то IK,A

Зависимость напряжения Hacы 

щения коллектор эмиттер от

тока коллектора

н
f

OJ 10 t",.MC

Зависимости коэффициента К от

длительно тиимпульса

IK ,А
40

ТО

0,1
1 Uкэ. В

Области безопасной работы

транзисторов

U,Э. на.с , В
4

3

Iк/IБ=250 2T877(A B)
Тк =+25

0

С

//
........

...-i.....

 i--i

2

о

о,' ю IK.A

Зависимость напряЖ€ния Hacы 

щения база эмиттер от тока

коллектора

t,MKC
Ц.

1

о,т
1 2 3 Ч. 56 10 20 [к.А

Зависимости времени включения

и выключения от тока коллек 

тора

h213
тоI,.

UK6""'IOB
ТК +2s

0

c
 ,.e.

 !I"

I I

2Т8775 7 ......,

2T87 ;/
,/

2Т877А ==:::
==:::

f

,/ LI
 i------

/
c........-.i------

7

103

/02
0,1 f 10 Iэ.А

Зависимости статическоrо коэф 

фициента передачи тока оТ тока

эмиттера
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1Т880А, 1Т8806,

1Т8808, 1T880r

к

foo)

Транзисторы кремниевые

эпитаксиально планарныеCTPYK 

туры p n pуниверсальные. Пред 
назначены ДЛЯ применения в уси 
лителях и переключающих YCT 

ройствах. Выпускаются в метал 

лическом корпусе с rибкими BЫ 

водами и стеклянными изолято 

рами. Тип прибора указывается
на корпусе. Масса транзистора
не более 2 r.

е8,4

08.5

со
\с)

Ir)

11J00SJ

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи то'ка в схеме ОЭ

при ИКn == 1 В, I:"J== 1 А:

2Т880А, 2Т880Б, 2Т880В .

2T880r. ., .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при Икэ ==5 В, /к==О,05 А .

rраничное напряжение при /к==0,03 А, H€ менее:

2Т880А, 2Т880Б .

2Т880В
2T880r .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к==1 А, /Б==0,2 А, не болес .

Напряжение насыщения база эмиттер при /к== 1 А,

/Б==0,2 А, не более. . . . . . . . . . . .

Время включения при И
кэ

==20 В, /к== 1 А, /Б==0,2 А,
типовое значение.

Время выключения при Икэ==20 В, /к == 1 А, /Б==
==0,2 А, типовое значение.

Время рассасывания при Икэ==20 В, /к== 1 А,

/Б==0,2 А, типовое значение.

Емкость коллекторноrо перехО'да при И
кБ

==5 В,
типовое значение.

Емкость эмиттерноrо перехода при ИБэ ==4 В, типо 

вое значение .

Обратный ток коллектора при И
КБ

== И
КБ , 'JIакс'

не более .

Обратный ток коллектор эмиттер при Икэ
==

==и
кэ макс' Rбэ ==1 кОм, не более.

Обратный ток эмиттера при ИБэ==4,5 В. не более

92

80...250

40...160

3.0...300* мrц

60 в
40 В
80 В

0,35 В

1,3 В

0,.08* мкс

0,6* мкс

0,5* мкс

200* пФ

900* пФ

0,2 мА

0,5 мА
1 мА



ПреJl,ельные эксплуатациоиные Jl,аиные

Постоянное напряжение коллектор база:

2Т880А, 2T880r .

2Т880Б .

2Т880В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

при Rбэ 1 кОм:

2Т880 А, 2Т880r

2Т880Б
2Т880В .

при Rбэ OCJ:
2Т880А, 2Т880Б

2Т880В .

2Т880r

Постоянное напряжение эмиттер база.

Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи 10 мс .

Постоянный ток базы .

Импульсный ток базы при tи 10 мс. . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора'
при TK== 60...+25ос:

с теплоотводом .

без теплоотвода .

Температура р-n перехода .

Температура окружающей среды

100 В
80 В
50 В

100 В
80 В
50 В

60 В
40 В
80 В
4,5 В'
2А
4А
1А
1,5 А

5 Вт
0,8 Вт
+ 150 ос
 60ос."Тк

==

==+ 125 ос

I
При Тк>+25 ос РК. макс

снижается линейно на 0,04 вт/ос с теп-

лоотводом и на 6,4 мВт/ОС без теплоотвода.

.j

Iк,А
6
11

2

1

0,1

Uкэ,В

Зависимости статическоrо коэф-
фициента передачи тока от тока

эмиттера

Области безопасной работы
транзисторов

I'fi

40
0,01 0,1 Iэ,А
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1{
1

0.1

од!
ад1 0,1 10 tи,МС

Зависимости коэффициента К от

длительности импульса

lТкэ, нас . В

0,5

0.1/

11 1 111111 I 1 1111111

2T880(A r) lк/IБ=5
Тк

" +250  )

 i
)

v

:....,.... 1.---'"

0.:1

0,2

0.'

о
10 100 !ооо lК,иА

Зависимость напряжения Hacы 

щения коллектор эмиттер от

тока коллектора

t, мкс

2,4

1,8

lк/IБ  5 12T880(A r}
Тк +250c

\ I
,\ I

tвыкл

"- tpac ........

.....1---

.!...8 Л

1,2

0.6

о
!о 100 1000 lK ,мА

Зависимости времени включе 

ния, выключения, рассасывания

от тока коллектора

[/&3, нас , В

1.3

1,1

r
.'

]['1

lк/IБ>=5 )
2T880(kr)

Тк
=+25 ос L/'

V

v 
....

i-----
....

0,9

0.7

0.5
10 100 loo01K,,.,A

Зависимость напряжения насы

щения база эмиттер от TOI\,

коллектора

Раздел шестой

Транзисторы мощные высокочастотные

Транзисторы п р п

КТ940А-5, КТ940&-5, КТ940В-5

Транзисторы кремниевые планарные структуры n p nусилитель 
ные. Предназначены для применения в усилителях мощности. Бескор 
пусные на общей пластине, неразделенные. Тип прибора указывается
в паспорте. Масса транзистора не более 0,01 r.
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CIO

с::;

0,8

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при U
кэ

== 10 В, I к==30 мА, не менее.

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при U кэ
==10 В, I к==15 мА, не менее.

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

lк==30 мА, I Б==6 мА, не более.

Обратный ток коллектора при UКБ==250 В дЛЯ

KT940A 5,U Б==200В для КТ940Б 5,UКБ== 100 В

для KT940B 5,не более. . . . . . . . .

Обrатный ток эмиттера при UэБ==3 В, не более.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база:

KT940A 5

КТ940Б 5 .

KT940B 5. .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

Rбэ==10 кОм:

KT940A 5
КТ940Б 5 .

KT940B 5, .., . .

Постоянное напряжение эмиттер база.

Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при t
и
==30 мкс, Q== 10

Постоянный ток базы. . . . . . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
l
при

тK== 40...+45ОС, uкэ== 100 В .

Температура 'окружающей среды .

0,1#5

'<;'1

25

90 мrц

1 в

50 нА

50 нА

300 В

250 В
160 В

300В
250 В
160 В

5 В
100 мА

300 мА

50 мА

10 Вт
 45ОС...Тк==
== +85 ос

I

Значени Рк....макс указано для транзистора, помещенноrо в корпус

с Rт(п к)==10 С/Вт.
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КТ969А..5

э

КТ9б9А 5

Б К

r--.

с:::)

0,7 o.J5

Транзистор кремниевый пла 

нарный структуры n p nусили 
тельный. Предназначен для при 

менения в выходных каскадах ви 

деоусилителей телевизионных

приемников. Бескорпусные, на

пластине, неразделенные. Тип

прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более

0,01 [.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ
.

при Uкэ==10 В, /к==15 мА, не менее.

rраничная частота коэффициента передачи тока

в схеме ОЭ при Uкэ
== 10 В, /к== 15 мА, не менее.

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к==15 мА, /Б==3 мА, не более. . . . .

Обратный ток коллектора при UкБ
==200 В, не более

Обратный ток эмиттера при UЭБ==3 В, не более.

50

60 мrц

1 в
50 нА

50 нА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база .
300 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

Rбз==оо . . . . . . . . . . . .

Постоянное напряжение эмиттер база.

Постоянный ток коллектор а. . .

Импульсный ток коллектора при t и
== 100 мкс, Q== 100

Постоянный ток базы .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

тK=== 45...+25ос
Температура p n перехода .

Температура окружающей среды

КТ997А, КТ9976

250 В

5 В

100 мА

200 мА

50 мА

6 Вт

+ 150 ос

 45ос... тк==
== +85 ос

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры n p n
переключательные. Предназначены для применения в устройствах
управления сверхбольшими интеrральными схемами запоминающих

устройств цилиндрических маrнитных доменов. Выпускаются в пла 

стмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается
на корпусе. Масса транзистора не более 3 r.
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КТ997(А,ь)

fIJ 1. 5

11)

"'

N

:i

ЭJluтрические параметрw

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при UJiЭ 1 В, 1K 4А, не менее:

КТ997А приТк +25ос. .

TK +85и  45ос .

КТ997Б при ТK +25 ос .

TK +85н  45ос. .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при UКЭ 
1 О В, 1K 0,5А, f 30мrц,

не Me 

нее. ......
.

rраничное напряжение при IK O,1А, L 25MrH, не

менее .

.'

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

IK 8А, IБ О,4А для КТ997А и IK 8А, IБ 0,8А

для КТ997Б, не более. . . . . . . . . . .

Напряжение насыщения база эмиттер при IK 8А,
1Б 0,8А, не более. . . . . . . . . . . .

Время ВКJlючениЯ при Uкэ 25В, UЭБ  5В,

IK 5А, IБ 0,5А, типовое значение. . . . .

Время рассасывания при Uкэ:::;:::25 В, UЭБ  5В,

IK 5А, IБ 0,5А, типовое значение. . . . . .

Время спада при Uкэ 25В, UЭБ  5В, IK 5А,
1Б 0,5А, типовое значение. . . . . . . . .

Обратный ток коллектора при UКБ 45В, не более:

TK +250C . .

TK +85и  45ОС.
.

Обратный ток эмиттера при UЭБ 5I?, не более .

4,8
1.37

...

-....

lI:t

......
.....

1.-

0.'

2,8  ,

40
20
20
10

1,7

45 В

lВ

1,5 В

300* нс

500* нс

140* нс

10 мкА
20 мкА
100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное и импульсное напряжение коллектор

эмиттер при Rбэ ОО.
..

45 В

Постоянное напряжение база эмиттер. 5 В

ПОСТОЯННЫII ток коллектора
10 А

Импульсный ток коллектора
20 А

Постоянный ток базы
4 А

Импульсный ток базы .

8 А

f В. М. Петухоl3
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора' при
Т
к==+25 ос .

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус
Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

50 Вт

+ 150 ос

2,5 ОС/Вт
75 ОС/Вт
 45ос... Тк==
== +85 ос

,
При Тк>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

р BT
150 Tк

к макс'

Rr

НТ997(А,Б)

20
() '" 100 f =10 НКС

10
50нкс Pт. (п к), .С/ВТ
'ООНКС

10

I
ZООикс

I
Iне

10н'с
I

,o 1
1 10 45 (Jкз.В 0,1

Iк,А

Области безопасной рабо 
ты транзисторов

КТ999А

10.4.

98

1,.,6

НТ997(А,Б)

10 tи . ис

Завис мости импульсноrо тепловоrо

сопротивления перекод корпус от

длительности импульса

КТ999А

0.65

Транзистор кремниевый эпи 

таксиально планарный CTPYKTY 
ры n p nусилительный. Предна 
значен для применения в блоке

цветности цветноrо телевизора.

Выпускается в пластмассовом

корпусе с жесткими выводами.

Тип прибора указывается на

корпусе. Масса транзистора не

более 2 r.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при u
кэ

== 10 В, /к==25 мА, не менее:

Тк
=== +25 ос .

Т
к
== +100 ос

Т===  45ос

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при U
кэ ===10' В, /к===10 мА, не менее

rраничное напряжение при /к=== 1 О мА, не менее

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к== 15 мА, /Б==3 мА, не более:

Тк=== +25 ос .

Т
к
== + 100 и  45ос .

Емкость коллекторноrо перехода при UкБ ===30 В,

не более .

Емкость эмиттерноrо перехода при UэБ==3 В, не

более .

Обратный ток -коллектора при U
кБ

==250 В, не более:

Тк
== +25 и  45ос .

Т
к
== +IОО°С

Обратиый ток эмиттера при UэБ==5 В, не более

50

30

20

60 мrц

250 В

1В

2 В

2 пФ

30 пФ

0,1 мкА

20 мкА

10 мкА

,
:

Предельные эксплуаtационные данные

Постоянное напряжение коллектор база . 250 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

Rбэ== 10 Ом

Постоянное напряжение эмиттер .база

Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора .

Постояниая рассеиваемая мощность коллектора
I

при ТK +25 ОС:

с теплоотводом

без теплоотвода .

Температура p nперехода
Тепловое сопротивление переход
Тепловое сопротивление переход
Температура окружающей среды

корпус

среда

250 В

5 В
50 мА
100 мА

5 ВТ

1,6 Вт

+ 150 ос
25 ОС/Вт
78 ОС/Вт
 45ОС"Т

к
==

== + 100 ос

J
При Тк>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

р BT
150 TK

К. макс'
R т
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I

Ir.,I1A {Jкэ. нас. 8

25

20

/5.

ТО

5

/<Т999А

Iк/IБ-5

0,4 0.6 0,8 , lIЭБ,8 О то 20 JO Iк,иА

Зависимость TO 

ка базы от Ha 

пряжения ба 

за эмиттер

Зависимость напря 

жения насыщения

коллектор эмит 

тер от тока коллек 

тора

10 ' то IK ,мА

Зависимость статическоrо KO 

эффициента передачи тока от

тока коллектора

КТ9116А, КТ91166

КТ8116 (А,Б)
",4

1,.5° Б Э

.... .....

 I:'OI

к

1.8

Транзисторы кремниевые

эпитаксиально планарныеCTPYK 

туры n p nreHepaTopHble. Пред 
назначены для примеJfения в ли-

нейных усилителях мощности в

схеме ОЭ в диапазоне частот

170...230 мrц при напряжении
питания 28 В. Выпускаются в ме-

таллокерамическом корпусе с по 

лосковыми выводами. Тип прибо 

ра указывается на корпусе. Mac 

са транзистора не более 9 r.

Электрические параметры

Выходная мощность в пике оrибающей на частоте

f==225 мrц при ип==28 В, ТK +40ос, не менее:

КТ911БА при Рвх==0,2 Вт, /к== 1,2 А .

КТ911ББ при Рих==I,5 Вт, lк==2,б А.

100

5 Вт
15 Вт



Предельные зксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания .

28 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

Rбэ== 10 ОМ
55 В

ПОСТОЯlшое напряжение эмиттер база. 4 В

Постоянный ток коллектора:

КТ9116А .

КТ9116Б . . . . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
\
при

ТK +40ос:
КТ9116А .

КТ9116Б . . . . .

Температура p nперехода .
.,

Тепловое сопротивление переход корпус:

КТ9116А

КТ9116Б . .
. . . .

Температура окружающей средЬ! .

Коэффициент усиления по мощности на. частоте

f==225 мrц при u[/==28 В, ТK +40 ос, не менее:

КТ9116А при Рвых==5 Вт, /к=== 1,2 А .

КТ9116БприРвых===15Вт,/к===2,6А. . .

Коэффициент комбинаЦИОННblХ составляющих TpeTb 

 roпорядка на частоте f==225 мrц при u[/==28 В,

TK +40ос, не более:

КТ9116А при Рвых==5 Вт, /к== 1,2 А .

КТ9116Б при Рвых== 15 Вт, /к==2,6 А .

Емкость коллекторноrо перехода при U КБ===28 В, не

более:

КТ9116А
КТ9116Б

ОбраТНblЙ ток коллектор эмиттер при Uкэ
==55 В,

R бэ
== 10 Ом, не более:

при тк==+25 ос:

КТ9116А.
КТ9116Б.

при Тк===+85 и  45ос:

КТ9116А.

КТ9116Б.

ОбраТНblЙ ток эмиттера при UЭБ===4 В, не более:

при тк===+25 ос:

КТ9116А.
КТ9116Б.

при Т
к===+85 и  450C:

КТ9116А
КТ9116Б

25
10

 58дБ
 55дБ

55 пФ
155 пФ

30 мА
100 мА

60 мА
200 мА

4 мА
14 мА

8 мА

28 мА

4А
10 А

46 Вт

76,7 Вт

+200
0С

2,5 ОС/Вт
1,5 ОС/Вт
 45ос...тк==
=== +85 ос

1
При Тк>+40 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из Вblражения

Р BT
200 Тк

К, макс'
RТ(п к)
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Б

Электрическая схема транзисто 
ров:

КТ911БА: l:!)I I,1 IIrll, L(j2 0.44 IIrll,
Lэl О,2511\'11, Lэ2 о,2IIrll. LK O.9IIr,.,
C 280 пФ; КТ911GБ: L6I O,9 IIrll,
L(j2 O,24 иrи, L

эL О.lб иrи, L22 
 O,2иrи. LK O,\lиrll, C 540п<Р

J(

LI(

lK ,А

10
КТ9!Тбь

8

6

ТК = +8.5 ос

Тп =+200
0

с

КТ9!!6А
ц.

2

о !о 20 28

Uкэ ,8

Области безопасной

транзисторов

работы

1Т9117А, 1Т9117&, 1Т91178, 1T9117r

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарные структуры
n p nпереключательные. Предназначены для примененwS\ в усилителях

и переключающих устройствах. Выпускаются в '\н'таллиqеtком корпусе
с rибкими выводами и стеклянными изоляторами. Тип прибора YKa 
зывается на корпусе. Масса транзистора не более 2 r.

Электрические параметры

СтатичеСКflЙ коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при U
КБ

== 10 В, lэ==0,15 А:
2Т9117А, 2Т9117Б, 2Т9117В .

2T9117r .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЭ при Uкэ==5 В, Iк==0,91 А.
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2T8117(A r)
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>-----------

б,б IJ,5

80...250'"
40...160*

50...300* мrц



Предельные зксплуатацнонные данные

Постоянное нацряжение коллектор база:

2Т9117А. ,  ,117r.. . . .

.;
. . 100 В

2Т9117Б . . . . . . . . . . . 80 В

2Т9117В
'

.
50 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер:

при R бэ== 1 кОм:

2T9117A,,2T9117r
2Т9117Б
2Т9117В .

при R э==00:
2Т9117А,2Т9117Б
2Т9117В .

2Т9117r. . . . . . . . .

Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора. . . . . .

Импульсный ток коллектора при t и
== 10 мс .

Постоянный ток базы. . . . . . . . . . .

Импульсный ток базы при t и
== 10 мс. . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
l

при
тK  60...+25ос:

С теплоотводом .

без теплоотвода . .

Температура p nперехода .

Температура окружающей среды

rраничное напряжение при J к== 0,03 А, не менее:

2Т9117А, 2Т91l7Б .

2Т9117В
2T9117r

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

Iк==О, 15 А, IБ==0,015 А, не более.

Напряжение насыщения база эмиттер при I к==

==0,15 А, IБ==0,015 А, не более. . . . . . . .

Время включения при Uкэ==20 В, Iк==0,15 А, I Б==

==0,015 А, типовое значение. . . .

Время выключения при Uкэ==20 В, Iк==0,15 А,
IБ==0,015 А, типовое значение. . . . . . . .

Емкость коллекторноrо перехода при UкБ==5 В, типо 

вое значение. .

Емкость эмиттерноrо перехода при UЭБ== 1 В, типовое

значение .

Обратный ток коллектора при UКБ==UКБ, макс'
не бо 

лее.

Обратный ток коллектор эмиттер при u
кэ

==

==UКЭ, макс' ,Rбэ
== 1 кОм, не более .

Обратный ток эмиттера при UЭБ==4,5 В, не более.

60 В

40 В

80 В

0,3 В

1,1 В

0,2* мкс

0,9* мкс

40* пФ

250* пФ

0,1 мА

0,2 мА

1 мА

100 В
80 В
'50 В

60 В
40 В
80 В

4,5 В
lА
2А

0,2 А

0,5 А

5 Вт

0,8 Вт

+ 150 ос
 60ос...тк==
==+ 125 ос

I

При изменении Тк от +25 до + 125 ос PJ(,., макс снижается линейно

на 0,04 ВтjOC с теплоотводом и на 6,4 мВтjOC без теплоотвода.
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1Т9116А

Транзистор кремниевый эпитаксиально планаРНbfЙструктуры п p п

rенераторный. Предназначен для применения в усилителях мощности и

reHepaTopax MeTpoBoro и дециметровоrо диапазонов длин волн.

Выпускается в металлокерамическом корпусе с винтом и полоско'\ыми

выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса траНЗll,- i ора

не более 30 r.

2 Т9Т26А

-.:t-

1i6

ао

э э
rXS

Электрические параметры

Выходная мощность на частоте {== 1,5 мrц при
Uп==50 В, не менее .

Коэффициент усиления по мощности на частоте

{== 1,5 мrц при Uп==50 В, Рвых==500 Вт .

Коэффициент полезноrо действия на частоте {==
==1,5 мrц при и

п
==50 В, PB x==500Вт .

Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

при U
КБ==

10 В, lэ;::5 А:

Т==+25 ОС
Т;::+125 ОС .

T== 60ос

rраничная чаСтота к(нффициента передачи тока в

схеме 03 при UКЭ==.')() В, I к;::8 А .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при
I к==10А,/Б==IА. . . .. .

Емкость коллекторноrо перехuда при UкБ==50 В .

Емкость эмиттерноrо перехода при UЭБ== О . .

Конструктивная емкость эмиттер корпус, не более

Конструктивная емкость коллектор корпус, не бо 

лее. . . . . . . . . . . . . . . . .

!Sонструктивная емкость база корпус, не более.

500 Вт

13*...16*...18* дБ

60...70* ...75* %

10...40*...100*
1 о.. .50*.. .120*
5...20* ...50*

100...140* ...

160* мrц

0,3*...0,4*...0,5* В

400* ...450* ...

500 пФ

0,02*.. .0,035*...

0,1 мкФ

7,5* пФ

5,7* пФ

1,6* пФ

10;;



Полное входное сопротивление на большом сиrнале

при Рвыл==500 Вт, U
II
==50 В, не более:

{== 1,5 МI'ц .

{== 100 кrц .

ОбратныЙ ток коллектор эмиттер при Uкэ
== 100 В,

R бэ== 10 Ом:

Т==+25 ос

Т==+125°С .

T== 600C . . .

Обратный ток эмиттера при ИЭБ==4 В

Индуктивность эмиттера, не более.

Индуктивность коллектора, не более.

Индуктивность базы, не более.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания .

постоянное напряжение коллектор эмиттер при

R бэ== 10 Ом

Постоянное напряжение база эмиттер.

Постоянный ток коллектора.
Постоянный ток базы .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

тK== 60...+50ос .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в дина,

мическом режиме при ТK== 60...+50ос .

Постоянная высокочастотная мощность, падающая

на вход транзистора .

Температура p пперехода .

тСllЛ OBOt: со [(роти влен ие перl'ХОД корпус

Минимальная рабочая частота.

Коэффициент стоячей волны по напряжению KOk

лекторной цепи при Рвых==250 Вт, И11==30 В и кратко'

временном рассоrласовании (1 с)

Температура окружающей среды .

IБ,J
1.5

Iэ,А

ТО

8

б

4

2

О 0.5

2 ТSll.БА

0.5

о 1.5 2 UБЭ,В0,5

(0,4 jl,6)
* ОМ

(0,58 j3,2)
* Ом

1*...20*...200 мА

2*.. .30*. ..300 мА

2*...30*...300 мА

1*...100*...500 мА

1,5* HrH

0,9* HrH

2,5* н rH

50 В

100 В

4 В

'30 А

4А

330 Вт

330 Вт

25 Вт

+200 ос

0,45 ОС/Вт

0,1 Мrц

30

 60ос...т к==

==+ 125 ос

2ТЭ1ZБА

1.5 2 uБэ.в

Зависимости тока базы от на'

пряжения база эмиттер

Зависимость тока эмиттера от

напряжения база . эмиттер
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Hg,p, д5

460 /6

4.20

'+00

3804-0 42 1+4 46 48 Uп,В

Зависимости выходной мощно 

сти И коэффициента усиления от

напряжения ПlIтания

Ки,Р ,Дь

18

17 f'вx
= 1Z,5Вт

UП 50 В
Тб

15

тц.
о 250 500 750 1000 f. K!iJ,

Зависимость коэффициента уси 
ления от частоты

Зависимость выходной мощно 

сти от температуры корпуса

Рвь'х, Вт

ип 50В ,

500 r

f=1,5/vf!ц1

2Т9!2БА

400

300
.

200

100

I
I

4. ?вх, Вт00 2 б 8

Зависимость выходной мощности

от входноЙ

frp . M!iJ,

2Т912БА
!БО Uкэ =30В

1ЦО

!20

100

80
2 4- 5 8 [к ,А

Зависимость rраничной частоты

от тока КШl.1ектора

Реых , Вт

,400

300

f=J,5 иrl1,

zoo

700

 40 О 40 80 120 Тк, ОС

107



1Т9130А

Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры п p п

усилительныи. Предназначен для применения в широкополосных видео 

усилителях мониторов. Выпускается в металлическом корпусе с rибкими

выводами и стеклянными изоляторами. Тип прибора указывается
на корпусе. Масса транзистора не более 2 r.

2 T91JOA

\t')
.

 -

,

5Ji lJ,S 1:::)

о:)

Электрические параметры
, ,1

Статический коэффициент передачи"тока в схеме ОЗ

при U
кБ

==9 В, l
э ==20

мА:

Т==+25 ос
Т==+ 125 ос .

T== 60ос

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЗ при UКЭ
== 10 В, 11\.==20 мА, не менее.

rраничное напряжение при /к== 10 мА. . . .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

Iк==20 мА, IБ==2 мА .

Напряжение насыщения база эмиттер при 1к==

==20 мА, IБ==2 мА . . .

Емкость коллекторн.оrо перехода при UКБ== 10 В .

Емкость эмиттерноrо перехода при UЭБ== 1 В. .

Обратный ток коллектора при UКБ==250 В, не более:

т== +25 ос . . . . . . . . . . . . .

Т==+125°С . .,. . .

Обратный ток эмиттера при UэБ==6 В, не более.

1111'J j

r,

60...80*. ..250

70...400

13...250

200 мrц
250...280*.. .350* В

0,1*...0,2*...1 В

0,8*...0,9*...1,1 В

4,2*...5*...6* пФ
80*...90*...
] 00* пФ

1 мкА
10 мкА
5 мкА

Предельные зксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 250 В

Постоянное напряжение эмиттер база. 6 В

Постоянный ток коллектора .
150 мА

Импульсный ток коллектора при t
и
==5ОО мкс, Q==2 300 мА

Постоянный ток базы .
100 мА

Импульсный ток базы при t
и
==500 мкс, Q==2 . 200 мА
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

с теплоотводом
1

при ТK== 60...+45ос. . . .

.без теплоотвода
2
при T== 60...+25ос .

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус
Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

10 Вт
1 Вт

+ 150 ос

10,5 ОС/Вт
125 ОС/Вт
 60ос...Тк==
==+ 125 ос

I
При Тк>+45 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из ВbIражения

150 TK
10,5

Рк. макс'

Вт

2
При Т>+25 ос

Рк.
макс'

Вт

1Т9131А

150 T

125

Транзистор кремниеВbIЙ эпитаксиально планаРНbIЙструктуры n p n

rеиераторный. Предназначен для применения в линеЙНbIХ широкопо 
лосных усилителях мощности, reHepaTopax в диапазоне частот

1,5...30 мrц при напряжении питания 50 В. ВbIпускается в металлокера 
мическом корпусе с винтом и полосковыми ВbIводами. Тип прибора

указывается на корпусе. Масса  анзИСТОр не более 30 r. '

2 T91JfA

'15,5

\t:)

11) 00

&r;
c',j

ч)

\э.

17

0,16

Электрические параметры

Выходная мощность на чаС1'ОТt:' {==30 мrц при
U

п ==50 В, не менее . . . . . . . . . . . 400 Вт

Коэффициент усиления по мощности на частоте

{==30 мrц при Uп ==50 В, Р
вых==400 Вт. . . . . 10*...13*...16*

Коэффициент полезноrо действия коллектора на ча 

стоте {==30 мrц при U
п
==50 В, Рвых ==400 Вт . 60*...65*...70* %
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Коэффициент комбинационных составляющих TpeTb 

ero и пятоrо порядков на частоте f==30 мrц при
И

п
==50 В, Рвых==400 Вт ,

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при ИКЭ == 10 В, Iк == 10 А:

Т
к==+25ос .

Т
к==+125 ос
T== 60ОС. . . . . . .

rраничная частота коэффициента передачи тока

в схеме ОЭ при Икэ==30 В, Iк==8 А .

rраничное напряжение при Iк ==200 мА .

Напряжение Насыщения коллектор эмиттер при

Iк ==25 А, IБ ==5 А .

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ ==50 В .

Емкость эмиттерноrо пер,ехода при ИЭБ == 1 В .

Входное сопротивление на большом Сиrнале при

ИI1 ==50 В, Рвых==400 Вт, f==30 мrц, типовое значе 
.

ние .

Обратный ток коллектор эмиттер при ИКЭ
== 100 В,

Rбэ == 10 Ом:

Т
К
== +25 ос .

Т
к
== + 125 ос

Т==  60ос

Обратный тоК эмиtтера при Иэт,":;;'4 В .

Предельные зксплуатационные данные

50 ВПостоянное напряжение питания .

Постоянное напряже ние коллектор эмиттер при

Rбэ == 10 Ом

Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора .

Постоянный ток базы .
. . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
1

:

Т
к==+ 125 ос .

TK== 60...+50ос .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в дина 

мическом режиме:

Тк ==+125 ос.
. TK== 60...+50ос .

Непрерывная высокочастотная мощность, падающая

на вход транзистора.

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус. .

КоэФсри циеНТ2 стоячей волны по напряжению коллек 

торнои цепи . . . . . . . . . . . . . .

Температура окружающей среды .

 35*... 32*...
 30*дБ

10...40*...100*
1 О.. .50* .. .200*
5...12*...70*

100...130*...
180* мrц
55*...60*...65* в

1,2*...1,8*...2,5* В

500*.. .600*...

800 пФ

0,009* ...0,09* ...

0,1 мкФ

(0,3+ j 2)
* Ом

1*...50*...200 мА

3*...80*...300 мА

10*...100*...
300 мА

1 *.:-:'t5O*...600 мА

100 В
4 В
25 А

40 А

7 А

175 Вт

350 Вт

175 ВТ

350 ВТ

40 Вт

+ 200
о С

0,425 ОС/Вт

30: 1

 60ос."Тк
==

==+ 125 "С
1
При тк>+50 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

200 Тк

определяется из выражения
Р
к . макс,

BT
0,425

11 О

2

При Р
ВЫХ

== 150 Вт.



IБ,А

2Т91ЗТА
5 5

4 ч

J J

Z 2

Т

о 0,5 1 1,5 2 2.5 О
{fБЭ,В

Зависимости тока

базы от напряже-
ния база эмиттер

0.5 1 1,5 2 2.5
UБЭ,В

Зависимость тока

эмиттера от напря 

жения база эмит 

тер

MJ.Ms ,дБ

130  24

120  26

ПО  Z8

 ЗО

90 (,  л

80  з 
О 2 ч 6 8 Ю О 100 200 300 ЧОО

lэ,А  IX,Вт

Зависимость rpa-
ничной частоты от

тока эмиттера

Зависимость коэф 

фициента нелиней 
ных искажений 3-ro

и 5 roпорядков от

выходной мощности

КТ9133А

Реых,8т

500

400

ЗОО

200

ТОО

Uп=50В 2T9TJ1A

j=30 МТц

/

/
/

v

о 10 20 30 lfO 50

Рвх . вт

Зависимость BЫXOД 
ной мощности от

входной

I1J."'5,дБ

2TSl31A
 26

 28

 ЗО

 З2

 з 

 З6
IIO 48 50 52 54

l!n.B

Зависимость коэф 

фициента нелиней-

ных искажений 3 ro

н 5 roпорядков от

напряжения пита 
ния

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры п p п
rенераторный. Предназначен для применения в линейных усилителях
мощности в схеме 03 в диапазоне частот 170...230 мrц при напря 
жении питания 28 В. Выпускается в металлокерамическом корпусе
с ПQЛосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Мас-
са транзистора не более 9 r.

111



 .....

Электрические параметры

Выходная мощность в пик оrибающей на частоте

f==225 мrц при U
n
==28 В, Iк==3,5 А, Р

вх ==5,35 Вт,
TK +40 ос, не менее. . . . . . . . . . .

Коэффициент усиления по мощности на частоте

f==225 Mrlt IlрИ U
II
==28 В, /к==3,5 А, Р

вых
==зо Вт,

TK +40ос, не менее .

'

Коэффициент комбинационных составляющих TpeTЬ 
ero порядка на частоте f==225 мrц при U

n
==28 В,

Iк==з,5 А, Р
вых

==зо Вт, TK +40ос, не более. . .

Модуль коэффнциента передачи тока на высокой ча 

стоте при Uкэ ==10 В, Iк==5 А, f==100 мrц, не Me 

нее.

Критический ток при U
кэ ==10 В, f==100 мrц, не Me 

нее.

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой
частоте при U

кБ ==5 В, lэ==0,8 А, f==5 мrц. не

более .

Емкость коллекторноrо перехода при UкБ ==28 В,
не более .

Обратный ток коллектор эмиттер при Uкэ ==55 В,
Rбэ == 1 О Ом, не более.

Обратный ток эмнттера при UэБ ==4 В, не более.

Индуктивность коллектора, типовое значение.

Индуктивность эмиттера, типовое значение.

Индуктивность базы, типовое значение .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
Rбэ==100м . . 55 В
Постоянное напряжение эмиттер база. 4 В
Постоянный ток коллектора. 16 А

112

30 Вт

5,6

 53дБ

2,4

7А

30 пс

160 пФ

200 мА

20 мА

0,9* HrH
0,46* HrH
1,26* HrH



Постоянная рассеиваемая мощность КOJIлектора
l

при

Тк<+70 ОС.
Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус

Температура окружающей среды

130 Вт

+ 200
о

С

1
о

С/ Вт

 45ОС...Т
к
==

== +85 ос

I
При Т

к>+70 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

Iк,А

Рк.
макс'

Вт
200 Тк

1 fч.

12

10

8

" KT91JJA

Т"
..+2 C".

ТК -+70't: \.
,
,

'\.

"\Зависимость тока коллектора от
6

напряжения коллектор база
""

2

о ч 8 12 16 20 24 иК6,В

KT914SA-S

Транзнстор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры n p n

универсальный. Предназначен для применения в линейных и ключевых

схемах. Бескорпусный, на пластине. Тип прибора указывается в эти 

кетке. Масса транзистора не более 0,003 r.

kТ91ч5А 5

Э Б К

...... 

l,J /J,J2
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Э ектрическиепараметры
Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

при UКБ 10 В, Iэ 10 мА, не менее.

rраничная частота при UКЭ 10 B,/K 10 мА. .

rраничное напряжt'нriе при lэ 30мА, не менее.

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

IK 10 мА, IБ 1 мА .

Напряжение насыщения база эмиттер при 1
K 

10 мА, IБ 1 мА. . . . . . . . . . . .

Обратный ток коллектора при U
кБ

==300 В, не более

Обратный ток эмиттера при UЭБ 5В, не более. .

20

50...65*...70* мrц
300 В

0,3* ...O,5*...1В

0,7*...0,8*...1,2 В

1 мкА

1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база . 500 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

Rбэ 1 кОм .

Постоянное напряжение эмиттер база.

Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при tи 500мкс, Q==2
Постоянный ток базы .

Импульсный ток базы при tи ==500 мкс, Q 2. . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
I
при

TK +25ОС.
Температура p nперехода
Тепловое сопротивление переход подложка.

Температура окружающей среды .

500 В

5 В

50 мА

100 мА

5 мА

10 мА

5 Вт

+ 150°С
25 ОС/Вт
 60ос."Тк

==

 +125 ос

Рк, макс'.
Вт

150 Тк

25

I
При Т

к>+25 ос постоянн ярассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

[к,мА

Il 100 HT9/1,.5A  5

100 f...-1HC

ТпОАЛ
'" +2Sос

о,5нс

80
т.; =+150 ОС

60

40
CтllтU'l t"KUU

рмиI'f

20

1;3

[Б,мА

KT9145A 5
2

1,6

1,2

0.8

0,4

0,6 (1,7 ан 0,9 {fЗБ. В 10

Зависимости тока базы от lIa 

пряжения база эмиттt'р

100 JOO Uкз,н

Области безопасной

транзистора

работы
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к

ЗависимОСТИ коэффициента К от

длительностИ импульса

0./

0.01 2
10 

КТ9145А9

КТ8145А  5

tи ,ме

Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры n p n

универсальный. Предназначен для применения в ключевых схемах,

импульсных модуляторах, преобразователях, линейных стабилизаторах

напряжения. Выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими BЫBoдa 

ми. На корпус наносят условный знак «6А». Тип прибора указывается

в этикетке. Масса транзистора не более 0,07 r.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме

03 при UкБ
==10 В, 'э==10 мА .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при Uкэ
== 10 В, Iк

== 10 мА .

rраничное напряжение при 1к==30 мА, не менее

типовое значение .

Напряжение насыщеиия коллектор эмиттер при

/к==10 мА, IБ ==1 мА .

КТ91ц5А 9

-:i t\.i

20...40*.. .150

50...65* ...70* мrц

300 в

380* В

0,3*...0,5* ...1 В
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Напряжение насыщения база эмиттер при IK 
10 мА, IБ 1мА .

Обратный ток коллектора при ИКБ 500В, не бо 

лее.

Обратныt;. ток эмиттера при ИэБ :;:=:;:5 В, не более

0,7*...0,8*...1,2 В

мкА
мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база . 500 В
Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

Rбэ 1 кОм, dИкэ/dt 250В/мкс .

Постоянное напряжение эмиттер база.
Постоянный ток коллектора . .

Импульсный ток коллектора при tи 500мкс, Q 2
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

TK=== 60...+25ос:
с теплоотводом' .

без теплоотвода
2

Температура р-n перехода
Тепловое сопротивление переход корпус

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

500 В

5 В

50 мА
100 мА

1 Вт

0,3 Вт

+150 ос

125 ОС/Вт
416 ОС/Вт

60
о

С . . . Т
К

 +100ос

I
При Тк>+25 ос постоянная рассеиваемая

определяется из выражения

150 тк
Рк , Ma c'

BT .

2
При Т>+25 ос

[Б, нА

2

1.5

1,2

0.8

0,4

0,4 0,6 0.8 1 lIБЭ'в

Зависимости тока

баЗbI от наllряже 
ния база эмиттер
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мощность 150JIлектора

J50 Т
Рк. макс' BT ' 

60

50

40

ЗО

20

10

10 [к I
нА

Зависимости статическоrо коэффициента пе 

редачи тока от тока коллектора



Транзисторы p n p

КТ9144А-5

Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры p п p

универсальный. Предназначен для применения в линейных и ключевых

схемах. Бескорпусный, на пластине, кристаллы неразделенные. Тип

прибора указывается в этикетке. Масса транзистора не более

0,003 r.

КТ91ч4А 5

3 & К

to;)
....:

1,3 0,32

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме

03 при И
кБ

==10 В, lэ==10 мА, не менее.

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме 03 при Икэ ==10 В, Iк ==10 мА .

rраничное напряжение при 13==30 мА, не менее

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при

/к== 10 мА, IБ == 1 мА .

Напряжение насыщения база эмиттер при Iк
==

== 10 мА, IБ == 1 мА. . . . . . ... . . . .

Обратный ток коллектора при И
кБ

==500 В, не более

Обратный ток эмиттера при ИэБ==5 В, не более

20

30...35*...40* мrц
300 в

0,3*...0,5*...1 В

0,7*...0,8*...1,2 В
1 мкА
1 мкА

Постоянное

Постоянное
Rбэ == 1 ком

Постоянное напряжение эмиттер база .

Постоянный ток коллектора .

Импульсный ток коллектора при lи==500 мкс, Q==2

Постоянный ток базы. . . : . . . . . . .

Импульсный ток базы при lи==500 мкс, Q==2 .

Предельные эксплуатационные данные

напряжение коллектор база . 500 В

напряжение коллектор эмиттер при
500 В

5 В

50 мА

100 мА

5 мА

10 мА
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора! при

TK +25 ос
Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход подложка.

Температура окружающей среды .

5 Вт

+ 150 ос

25 ОС/Вт
   БО

о
с... Т

к
==

==+125 ос

!

При Т
к>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

150 Тк

РК,макс, Вт== .

КТ9144А9

Транзистор кремни'евый эпитаксиально планарныйструктуры p n p

универсальный. Предназначен для применения' в ключевых схемах,

импульсных модуляторах, преобразователях, линейных стабилизаторах

напряжения. Выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими BЫBO 

дами. На корпус наносят условный знак «5А». Тип прибора указывается

в этикетке. Масса транзистора не более 0,07 r. rабаритный чертеж

корпуса см. KT9145A9.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме

ОЗ при ИКБ
== 10 В, lэ== 10 мА .

rраничная частота коэффициента передачи тока в

схеме ОЗ при И
КЭ

== 10 В, IK == 10 мА .

rраничное напряжение при IK ==30 мА, не менее

типовое значение .

Напряжение насыщения коллектор эмиттер при
IK

== 10 мА, IБ ==2 мА, не более .

Напряжение насыщения база эмиттер при IK
==

== 1 ОмА, IБ ==2 мА. . . . . . . . . . . .

Обратный ток коллектора при И
кБ

==500 В, не более

Обратный ток эмиттера при ИэБ==5 В, не более

.A 

20...40* ...150

30...35* ...40* мrц
300 в

380* В

0,6 В

0,7*...0,8*...1,2 В
1 мкА
1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 500 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер, при
Rбэ == 1 кОм, dИкэ /dt==250 В/мкс .

Постоянное напряжение эмиттер
 .база.

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора при t
и
===500 мкс, Q==2

Постоянный ток базы .

Импульсный ток базы при t и ===500 мкс, Q===2. . .

Постоянная рассеиваемая мощность I\оллектора при
Т
К
==  60...+25ОС:
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с теплооТВОДОМ
I

.

без теплоотвода
2

Температура p nперехода

Тепловое сопротивление переход корпус.

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

1 Вт

0,3 Вт

+ 150 ос

125 ОС/Вт
416 ОС/Вт
 60ос."Тк

==

==+ 100 ос

I
При Т

к>+25 ос постоянная рассеиваемаft мощность коллектора

определяется из выражения
150 Тк

РК ,
макс'

Вт== .

2
При Т>+25 ос

150 Т
РК.макс' Вт==
 .

Раздел седьмой

Транзисторы мощные сверхвысокочастотные

Транзисторы " p "

КТ984А, КТ984&

Транзисторы кремниевые
эпитаксиально планарныеCTPYK 
туры n p nreHepaTopHble. Пред 
назначены для применения в уси 

лителях мощности и reHepaTopax

на частотах 720...820 мrц в cxe 

ме ОБ при напряжении питания
50 В. Выпускаются в металло 

керамическом корпусе с полоско 
ВЫми выводами. Тип прибора
указывается на корпусе. Масса

транзистора не более 7 r.

/(79811 (А, Б)

=<{
1,6

-:t

!5,5

23

Электрические параметры

Импульсная выходная мощность на частоте f==
==820 мrц при и

п
==50 В, t

и
==10 мкс, Q==100,

TK +40ОС, не менее:

КТ984А
КТ984Б . . . .

Коэффициент усиления по мощности на частоте f==
===820 мrц при и

п
==50 В, t

и
== 10 мкс, Q== 100,

TK +40"'С:

75 Вт
250 Вт
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КТ984А при Рвых ==75 Вт .

КТ984Б при Рвых ==250 Вт

Коэффициент полезноrо действия на частоте [==

==820 мrц при И
п
==50 В, lи==10 мкс, Q==100,

Т
к
== +40 ос:
КТ984А при Р

вых
==75 Вт .

КТ984Б при Р
вых

==250 ВТ .

Мо.lУЛЬ коэффициента передачи тока на высокой

Частоте при икэ
== 10 В, f==300 мrц:

КТ984А при /к ==2,5 А .

КТ984Б при Iк ==5 А. .

Критический ток при И
кэ

== 10 В, {==300 мrц:

КТ984А
КТ984Б

IIостоянная времени цепи обратной связи на BЫ 

сокой частоте при ИКБ
== 10 В, {==5 мrц:

КТ984А при /э==О,4 А .

КТ984Б при lэ==0,6 А .

Емкость коллекторноrо Ilсрехода при ИкБ ==50 В:

КТ984А

КТ984 Б

Обратный ток коллектора при ИкБ ==65 В, не более:

КТ984А

КТ984Б

Обратный ток jмиттера при ИэБ ==4 В, не более:

КТ984 А

КТ98iБ

КСВН выходной цепи в импульсном режиме при
изменени фаЗbl КОЭффИltиента отражения в пре 

ДС.lах О.. :)( ()O IIрИ ИкБ ==50 ВО t
ll
==10 мкс о Q==100 o

{==820 l\H'it, Т" == +40 ос при кратковременном pac 
corласовании (1 с), не более:

КТ984А при Р
вых

==75 Вт .

КТ984Б при P
B1 ,:,

==250 Вт .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное Напряжение питания .

Постоянное напряжение коллектор база.

Постоянное нап ряжение эмиттер база

Импульсный ток коллектора:

КТ984А
КТ984Б . . . .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора
l
в им 

пульсном реЖИМl' Щ) 1 t
l1
== 1 О МКС, Q== 100,

TK +25
0

С:

КТ984А

КТ984 Б

5...5,9* ...9*

4...7*...10*

35...50* ...60* %
35...45*...55* %

2...3* ...4*

2...3*...4 *

5* ...6* ...8* А

15*...18*...22* А

2,5*...5*...20* пс
3*...5* ...20* пс

17*...18*...35* пФ

50* ...55* ...80* пФ

30 мА

80 мА

15 мА

40 мА

\ "IY'

10*

3*

50 В

65 В

4 В

7А

16 А

1,4 Вт

4,7 Вт

I

При Т
к> +25 ос сrедняя рассеиваемая мощность коллектора

01lределяется из BbIPi1/I\t'IIJI\I

160 ТК
iJK , ер, макс' Вт==

RТ (п к)

rде R]' (п к)определяется из rрафика.
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ИМIIУJIЬt:Н<.!:1 р;ксеиваемая мощность коллектора при

t == 10 jVlкс, Q== 100:
и

КТ984А
КТ984Б .

  нимальнаярабочая
частота

Температура p пперехода .

Температура окружающей среды

15 Вт
62,5 Вт
400 мrц

+ 160 ос
 45ос..'Т

к
==

== +85 ос

Rт(л к). ОС/Вт

Зависимости тепловоrо сопро 

тивления переход корпус от

длительности импульса

0,6

0,8

0.4

0,2

о 2 4. 6 8 fи,МКС

Рвых,и ,8т

100 250 100

80 80 200 80

50 БО !50 БО

4.0 40 ТОО 4.0

20 20 50 20

2 4 6 8 Ю

Рвх,и ,
Вт

о то 20 30 40 60

fвх,и ,8т

Зависимости импульсной BЫ 

ходной МОЩНОСТИ И коэффициен 
та полезноrо действия коллек 

тора от входной мощности

......::\ИСимости импульсной BЫ 

ходной мощности И коэффици 
ента полезноrо действия кол 

лектора от входной мощности

1Т995А-1

Транзистор кремниевый эпитакснально планарныйструктуры n p n

rенераторный. Предназначен для применения в усилителях
и reHepaTo 

рах в диапазоне частот 2...10 rrц в схеме ОБ при напряжении питания

14 В. Бескорпусный, в металлокерамическом кристаллодержателе, с

rибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзи 

стора не более 2 r.
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2 ТЭ95А 2

-..: 4==1

....:-

.....

....;

э

0,7

12,1

'6,2

Электрические параметры

Выходная мощность на частоте f== 10 rrц при И
п
==

== 13 В, Iк==0,5 А, Р
вх

== l' Вт .

Фаза коэффициента передачи тока на частоте f===
== 1 rrц при ИкБ ==3 В, /к==0,3 А .

ОбратныЙ ток коллектора при ИКБ
== 18 В:

Т
к
== +25 и  60ос .

Т
к
== +125°С, не более. .

Обратный ток эмиттера при ИЗБ
== 1,5 В:

Т
к
== +25 и  60ос .

Т
к
== + 125 ос, не более.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания. . . .

Постоянное напряжение коллектор база.
Постоянное напряжение база эмиттер .

Постоянный ток коллектора. . . . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
l

при
ИкБ ==7 В, ТК==  60...+40ос .

: N

02,3

1,5....t;в5*...
2,2* 'Вт

8*...8,5*...13 rрад

0,003*.. .0,16*...
2 мА

5 мА

0,065* ...0,1 *...

1 мА

5 мА

14 В

18 В

1,5 В

0,6 А

3 Вт

I
При Т

к> +40 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

190 Т
К

Рк.
макс'

Вт==
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Средняя рассеиваемая мощность коллектора
2

в ди 

намическом режиме при Т
к
==  60...+25ОС. . .

Температура p п перехода .

Тепловое сопротивление переход корпус .

Тепловое сопротивление переход корпус в дина 

мическом режиме.

Температура окружающей среды

5,7 Вт

+ 190 ос

50 ОС/Вт

29 ОС/Вт
 60ос.. Тк

==

== +125 ос

2 190 TK
При Т

к> +25 ос Рк , ер, маке' Вт==
29

Расстояние места пайки выводов от кристаллодержателя 1 мм, TeM 

пература пайки +260 ОС, время пайки не более 3 с. При nайке выводов

на расстоянии 0,5 мм температура пайки не должна превышать

+ 150 ОС.

fвlolX ,Вт Ку,Р,дБ 11)(,

2T995k2
%

2,11

2,2

2,0

l,B

1.6

7,4

1,2
О,ч5 0.6 0.75 08 1,05

РВХ, Вт

Зависимости выходной Мощно 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо дейст 
вия от входной мощности

3

Рвых, Вт J(у,р,дБ 7lK'

2T895A 2
%

JK  o.5A

Pax 1BT

1,8 f !ОПiI,

1,7

1,6

!,5

',4

8 8 !О.!! {2 13 lIn, В

Зависимости выходной мощно 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо дей 

ствия коллектора от напряжения

питания

L1 Lk

СЗ

к

Схема замещения транзистора 2T995A 2в активном режиме:

C==180 пФ, Скэ==0,6 пФ, CI O,82 пФ. C2 0,45 пФ, Сз 0,8...1,О5 пФ, C4 O,55 пФ,
CKl==0,54 пФ (UКБ 10В). Ск2 I,б5пФ (UКБ 10В), Сэ 13,2пФ (UБЭ О),в рабочем
режиме 33 пФ, Lэ О,55 иrи, Lб О13 иrи, L, 0,25 иrи, LK 0,45иIи, R I...2 Ом,

rб Ь,8Ом, 'K O,2ОМ
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КТ9104А, КТ91046

Электрические параметры

Выходная мощность на частоте {==700 мrц при
И

п
==28 В, Т

К +40 ос, не менее:

КТ9104А при Р
вх ==0,625 Вт

КТ9104Б при Р
вх ==2,8 Вт .

Коэффициент усиления по мощности на частоте
.

f==700 мrц при И
п
==28 В, Т

к
== +40 ос:

'КТ9104А при Р
вых

==5 Вт .

КТ9104Б при Р
вых

==20 Вт .

Коэффициент полезноrо действия на частоте f==
==700 мrц при И

п
==28 В, TK +400C:

КТ9104А при Р
вых

==5 Вт .

КТ9104Б при Р
вых

==20 Вт .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при Икэ == 10 В. f==300 мrц:

l\T9104A при lк
== 1 А .

КТ9104Б при lк==2 А .

Постоянная времени цепи обратной связи на BЫ 

сокой частоте при И
кБ

==5 В, f==50 мrц:

КТ9104А при lэ ==0,3 А .

КТ9104Б при lэ ==0,6 А .

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ ==28 В:

КТ9104А
КТ9104Б

Обратный ток коллектора при ИкБ ==50 В, не более:

КТ9104А
КТ9104Б

КТ9104 (А,Б-)

:\

:::: 

'5.5

23
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Транзисторы кремниевые
эпитаксиально планарныеCTPYK 

туры n p пreHepaTopHbIe. Пред 
назначены для применения в уси 
лителях мощности и reHepaTopax
в схеме ОБ в диапазоне частот

350...700 мrц при напряжении
питания 28 В. Выпускаются в Me 

таллокерамическом корпусе с по 

лосковыми вывдами.. Тип прибо 
ра указывается на корпусе. Mac 

са транзистора не более 10 r.

,\;

5 Вт
20 Вт

8...12*...13*
7...9*...12*

40...46* ...50* %
50...55* ...60* %

2...3,2*...4*
2...2,5*. ..4*

6* ...10* ...20* пс

5,2* ...9* ...20* пс

12*...13*...20* пФ
28*...30*...40* пФ

10 мА
20 мА



ОбратныЙ ток эмиттера при ИзБ ==4 В, не более:

КТ9104А . . . . . . . . . . . . . .

КТ9104Б
КСВН коллекторной цепи при изменении фазы KO 

эффициента отражения в пределах 0...3600 при и
п
==

==24 В, f==500 мrц, TK +50 ос при KpaTKOBpe 
менной работе (3 с) и уровне выходной мОщности
на соrласованной наrрузке 4 Вт дЛЯ КТ9104А и

20 Вт дЛЯ КТ9104Б, не более.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания .

Постоянное напряжение коллектор база .

Постоянное напряжение эмиттер база.

Постоянный ток коллектора:
КТ9104А .

КТ9104Б . . . . . . . . . . . .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора
I

при

TK +40 ос:
КТ9104А .

КТ9104Б
Температура p nперехода
Тепловое сопротивление переход корпус:

КТ9104А
КТ9104Б

Температура окружающей среды

5 мА
10 мА

5*

29 В
50 В
4 В.

1,5 А
5А

10 Вт
23 Вт

+ 175 ос

8,2 ОС/Вт
3,1 ОС/Вт
 45ос... Т

к
==

== +85 ос
. ,п.

I
При Тк>+40 ос средняя. рассеиваем ая мощность коллектора

определяется из выражения

175 TKРк. ср, макс' Вт==
R

.

т (п к)

fawJC , 8т

20 10

/(у!
то

lIп .288
16 8

Рвых =58т 8

12 б 80 6 60

8 4 60 4. llK 50

4 2 4.0 2 40

12 !б 20 2* Uп . В JOO 400 500 500 700
f, Hrц

Зависимости выходной
МОЩНОСТИ от напряжения

питания

Зависимости коэф 

фициента усиления
и коэффициента по-

лезноrо действия
коллектора от ча 

стоты

Joo ЧlJО 500 500 700

.t. мfiJ,

Зависимости коэф-
фициента усиления
и коэффициента по 

лезноrо действия
коллектора от ча-

стоты

125



L1 L2 LJ

Э

:
Принципиальная электрическая
схема транзистора КТ9104А:

и==2:1::0,2 HrH. L2==1,4:1::0,14 HrH, L3==
==1,5::1:::0,15 HrH, CJ==50::l:::5 пФ

L1 L2 []

Э

:
1Iринципиальная электрическая
схема транзистора КТ9104Б:

и== 1.7::1:::0,2 HrH. L2==O,65::1:::0,06 HrH,
LЗ== 1 ,5::1:::0,15 HrH, CJ==125::1:::5 пФ

1Т9111А, 1Т9111&, 1Т91118, 1T9111r

: 1....:

2Т8121 (A п

l' ,'! >L  '1'-)

11')

с-..а

Транзисторы KpeM 
ниевые эпитаксиально 

планарные структуры

п p пreHepaTopHble. Пред 
назначены для примене 

ния 8 широкополосных им 

пульсных усилителях и re 

нераторах в диапазоне ча 

с'ют 2,3,..2.Т r.rц в схеме

ОБ при на!1'Р.5{Жt'нии пита.

ния 35 В. Выпускаются в

металлокер мическомKOp 
пусе с полосковыми BЫBO 

дами. Транзисторы coдep 
жат внутренние corласую 

щие цепи. Тип прибора
указывается на корпусе.

Масса транзистора не бо 

лее 5 r.

Электрические параметры

Импульсная выходная мощность при tи
== 100 мкс,

Q== 10, TK +25 ос, не менее:

при Ип ==40 В, М==2,3...2,7 rrц:
2Т9121А при Р

вх ==8,7 ВТ .

2Т912lБ при Рвх ==4,4 Вт .

2Т9121 В при Р
ВХ

== 1 Вт. .

2Т9121 r при Р
ВХ

== 12,5 Вт .

при И
п ==32 В, f==2,7 rrц:

2T912lA при Р
вх ==8,7 Вт .

2Т9121Б при Р
вх ==4,4 Вт .

2T9121B при Рвх==1 Вт .

2Т9121 r при Р
ВХ

== 12,5 Вт
Коэффициент. усиления по мощности при РВХ

==

==8,7 ВТ для 2Т9121А, Р
вх ==4,4 Вт дЛЯ 2Т9121Б,
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35 Вт
1 7,5 ВТ
4 Вт
50 Вт

25 Вт

17,5 Вт
4 Вт
35 Вт



Р ===1 ВТ дЛЯ 2Т9121В, Р
вх ===12,5 Вт для 2T9121r,

t 100 мкс, Q=== 10, TK +25 ос, не менее:
и

Иn ===40 В, д.f===2,3...2,7 rrц. . . . . . . .

И
n
===32 В, 1===2,7 rrц ".

. . . . . . . .

Коэффициент полезноrо деиствия коллектора при

Рвх ===8,7 Вт дЛЯ 2Т9121А, Р
вх ===4,4 Вт дЛЯ 2Т9121Б,

Р ===1 ВТ дЛЯ 2Т9121В, Р
вх ===12,5 Вт для 2T9121r,

tиВ 100мкс, Q===10, т
к
=== +25 ос) не менее:

Ип ===40 В, д.f 2,3...2,7 rrц. . . . . . .

Ип
===32 В, 1===2,7 rrц . . . . . . . .

Обратный ток коллектора при ИкБ ==42 В, не более:

при TK +25 ос:
2Т9121А
2Т9121 Б. . . . .

2Т9121 В. . . .".

2T9121r. . . . .

при тк
=== + 125 и  60ос:

2Т9121А . .

2Т9121Б. . . . .

2Т9121В. . .

2Т9121 r. . . . .

Обратный ток коллектор эмиттер при ИКЭ==
==40 В, не более:

при тк
=== +25 ос:

2Т9121А .

2Т9121Б. .

2Т9121В. .

2T9121r. .

при TKt:::: + 125 и  60ос:

2T9121'A .

2Т912lБ .

2Т9121В.
2rg121r. . .

Обратный ток эмиттера при ИэБ ===3 В, не более:

при тк
=== +25 ос:

2Т9121А .

2Т9121 Б. . .

2Т9121В. . .

2Т9121 r. . .

при тк
=== + 125 и  60ос

2Т9121А .

2Т9121 Б .

2Т9121В .

2Т9121 r .

Предельные эксплуатационные даииые

Постоянное напряжение коллектор база. . . .

Постоянное напряжение эмиттер база. . . . .

Импульсный ток коллектора при tи
=== 100 мкс, Q=== 10:

2Т9121А
2Т912lБ

2Т9121В
2T9121r

Импульсная рассеиваемая мощносты при t
и
===

== 100 мкс, Q=== 10, т
к
===  60и +25 ос:

6 дБ

4,5 дБ

30%
25 %

15 мА

7,5 мА

2,5 мА

22,5 мА

22 мА
11 мА

3,7 мА
35 мА

30 мА

15 мА
5 мА

45 мА

45 мА
23 мА

7,5 мА
70 мА

20 мА
10 мА

3,5 мА
30 мА

30 мА

15 мА

5,2 мА

45 мА

42 В
3 В

9,2 А

4,6 А

1,15 А
13 А
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2Т9121А
2Т9121Б
2Т9121В

. 2Т91211

Температура p пперехода

Температура окружающей среды

92 ВТ
46 Вт

11,5 Вт

130 Вт

+ 185 ос
 6Oос...Тк ===

===+125
0

С

I
При TK +25 ос импульсная рассеиваемая мощность опреде 

ляется из выражения

160
Р
и , макс'

Вт===
RТ, н (п к)

I3

э 
Lэ

1
1+ТJj['.IэJ lrJrp

L1
Lk L3

к

Сч

I

I
I
L    

С5 С2

Сl

L2

Б

Эквивалентная схема замещения транзистора 2Т9121 (А Пв активном

режиме:
2Т9121А: Lэ 0,05HrH. Ljj O,02HrH, LK O,IIIrH, C4 40пФ, C5 150пФ, CK2 14пФ,

CKI 4пФ, Сэ 200пФ, {;Q 2пФ,  r O,1Ом, rб О,25ОМ, 'K 0,05ОМ, и O,25н[н,

Cl 3,5IIФ, L2 0,2HfH, C2 4пФ, L3 0,2HrH;

2Т9121Б; L. O,1 HfH, L6 0,05HfH, L. O,2HrH, C4 20пФ, C5 100 пФ, СК1  2пФ,

C. 100пФ, CK. 1пФ; CK2 7пФ,  r 0,05Ом, rб 0,5Ом, (. O,1Ом, Ll 0,5HrH,

C1 3.5пФ, L2 0,4HrH, C2 4пФ, L3 0,4HrH;

2Т9121В: [. o,3HfH, Lб 0,15HfH; LK 0,6HrH; C4 7пФ, C5 50пФ, CK2 2,5пФ,

CKI 0,7пФ, C. 30пФ, C.. 0,3пФ,  r O,15Ом, rб I,5Ом, (K O,3Ом, и O,7HrH,

Cl 1пФ, L2 0.6HrH, C2 1,5пФ; L3 1,2HrH;

2Т9121 [: L. 0,15HrH, Lб 0,015HrH, LK 0,07HrH, C4 60пФ, C5 200пФ, СК2:==21 пФ,

С.I бпФ, с. зоопФ, Cк> 3пФ,  r 0,017Ом, rб 0,17Ом, 'K O,03Ом, Ll 0,17HrH,

С}  3,5пФ, L2 0,13HrH, C2 4пФ, L3 0,13HrH

Значення элементов эквивалентной

Тип  i  ;f ;t С4, С5,   , кф'
транзистора

пФ пФ

2Т9121А 0,05 0,02 0,1 40 150 14 4

2Т9121 Б 0,1 0,05 0,2 20 100 7 2

2Т9121 В 0,3 0,15 0,6 7 50 2,5 0,7

2T9121r 0,15 0,015 0,07 60 200 21 6
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185 Т
К

при Т
к> +25 ос Р

и , макс'
ВТ==

R
'

т.и(п кl

3 ( 0,86 )rде Rr.и (п к)==([+0,19 I 

.yQ
,jt и для 2Т9121А;

6
( 0,86 ) <-

Rr . и (п к)
==

([+0,38 1

-{С}
Ijt H для 2Т9121Б;

24
( 0,86 )Rr, и (п .к)

==

Q
+ 1 ,52 I. 

.yQ
v t

и для 2Т9121 В;

( 0.86 ) l' .Rr
.
и (п. K) Q

+0,128 1
.yQ

v tи Д.1Я 2T9121r.

Формулы справедливы при Р
И MaKc 165 Вт дЛЯ 2Т9121А; при

Ри MaKc 80Вт для 2Т9121Б; при Ри MaKc 20ВТ для 2Т9121В; при

ри: MaKc 220Вт для 2T9121r.
'

Pe I".,H,Вт

so

40

10

20

10

о 2 lr б 8 /0 /2
Рех,Вт

Зависимости импульсной выход-

ной мощности от входной '

схемы замещения транзисторов

Реых,н , Вт

5

4 50

J 4-0

2 ЗО

20

о 0.2 0.4 0.5 0.8 Рех, Вт

Зависимости импульсной BЫXOД 

ной мощности, коэффициента
усиления и коэффициента по 

лезноrо действия коллектора от

входной мощности

 ф   ' r, r
б'

r
К' L1, С1, L2, С2, и,

Ом Ом Ом иrн пФ fjrи пФ Hrfj

200 2 0,1 0,25 0,05 0,25 3,5 0,2 4 0,2
100 1 0,05 0,5 0,1 0,5 3,5 0,4 4 0,4
30 0,3 0,15 1,5 0,3 0,7 1 0,6 1,5 1,2

306 3 0,017 0,17 0,03 0,17 3,5 0,13 4 0,13

5 В. М. Петухов 129



llK.%

40 50

35 10 40

30 8 30

25 б 20

2Т9Т2ТБ 2T9T2Tr
20 4 10

О 2 4 б 8 IOРех,8т

Зависимости КОЭффИ!Lиента уси 

лсния и коэффициента полезноrо

действия коллектора от входной
мощности

PsЬIХ,и ,Вт

60

55

50

45

IJ)

35
2,3 2,1,.5 2,7

f, rrц

Зависимости импульсной BЫXOД 

ной мощности от частоты

20 24 28 J2 Jб ип,в

Зависимости импульсной BЫXOД 

НОЙ мощности от напряжения

питания

РВЬХ М Вт

25

1,., ,

2Т9Т21ь

/
......

...........

2T91218
.....

20

15

то

5

2,J 2,Ч5 2,7
f,rrц

Зависимости импульсной BЫXOД 

ной МОЩНОСТИ от частоты

1Т9114А, 1Т9114&

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры п p п

reHepaTopHble. Предназначены для применения в широкополосных уси 

лителях и reHepaTopax импульсноrо (2Т9124А) и непрерывноrо (2Т9124Б)

режимов работы в диапазоне частот 3,1...3,5 rrц в схеме ОБ при

напряжении питания 24 В в импульсном режиме и 21 В в непре 

рывном. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми

выводами. Транзисторы содержат внутренние соrласующие цепи. Тип

прибора указывается на корпусе. Масса транзистора не более 5,5 r.
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ZТ912Lf(А,Б)

--.:
К

to-;

Электрические параметры

Импульсная выходная мощность при 'и== 100 мкс,

Q==10, Т,,== +25 ос, Р
вх ==3,3 ВТ дЛЯ 2Т9124А, не

менее:

и
п
==24 В, М===3,1...3,5 rrц. . . . . . .

и
п
===20 В, {==3,3 rrц. . . . . . . . . .

Выходная мощность Р
вх ==2,5 Вт, т

к
== +25 ос дЛЯ

2Т9124Б, не менее:

ип==21 В, М==3,1...3,5 rrц. . . .

и
п
==20 В, {===3,3 rrц . . . . . . . . .

. Коэффициент усиления по мощности при ТК
===

== +25 ос, не менее:

2Т9124А при 'и==100 мкс, Q==10, Р
ВХ ==3'3 Вт:

и
п
==24 В, М==3,1...3,5 rrц .

и
п
==20 В, {==3,3 rrц. . .

2Т9124Б при Р
вх ==2,5 Вт:

и
п
==21 В, М==3,1...3,5 rrц .

и
п ==20 В, {==3,3, rrц. . . . .

Коэффициент полезноrо действия коллектора при
тк== +25 ос, не менее:

2Т9124А при 'и== 100 мкс, Q== 10, Р
вх ==3,3 Вт:

и
п
==24 В, М==3,1...3,5 rrц .

ип ==20 В, {==3,3 rrц. . .

2Т9124Б при Рвх ==2,5 Вт:
ип ==21 В, М==3,1...3,5 rrц .

ип ==20 В, {==3,3 rrц. .

Обратный ток коллектора, не более:

Т-к== + 25 ос при UКБ ==30 В. .

Т-к== + 125 ос при UКБ ==30 В. . .

Тк
==  60ос при U

КБ ==25 В. . .
.

Qбратный ток коллектор эмиттер при U
КЭ

== 24 В,
Т,,=: +25 ос дЛЯ 2Т9124А, не более. . . . . .

Обра....ный ток эмиттера при UЭБ
== 1,5 В, не более:

Т-к == + 25 ОС. . . . . . . . . . . . .

Тк
== + 125 и  60ос . . . . . . . . . .

6.

10 Вт
8 Вт

8 Вт
7 Вт

3 дБ
2,4 дБ

3,2 дБ
2,8 дБ

30 %
30 %

35 %
35 %

20 мА
40 мА
40 мА

30 мА

10 мА
20 мА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база
1

при

Тк ==+25...+125 ос .

Постоянное напряжение эмиттер база

ПОСТОЯННbIЙ ток коллектора дЛЯ 2Т9124Б .

ИМПУЛЬСНbIЙ ток коллектора при tи ==250 мкс, Q==
== 1 О дЛЯ 2Т9124А . . . . . . . . . . . . 2 А

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора
2
при

tи == 100 мкс, Q== 10, Тк
==  60...+65ос дЛЯ 2Т9124А 23,5 Вт

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в ди 

намическом режиме
З

при ТК
== 60... + 25 ос дЛЯ

2Т9124Б .

Температура p пперехода .

Температура p пперехода в импульсном режиме
Тепловое сопротивление переход корпус.
Тепловое сопротивление переход корпус в импуль 
сном режиме .

Температура окружающей средЬ! .

30 В

1,5 В

1,5 А

21,5 Вт

+ 200 ос

+ 175 ос
8 ОС/Вт

4,6 ОС/Вт
 60ОС...Тк

==

== + 125 ос

1
При изменении ТК от +25 до  60ос U

КБ
снижается линей 

но до 25 В.

2 В диапазоне температур Тк
== +65...+ 125 ос РК . и. макс рассчи 

ТbIвается по формуле
175 TK

Рк . н. макс'
Вт ==

R
.

т. н (п к)

3 В диапазоне температур Т,==+25...+125 ос РК,ср,макс рассчи 

ТbIвается по формуле

200 ТК
Рк . ср. макс' Вт== 

.

т (п к)

llK' Рвых, Вт

%

12

20 40 10

16 З5 8

12 6

8 25 ,4

11- 20 2

О 2 J ч. 5 0,5
Рех. Вт

l1K'
%

4fJ

JO

20

2 10

1

1.5 2 2.5 J
Рвх , Вт

Зависимости импульсной BЫXOД 

ной мощности, коэффициента

усиления и коэффициента по f1ез 

Horo действия коллектора от

входной мощности

Зависимости ВbIХОДНОЙ мощно 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо дейст'
вия коллектора от входной мощ'

ности
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fв х.и. Вт 1//(, %
2Т9'2'+А

12 ?ах
= 2,58т

f=3,srтц
50Ю, tн = ТООмс

8
(}=!О

1,.5

*0

4 35

2 30

то 14. /8 22 26 lIп,В

Зависимости импульсной BЫXOД 

ной мощности И коэффициента
полезноrо действия коллектора

от напряжения питания

Pe.uI . .8т

Un.248
12 Р'х

С 2.58т

11
tM=100MKC
а=1О

fJ

рвых . Вт К р,Дь llK,

2ТВ'2ц.ь
%

'2

то
5

50

1,.
458

б
J

1,.0

1,.
2

З5

2 30

8 12 15 20 21,. 28
lIп , В

Зависимости выходной мощно-

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия

колле ктораот напряжения пита 

ния

7lK.%

60

50

Зависимости импульсной
выходной мощности и ко-

эффициента полезноrо

действия коллектора от

частоты
9  O

8 30

7

2,9 J J,I 3,2 J,3 J, J,5 J,б f, Пц

Зависимости выходной
Мощности. коэффициента
Усиления и коэффициента
ПОЛезноrо действия кол 

лектора от частоты

Рвых . Вт llK,

%

12
4-

45

J
40II

2
J5

70

9 30

8
J,2 3,3 J, ц. 3,5 f, {Тц
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2Т9127(А,Б)

1Т9117А,1Т9117&

Электрические параметры

Импульсиая выходная мощность при t H === 10 МКС,

Q === 100, не меиее:

в диапазоне частот M===1,025...1,15 rrц при
u n

=== 50 В:
2Т9127А при Рвх

=== 150 Вт .

2Т9127Б при Рвх ===60 Вт .

на частоте f===I,15 rrц при ип ===40 В:
2Т9127А при Рвх

== 150 Вт .

2Т9127Б при Рвх ==60 Вт .

Коэффициеит усилеиия по мощности при t H === 10 мкс,

Q === 100, ие менее:

в диапазоне частот М === 1,025...1,15 rru при
ип ==50 В:

2T9127A при Рвых ===550 Вт ,

2Т9127Б при Рвх ===250 Вт .

на частоте f=== 1,15 rru при Uп==40 В:
2Т912ТА при Р

вых
===400 Вт.

2Т9127Б при Рвых
== 180 Вт .

Коэффициент полезноrо действия при tH === 1 О мкс,

Q === 1 00, ие менее:
в диапазоне частот M==I,025...1,15 rrц при
u n

== 50 В:

2Т9127А при Рвых ==550 Вт .

2Т9127Б при Рвых ==250 Вт .

на частоте f==I,15 rrц при ип ==40 В:

2Т9127А при Рвых ==400 Вт

2Т9127А при Рвых
=== 180 Вт.

:  !

C'-I

...:
C"I

]34

Транзисторы кремни 
евые эпитаксиально пла 

нарные структуры п p п
reHepaTopHbIe. Предназна.
чены для применения в им 

ПУЛЬСНblХ усилителях мощ 

ности и reHepaTopax в по.

лосе частот 1,025...
1,15 rrц в схеме ОБ при

напряжении питания 50 В.

Выпускаются в металлоке.

рамическом корпусе с по.
лосковыми выводами.

Транзисторы содержат co 

rласующие цепи по входу
и выходу. Тип при бора
укаЗblвается на корпусе.
Л1асса транзистора не бо.
лее 5 r.

550 Вт

250 Вт

400 Вт
180 Вт

5,64 дБ

6,2 дБ

4,2 дБ

4,7 дБ

35 %
35 %

30 %
30 %



Обратный ток коллектора при И
КБ

==65 В, не бо-

лее:

при Тк == +25 ос:
2Т9127А. .

70 мА

2Т91275 ...
35 мА

при тк
== + 125 и  60ос:

2Т9127А. . . . . 105 мА

2Т91275. . . 52 мА

Обратный ток коллектор эмиттер при И
КЭ

== 50 В,

ие более:

2Т91 27А . . . . . . . . 80 мА

2Т9 1 275 . . . . . . 40 мА

Обратный ток эмиттера при И
ЭБ ==3,5 В, ие более:

при тк == +25 ос:
2Т9127А. . . . 70 fo4A

2Т91275. . . . . 35 мА

при тк
== + 125 и  60ос:

2Т9127А. . 105 мА

2Т91275. . 52 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжеиие коллектор база.. 65 В

Постоянное иапряжеиие эмиттер база < 3,5 В

Импульсный ток коллектора' при t
H
==10 мкс, Q==

:са 100:
2Т9127А 38 А

2Т91275 . . . . . 19 А

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора
2

при t и == 10 мкс, Q== 100, TK +85 ос:

2Т9127А

2Т91275 .

Температура р-n перехода . . .

Температура окружающей среды

1151 Вт

524 Вт

+200 ос
 60ОС...ТК

==:;

== + 125 ос

[К. н, макс'
А

РК и зо,з(Q,t
и)

дЛЯ 2Т9127А,

[К. и. макс' А
Р
К

2  6
(Q, tи )

дЛЯ 2Т91275.

2
При Tk< +85 ос импульсная рассеиваемая мощность коллек-

тора определяется из выражения

Р
к, н. макс'

Вт
115

Rr (п к)
,

при тк > +85
0С РК. н , макс'

Вт
200 тк

Rr (п к)
,

'rДе

R
1,2

03 ( 0,86 ) r;-
r (п к)==т+ О, 1

...jQ
"Vtи дЛЯ 2Т9127А,

R
2,4

О 6 ( 0,86 ) r;-
r (п к)==Q+ ,0 8 1

...jQ
"Vtи для 2Т91275.
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Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее 3 мм,

температура припоя + 260 ос, время пайки не более 3 с.

Расстояние от корпуса до начала изrиба вывода не менее 3 мм.

При монтаже транзисторов в широкополосные линии разрешается

обрезать полосковые выводы на расстоянии не менее 2 мм от корпуса, а

также формовать выводы на расстоянии не менее I мм от корпуса. При'

этом усиление не до.1ЖНО передаваться на место присоединения вывода

с корпусом. Присоединение выводов рекомендуется осуществлять

методом сварки или пайки с применением мер по устранению возможно 

сти возникновения механических напряжений между выводом и корпусом

транзистора. Температура корпуса транзистора при этом не должна

превышать +150 ос.

L аз L7 L э

Э 1<

Сl С3

'"

Эквивалентная схема замещения транзисторов 2Т9127 (А, Б) в активном

режиме:

LB3 0.7IIrll, Ll O,3IIrll, Lз 0,5IIrll, LBK O.7IIrll,
Cl C2 4пф, C3 240пф, C4 75пф,

л., О,005Ом, Lб О,ОIIIrll;

:2Т91:27А LK U,5 111'11, L  ЮtJ
I'Ф. ( ,I 1 j IIФ, CK2 46,HпФ, c,, H.::! пФ. 'б о,1 ОМ

'K 0,13ом;
2Т9127Б: LK 0,3IIrll, C. 1600 пф. С,!  26пФ, Ск2 9з,6пф, CK" 16,4 IIФ, 'б 0,05Ом,

'h==0,065 ОМ

Рвых .
Вт PBIo1X . ВТ 'lK.

%

580 300

550
9 280

9
42

540
8

250
8

40

520
7

2ц.о
7

38

500
6

220
Б

3Б

50 70 90 по !ЗО 150

РВХ . Вт

25 З5 4.5 55 55 75
Рвх , Вт.

Зависимости выходной мощности

и коэффициента' усиления от

входной мощности

Зависимости выходной мощно.

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо дейст 
вия коллектора от входной мощ 

ности

136



Тра нзистор кремн ие 
вый эпитаксиально-пла-

нарныЙ структуры n-р-n

усилительный. Предназна 
чен для применения в ши 

рокополосных импульсных
усилителях мощности в

диапазоне частот 3,1...

3,5 rrц в схеме ОБ при

напряжении питания 24 В.

Транзистор содержит BHY 

тренние цепи соrласова-

ния. Выпускается в метал-

локерамическом корпусе с

rибкими выводами. Тип

прибора указывается на

корпусе. Масса транзисто-

ра не более 5,5 r.

1Т9119А

2 Т8128 А

  I'  !r--.)

к

Электрические параметры

Импульсная выходная мощность при РВХ ==7 Вт,
tи ==IОО мкс, Q==10, Тк

== +25 ос, не менее:

на частотах {==3,1; 3,3; 3,5 rrц при ИП
==

== 24 В .

на частоте {==3,3 rrц при Ип ==20 В. . . .

Коэффициент усиления по мощности при Рвх ==7 Вт,
tи == 10 мкс, Q== 10, Тк

== +25 ос, не менее:

на частотах {==3,1; 3,3; 3,5 rrц при Ип ==24 В

на частоте {==3,3 rrц при Ип ==20 В. . . . .

Коэффициент полезноrо действия при РВХ
== 7 Вт,

tи ==IОО мкс, Q==10, Тк ==+25 ОС, не менее:

на частотах {==-3,1; 3,3; 3,5 rrц при Ип ==24 В

на частоте (==3,3 rrц при Ип ==20 В .

Обратный ток коллектора при И
кБ

==30 В, не бо 

лее:

Тк == +25 ОС. . .

Тк
== + 125 и  60ос

.обратный ток коллектор эмиттер при И
КЭК

==

==24 В, не более. . . .

Обратный ток эмиттера при ИЭБ
== 1,5 Br не более:

Тк ==+25 ос . . . .

Тк
== + 125 и  60ос .

11;)

20 Вт

16 Вт

4,5 дБ
3,3 дБ

30 %
30 %

30 мА
60 мА

50 мА

10 мА
20 мА
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Предельные эксплуатацион ыеданные

Постоянное напряжение коллектор база
I

при

Т
к
=== +25...+ 125 ос .

Постоянное напряжение эмиттер база .

Импульсиый ток коллектора при lи=== 100 мкс,

Q=== 1 О

Импульсный ток базы при lи=== 100 мкс, Q=== 10

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора
2
при

'
м
=== 100 мкс, Q=== 10, Т

к
===  60...+65ос .

Температура p пперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус

Температура окружающей среды

30 В

1,5 В

4А

0,35 А

47 Вт

+ 175 ос

2,3 ОС/Вт

 60ОС"'Т
к
===

=== + 125 ос

I

При изменении ТК от +25 до  60ос u
кБ снижается линей 

но до 25 В.
2
При rк> + 65 ос импульсная рассеиваемая мощность коллек 

тора определяется из выраження

Рк, и, макс' Вт
175 тк

2,3

Расстояние от корпуса до места лужения и пайки выводов не

менее 3 мм, температура пайки +260 ос, время пайки не более 3 с.

Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 2 мм от корпуса при

температуре не свыше + 150 ос в течение не более 3 с.

и+-

Р.ых,м ,Вт ко р,дБ 11к. P, IJC,II,Вт ко .р,Дь 1}к,

% %
2Т9129А р." -ВВт 2Т9129А

JO t" - Т08Иkс

25
t-J,Jrrц

5025 q-T8

20 40 20 40

15 JO 15 JO

10 20 10
2

20

5 10 5
1

10

2 J 4 5 Рех, Вт Т2 /ц. Т5 Т8 20 22 24 и" ,8

За висимости импульсной выход-
ной мощности, коэффициента
уснления и коэффициента полез 
Horo действия коллектора от

входной мощности

Зависимости импульсной выход-'
ной мощности, коэффициента
усиления и коэффициента полез-
Horo действия коллектора от Ha 

пряжения питания
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Транзистор кремние 
вый эпитаксиально пла 

нарный структуры n p n
rенераторный. Предназна 
чен для применения в уси 

лителях и reHepaTopax 8

диапазоне
частот 2...

10 rrц в схеме ОБ при Ha 

пряжении питания 14 В в

reрметизированной аппа 

ратуре. Выпускается в Me 

таллокерамическом кри 

сталлодержателе. Тип

прибора указывается на

кристаллодержателе. Mac 

са транзистора не более

1 r.

1Т9135А-1

 \

2T91J5A 2

r  I  
1<

.::t t-:I

::::. Lrj

Электрические параметры

Выходная мощность на частоте f== 10 rrц при
ип 12В, Iк==о,85 А, Рвх ==I,5 Вт, Тк ==+25 ОС,
не менее .

медианное значение .

Коэффициент полезноrо действия на частоте f ==
==10 rrц при ип ==12 В, Iк==0,85 А, Рвх ==I,5 Вт,
Тк== + 25 ос . . . . . . . . .

Фаза коэффициента передачи тока на высокой ча 

стоте при U
кБ

==2 В, Iк==400 мА, f== 1 rrц, не

более .

Обратный ток коллектора при U
КБ

== 15 В, не более:

Тк==+25 и  600C. . . . . .

Тк
== + 125 ос .

Обратный ток эмиттера при UЗБ
== 1,2 В, не более:

Тк ==+25 и  600C
Тк

== + 125 ос

2,6 Вт
3 Вт

26...29*...31 * %

16 rрад

2 мА

5 мА

1 мА

3 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база.

Постоянное напряжение эмиттер база .

Постоянный и импульсный ток коллектора .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в ди 

намическом режиме
l
при Тк

==  60...+25ОС. . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
2

при UкБ ==6 В, Тк
==  60...+57ос .

Температура p n перехода . . . .

Тепловое сопротивление переход корпус в дина 

мическом режиме.

15 В

1,2 В

0,95 А

8,7 Вт

3,4 Вт

+ 190 ос

19 ОС/Вт
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Тепловое сопротивление переход корпус
Температура окружающей среды

39 ОС/Вт
 60ОС...тк

==

== + 125 ос
1

При Тк > +25 ос средняя рассеиваемая мощность коллектор'а
определяется из выражения

190 Тк

Рк , ср, макс' Вт ==

19
2
При tк> + 57 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

Рк , макс'

Вт
190 тк

39

1
1К.Iэ

·

""'"""fir"
1+} turp

L.1 Lrc

С2 CJ

к

Эквивалентная схема замещения транзистора 2T9135A 2 в активном

режиме:
С==240 пФ, С

к.==О,8 пФ, С/==О,84 пФ, C2 0,7пФ, C3 IпФ. C4 0,6пФ, CK1==0.72 пФ,
С,2==2,2 пФ, C. 17,6 пФ при ИБэ==О, С.==40 пФ при И БЭ

== 1,2 В, L.==0,2 HrH, L6 0,1HrH,
L1 0,2HrH, L

K==0,15 HrH, R==I...2 Ом. '6 O,5Ом. ,к==0,2 Ом

llK'

%

J

2,7

2,4-

2,1

1,8

0,35 0,1,.5 0.55 0.55 О, 75 [к,А

Зависимости выходной мощно.

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия
коллектора от тока коллектора
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Рвых ,8т l<у,I',ДЬ 11...,
%

2,9

2.7

2,5

2,3

2,1

0.75 0,9 Т,О5 1,2 Т,J5 1,5
Рвх , 8т

Зависимости выходной мощности,

коэффициента усиления и коэф 

фиц.иента полезноrо действия КОЛ 

лектора от входной мощности



PsblX ,
Вт /(/j.р,дБ 7lK'

%
2T91J5A 2

3

2,8

2,6

2,1/.

2,2

6 7 8 9 JO 11 У" ,8

ЗависИМОСТИ ВЫХОДНОЙ мощно 

сти, коэффициента усиления и

КQэффициента полезноrо действия

от напряжения питания

Ar (hZ7r.), zрад

2TfJ!J5A 2
1ч.

12

10

8

б

о 0,2 0,4 0.5 0.8 ! [к,А

ЗависимостЬ фазы коэффициента

передачи тока в схеме ОБ от тока

коллектора

1Т9137А

Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры п p п

усилительный. Предназначен для применеюiя в линейных усилителях

в схеме аз на частотах до 2,3 rrц. Выпускается в металлокерамиче 

ском корпусе с полосковы ми выводами. Транзистор маркируется

условным обозначением буквой «Р». Тип прибора указывается

в этикетке. Масса транзистора не более 3 r.

2Т9137А

1'-)

0,'5

1.5
6'.5
19
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Электрические параметры
Выходная мощность на частоте {===2,3 rrц при
.ИI(Б === 18 В, [1( === 380 мА, не менее .

медианное значение .

Коэффициент усиления по мощности на частоте

{===2,3 rrц при ИI(Б=== 18 В, [к===380 А .

Коэффициент полезноrо действия на частоте

{===2,3 rrц при ИI(Б=== 18 В, [1(===380 мА, не менее.

rраничная частота коэффициента передачи тока

в схеме ОЭ при ИI(Б=== 10 В, [к===З00 мА .

Емкость коллекторноrо перехода при ИI(Б=== 18 В .

Емкость эмиттерноrо перехода при иэБ===о .

Обратный ток коллектор эмиттер при Иl(э===22 В,
Rбэ === 100 Ом, не более:

Т
к
=== +25 и  60ос .

т
к
=== + 125 о

С .

Обратный ток эмиттера при ИэБ ===3,5 В, не более:
Т
к ===+25 и  60ос

Т
к ===+ 125 ос .

2,1 Вт
2,5 Вт

5,5...6,9*...7,7* дБ

30,7 %

2,7...4,4*...5* rrц
4*...4,6*...5,5 пФ
20* ...30* ...45 пФ

10 мА
20 мА

2 '\I!A
4 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор эмиттерl при
Rбэ

=== 100 Ом . 22 В
Постоянное напряжение эмиттер база. 3,5 В
Постоянный ток коллектора. . . . . . . . . 550 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора

2

при TK=== 60...+50ос .

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус
Температура окружающей среды .

9 Вт

+160 ос

12,2 ОС/Вт
 60ос...тк ===

===+125 ос

1

ИI(ЭR>20 В допускается Только при закрытом эмиттерном пе.

реходе.2
При Т

к>+50 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора
определяется из выражения

р В 160 TK
1(, макс' T  .

Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее 1,5 мм,

температура припоя +260 ос, время пайки не более 3 с. Расстояние
от корпуса до начала изrиба вывода не менее 3 мм. При монтаже тран-
зистора в микрополосковые линии или подобные устройства разреша 
ется обрезать полосковые выводы на расстоянии не менее 1,5 мм

от корпуса, а также формовать выводы на расстоянии не менее 1 мм

от корпуса. При этом у'.:илие не должно передаваться на место соеди-
нения Вывода с кристаллом.

Не рекомендуется работать при напряжении питания выше 16 В
на частотах ниже 600 мrц,
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Эквивалентзая схема за '

мещения транзистора
2Т9137А в актиВНом pe 

жиме: Б
r
6
==о,з...о,6 Ом, R

э
==О,8 Ом,

r
K
==O,з Ом, C K1 ==0,4 пФ при

UкБ==18 В, С к2==2,9 пФ при

U кБ==18 В, С6..==О,4 пФ, L б==

==0,4 HrH, L
э==О,07 HrH, L K

==

==0,3 нrп, С/==2 пФ, С2== 1,6 пФ,

Сэ
==30 пФ при UБЭ==О, с

кэм
==

==0,8 пФ

["нА

2,5

2

2T91J7A

lJКЭ
= О

V

1,5

1

0.5

0,4 0,6 0.8 u,э, в

Зависимость тока

базы от напряже 

ния база эм иттер

11м , %

2 TS1J7A

55

50

1J5.

IIO

200 JQO +00 500 [к,.чА

Зависимости коэф 
фициента полезно 

ro действия коллек 

тора от тока коллек 

тора

1     CK2+CfjM    1
I [k=[Э 

I

I
+J lUrp I

r/( Lk К

I
I

р-СI tJ
C2

I I

I I

I I

I L э I

L          .J
э (корпус)

7

б

2 J 'вых. Вт

ЗависимОСТИ коэф 

фициента усиления
от выходной МОЩ 

ности

4

2

о 100 200 JOO [к.мА

Зависимости rpa 
ничной частоты от

тока коллектор а

J

2

7

6,5

6
8

,f=2,Jrrц l<у.Р

200 JOO ЧОО 500 [к,нА

Зависимости BblXOk

ной мощности и KO 

эффициента усиле 
ния от тока коллек 

тора

6

5

8 12 16 UКб , 8

Зависимость eMKO 

сти коллекторноrо

перехода от напря 
жения коллектор

база
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сэ. пФ 11<. нА

2

2 458
Uкэ, В

26

24

22

20

IВ

16
О

1000
8
6

550
4

2 J 4
UБЭ, 8

100
1

Зависимость емкости эмиттерно 
ro перехода от напряж'ения ба 

за эмиттер

Области безопасной

транзистора
работы

1Т9139А, 1Т9139&

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарные структуры
п p пreHepaTopHbIe. Предназначены для применения в широкополос 
ных усилителях и reHepaTopax импульсноrо (2Т9'139А) и непрерывноrо
(2Т9139Б) режимов работы в диапазоне частот 2,7...3,1 rrц в схеме

ОБ при напряжении питания 24 В в импульсном режиме и 21 В в непре 
рывном. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми

выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзистора
не более 1 О r.

2T91J9 (А, Б )

 ,
...... r-j'

1(

C'-I
 . t:;i
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Электрические параметры

импульсная выходная мощность при Рвх ==2,85 Вт,

/и==100 мкс, Q==10, Т
к ==+25 ос дЛЯ 2Т9139А, не Me 

нее:

на частотах f==2,7; 2,9; 3,1 rrц при И
п
==24 В .

на частотах f==3, 1 rrц при И,,==20 В .

выходная мощность при Рвх ==2,5 Вт, Т
к ==+25 ос дЛЯ

2Т9139Б, не менее:

на частотах f==2,7; 2,9; 3,1 rrц при И
п
==21 В.

на частоте f== 3, 1 rrц при И
п
== 20 В .

Коэффициент усиления по мощности при РВ \
==

==2,85 Вт, /и==100 мкс, Q==10, Т
к ==+25

0С дЛЯ

2Т9139А, не менее:

на частотах f==2,7; 2,9; 3,1 rrц при И
п
==24 в .

на частоте f==3, 1 rrц при Uп
==20 в .

Коэффициент усиления по мощности при Рвх ==2,5 Вт,
т
к
== +25 ос для 2Т9139Б, не менее:

на частотах f==2,7; 2,9; 3,1 rrц при И
п
==21 В.

на частоте f==3, 1 rrц при ИЛ ==20 В .

Коэффициент полезноrо действия КОЛЛЕ'ктора при

Тк ==+25 ОС, не менее:

2Т9139А:
на частотах f==2,7; 2,9; 'з,1 rrц при И

п
==

==24 В, Рвх ==2,85 Вт, /и== 100 МКС, Q== 10.
на частоте f==3,1 rrц при И

п
==20 В,

Р
вх ==2,85 Вт, t и

==IОО мкс, Q==10 .

2Т9139Б:
на частотах f==2,7; 2,9; 3,1 rrI] при u

п
==

==21 B,Рвх ==2,5 Вт .

на частоте f==3,1 rrц при И
п
==20 В, Р

вх
==

==2,5 ВТ .

Обратный ток коллектора, не более:

Тк ==+25 ос при ИкБ ==30 В. . . . . . . .

т
к
== + 125 ос при ИкБ ==30 В и TK== 60ос при

UкБ ==25 В . . ... .

Обратный ток коллектор эмиттер при И
кэ

==24 В

дЛЯ 2Т9139А, не более . ...

Обратный ток эмиттера при ИЭБ
== 1,5 В, не более:

Тк==+25 ос
т
к==+ 125 и  .60ос .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база
1

Постоянное напряжение эмиттер база .

Постоянный ток коллектора для 2Т9139Б .

Импульсный ток коллектора для 2Т9139А

Постоянный ток базы для 2Т9139Б .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в дина 
мическом режиме

2

при т
к
== +25... 60ос для

2T9139Б .
. . . . . . . .

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора
3

при
т
к
==  60...+65ОС, /и== 100 мкс, Q== 10 для 2Т9139А

10 Вт

7 Вт

9 Вт

7,5 Вт

3,5"
2,45

3,6
3

32 %

35 %

35 %

35 %

20 мА

40 мА

30 мА

10 мА
20 мА

30 В

1,5 В

1,5 А

2А

0,2 А

21,5 Вт

23,5 Вт
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8 ОС/ВтТепловое сопротивление переход корпус .

Тепловое сопротивление переход корпус в импуль 

сном режиме .

Температура окружающей среды .

4,6 ОС/Вт
 60ос...т

к
==

== + 125 ос

\

1
При изменении Тк от +25 до  60ос UКБ , макс

снижается линейно
\

до 25 В.
2
В диапазоне температур Тк

== +25...+ 125 ос средняя рассеиваемая
мощность коллектора определяется из выражения

200 тк
РК . ср. ТIoIaKC' BT

8

3
В диапазоне температур Тк

== +65...+ 125 ос импульсная рассеи 
ваемая мощность коллектора определяется из выражения

Р В 175 TK
К, и. макс' T 

4,6

P. IIt,M,Вт l<у,Р IlK.
%

6

45

40

35

12

10

8 30

6 25
2,6 2.7 2,8 2.9 J J,1

.t. rrц

Я:250м

L=2,JнПI

U
L 

R С

К
R=12,50и

Z
L = 1, 25HrH

IIOIX с. 2,4 nf/J

Зависимости импульсной BЫXOД 
НОЙ мощности, КО;1ффициента уси 
ления и коэффициента полезно 

ro действия коллектора от часто-

ты

Rах =1S0и

Lax =l,GHrH

с.ых

R...IX =90и
Z.bIx C8blX =2,8п'P

Эквивалентные схемы входной и выходной цепей транзисторов
2Т9139 (А, Б)
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IБ ,
мА

2T91J9 (А,Б)
.10

8

6

'4

2

О
0,1,. 0,8 1.2 1,6 Ur;э.8 0,5

ЗависимоСТЬ тока

базы от напряже 

ния база эмиттер

Pewx , вт

40

30

20

2 10

1

0,5 1 1.5 2 2,5 J

Рах,Вт

Зависимости BЫXOД 
ной мощности, KO 

эффициента усиле 
ния и коэффициен 
та полезноrо дей 
СТ8ИЯ коллектора от

входной мощиости

Рвых,м,8т КrJ.Р,дБ l/K, Рвых,М ,Вт
%

7111'
%

!о

8

6

ц.

2

30

2
20

1
10

10

8

б

4-

Z

Рвых. М

l/K

l!n=24В

f= 2,эrrц

1,5 2 2.5 3
Р
ВХ ' ВТ

Зависимости им 

пульсной выходной

мощности, коэф 

фициента усиления
и коэффициент.а по 

лезноrо действия

коллектора от вход
ной мощности

llK,
%

f'sblX,Br

2Т91J9Б

5 то 15 20 l/п, В

Зависимости им 

пульсной выходной

мощности, коэффи-
циента усиления и

коэффициента по 

лезноrо действия

коллектора от Ha 

пряжения питания

llK'

%
10

5 то 15 20 25 JO
ип .8

Зависимости BЫXOД 
ной мощности, KO 

эффициента усиле 
ния и коэффициен 
та полезноrо дей 

ствия коллектора от

напряжения пита 

ния

1Т9140А

4-5

ц)

J5

30

10

9

8

7

6

5 2

2,6 2,7 2.8 2,9 J,O J,1

.f. rrц

Зависимости BЫXOД 
ной мощности, KO 

эффициента усиле 
ния и коэффициен 
та полезноrо дей 
ствия коллектора от

частоты

Транзистор кремниевый эпитаксиально планарныйструктуры п p п
rенераторный. Предназначен для применения в широкополосных уси 
лителях мощности, reHepaTopax и умножителях в диапазоне частот

0,9...1,45 rrц в схеме ОБ при напряжении питания 28 В. Выпускается
в
металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора

указывается на корпусе. Масса транзистора не более 20 r.
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2ТВ140А

20,3

>1  .I
'

311.,2

13,5

25,5

Электрические параметры

Импульсная выходная мощность на частотах f=== 1,2;
1,3; 1,4 rrц при И

п
===32 В, t

и
===300 мкс, Q===5,

Ку, р===6,5 дБ, 111<===45 %, Т
к ===+25 ос, не менее.

Выходная мощность на частоте f=== 1,3 rrц при
И

п
===28 В, Ку. р===6 дБ, 1lк===45 %, т

к
=== +25 ос,

не менее .

Коэффициент усиления по мощности, не менее:

на частотах f===I,2; 1,3; 1,4 rrц при И
п
===32 В,

t
и
===300 мкс, Q===5, Рвых===125 Вт, l1к===45 %,

т
к
=== +25 0(: . ..

на частоте f=== 1,3 rrц при Ип===28 В, Рвых===

===110 Вт, l1к===45%, Т
к===+25

0 С .

Коэффициент полезноrо действия коллектора, не Me 

нее:

на частотах f=== 1,2; 1,3; 1,4 rrц при И
п
===32 В,

t
и
===300 мкс, Q===5, Рвых=== 125 Вт, т

к
=== +25 ос

на частоте f=== 1,3 rrц при Ип
===28 В, Рвых===

===110 Вт, Ку р===6 дБ, Т
к===+25 ос.

Обратный ток ко'ллектора, не более:

тк
=== +25 ос при ИкБ===50 В

тк
=== +125 ос при ИкБ===50

В .

T=== 600Cпри ИкБ===45 В .

Обратный ток эмиттера при ИэБ===3,5 В, т
к
===

=== 60...+125 ос, не более.
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,
t'I

125 ВТ

11 О Вт

6,5 дБ

б дБ

45 %

45 %

r

150 мА

300 мА

300 мА

50 мА



Предельные эксплуатационные данные'

Пост.оянное напряжение коллектор база 1
. 50 В

Постоянное напряжение эмиттер база. 3,5 В

Средиий TOuK коллектора . 10 А

Импульсныи ток коллектора:

при t
H
==20 мкс, Q==10. 15 А

при t
H
==100 мкс, Q==10 или t

H ==400 мкс, Q==5 12 А

Средний ток базы . 4,5 А

Средняя рассеиваемая мощность КОЛJIектора в дина 

мическом режиме
2
при TK== 60...+25ОС. . . .

Температура p пперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус
Температура окружающей среды .

176 Вт

+175 ос

0,85 ОС/Вт
 6{)ос...тк==
== +125 ос

1
При изменении ТК от +25 до  60ос U

КБ , макс
снижается линейно

до 45 В.
2
При Т

к>+25 ос средняя рассеиваемая мощность коллектора оп 

ределяется из выражения

Рк. ср, макс' Вт== 175 TK/0,85,
Рк. cp==Un/K+p'Bx PBblX.

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора:

при TK +75 ос:
Рк. н. макс' Вт== 100/Rr, н(п к);

при Т
к>+75 ОС:

Рк. н, макс' Вт== 175 Т
к /Rr, И.lI '.К),rде

Rr.
н (n K)==Rr(n K)/Q+RT,н (n K)/Q(Q I);

, Rr. и (п к)определяется
из rрафика.

Транзистор работает в непрерывном и радиои мпульсном режи мах:

. при напряжении питания 28 В в непрерывном режиме, при напряже 

"ии питания 32 В в радиоимпульсном режиме при tH 1000 мкс,

Q 10 и tH 400мкс, Q 5,при напряжении питания 35 В в радио 

импульсном режиме при tH 20мкс, Q 10.
Применение транзистора в статическом режиме (в том числе в

режиме класса А) не допускается.

Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса 3 мм,

температура пайки +260 ос. Допускается пайка выводов на расстоянии

1,5 мм' от корпуса; при этом температура припоя не должна превышать

+150 ОС, время пайки не более 10 с.

При монтаже транзистора в микрополосковые линии допускается

обрезать и изrибать выводы на расстоянии не менее 1,5 мм от корпуса.

При этом усилие не должно передаваться на место соединения

ВЫВОДа с корпусом.
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3

о
с,

к

:: О
С5

Эквивалентная схема замещения транзистора 2Т9140А в активном

режиме:
CK1 16,7 пФ, CK2 52пФ, СКЭ 16,7 пФ, СЭ 1300 пФ, CJ 340пФ, C2 5пФ, C3 660пФ,
C4 46пФ, C5 5пФ, Lб О,ОI2HfH, и O,04HfH, И О,О25HfH, L3 O,4HfH, и 0,42HfH,
L5 0,27HfH, L6 0,025HfH, L7 O,4HfH/MM, i\r O,025Ом. rб О,04Ом, RK O,08Ом

Hт.M(п l<),оС/Вт
ZТ91цОА

0,8

0,6

0,11

0.2

10 5,O *!O J 1O 2
tM . С

Зависимость импульсноrо тепло 
Boro сопротивления переход
корпус от длительности импуль 

са

РS IХ,и,Вт 'lK , '10

200

2 TS14.0A

llK l1n J28,Рвх 27.5 Вт

180

ЗО

50

160

140 4.0

120

100
1,2 1,3 1,4

f. rrц

Зависимости импульсной BЫXOД 
ной мощности И коэффициента
полезноrо действия коллектора

от частоты

КТ9141А, КТ9141А1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеструктуры п p п
усилительные. Предназначены для применения в выходных KaCKa 

дах видеоусилителей мноrоцветных rрафических дисплеев. Выпускаются
в метал.пическом корпусе (КТ9141А) с rибкими выводами и стеклян 

ными изоляторами и в металлокерамическом корпусе (КТ9141 А 1 )
с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.
Масса транзистора в металлическом корпусе не более 1,5 r, в MeTak

локерамическом не более 1,9 r.
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20,5

2,6

 Io
...

КТ9lч.IА

6.6 '1/. 5! ,

 I
11:1

.

 .

c:::r

.::1-

о)

ti.)

J( Т9141А1

15.8

J

",5
3

t'.I

cc::i
......

t'.I
to..:

о..:

0.18

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме 03

при Uкэ===-5 В, /к==50 мА:
Т
к==+25 ос . . . .

Тк==+85 и  60ос .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой
частоте при Uкэ== 10 В, /к==50 мА, {==зоо мrц .

Емкость коллекторноrо перехода при UКБ== 10 В,
не более. . . . . . . . . . . . . . . .

Емкость эмиттерноrо перехода при uэБ==о, не более

Обратный ток коллектора при UкБ==120 В, не более

Обратный ток коллектор эмиттер при Uкэ==80 В,
Rбз=== 1 кОм, не более:

т
к
=== +25 и  60ос .

т
к
=== +85 ос .

Обратный ток эмиттера при UэБ ===-3 В, не более:

Тк==+25 ос. . .

Т
к===+85 и  60ос

15...45
1 О... 70

3,4...4,5*...5*

2,5 пФ
25 пФ

0,1 мА

1 мА
2 мА

0,1 мА

0,3 мА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение КО.1лектор
 .база. 120 В

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
Rбэ == 1 кОм .

. . . . . .

Постоянное напряжение эмиттер база.
Постоянный ток коллектора:

КТ9141А 300 мА
KT9141A1 .

.
. . . . . 400 мА

IIостоянная рассеиваемая мощность КОJlлектора
l

при TK +50ос:
КТ9141А .

КТ9141А1 .
.

Температура p пперехода .
....

Тепловое сопротивление переход корпус:
KT9141A

KT9J4JAl .
. . .

Температура окружающей среды

80 В

3 В

3 Вт
5 Вт

+ 200
о

С

35 ОС/Вт
30 ОС/Вт
 60о с... Т

к
==

==+85 ос

I

При Тк>+50 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

р BT
200. Тк

К. макс,
R )Т(п  к

1Т9146А, 1Т91466, 1Т91468

2ТSlц.6А

tQ

 .
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'2 Т,91ц.Б (Б, В)

  :t
IQ IQ

ТранзисторЬ1 кремниеВЬ1е ЭlIитаксиаЛЬНО llланаРНЬ1еСТРУКТУРЬ! п p n

reHepaTOpHb1e. ПредназначенЬ1 для применения в импульснЬ1Х шир()ко 

полосных усилите.fJЯХ мощности и reHepaTopax в полосе частот

1.45...1,55 rrц в схеме ОБ при напряжении питания 45 В. ВЬ1пускаются

8 металлокерамических корпусах с ПОЛОСКОВЬ1ми выводами. Тип при 

бора укаЗЬ1вается на корпусе. Масса транзистора 2Т9146А не более 9 r,

2Т9146(Б, В) не бuлее 5 1'.

Электрические параметры

Импульсная выходная мощность на частоте f== 1,45;

1,5; 1,55 rFц при И
п
==45 В, t

и
==50 мкс, Q==lO,

Т
к==+25

0

С, не менее:

2Т9146А при Рвх==50 Вт .'

2Т9146Б при Рвх==32,5 Вт .

2Т9146В при Рвх==7 Вт .

Коэффициент усиления по мощности на частотах

'==1,45; 1,5; 1,55 rrц при И
п
==45 В, t

и
==50 мкс,

Q==10, Тк==+25 ос, не менее:

2Т9146А при Рвх==50 ВТ .

2Т9146Б при Рвх==32,5 Вт .

2Т9146В при Рвх==7 Вт. .

Коэффициент полезноrо действия коллектора на ча 

стотах f== 1,45; 1,5; 1,55 rrц при ИII
==45 В, t

и
==50 мкс,

Q==10, Т
к==+25 ос, не менее. . . . . . . . .

Обратный ток коллектора при ИкБ
==50 В, не более:

при Тк ==+25
0

С:
2Т9146А .

2Т9146Б .

2Т9146В . .,

при т
к==+ 125 и  60ос:

2Т9146А .

200 Вт

130 Вт

35 Вт

6 дБ
6 дБ
7 дБ

38 %

50 мА

33 мА

8 мА

85 мА
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2Т9146Б. . . . . . . . . .

2Т9146В. . . . . . . . . .

Обратный ток коллектор эмиттер при Uкэ==45 В,
не более:

при Тк==+25 ос:
2Т9146А. .

2Т9146Б. .

2Т9146В. .

при Т
к==+125 и  60ос:

2Т9146А
2Т9146Б
2Т9146В .

Обратный ток эмиттера при UэБ:;:=3 В, не более:

при Тк==+25 ос:
2Т9146А
2Т9146Б
2Т9146В

при Т
к==+125 и  60ос:

2Т9146А .

219146Б .

2Т9146В. . . . .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания. . . . .

Постоянное напряжение коллектор база. . . .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер. . .

Постоянное напряжение эмиттер база. .

Импульсный ток коллектора при tи ==50 мкс, Q== 10:
2Т9146А
2Т9146Б . . . . . . . . . . .

21"9146В . . . . . . . . . . .

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора'
при t

и
==50 мкс, Q== 10, TK=== 60...+85ос:

219146А
2Т9146Б . . . . . . . . . . .

219146В . . . . . . . . . . .

Тепловое сопротивление переход корпус в им 

пульсном режиме при t
и ==50 мкс, Q== 10, т

к
==

== 60...+85ос: .

2Т9146А
21"91461>
2Т9146В

Температура p nперехода .

Температура окружающей среды

60 мА
15 мА

70 мА
46 мА
12 мА

85 мА
60 мА
15 мА

60 мА
40 мА
10 мА

75 мА
50 мА
13 мА

45 В
5ОВ
45 В
3 В

19 А
13 А
3,3 А

380 Вт
260 Вт
65 Вт

0,3 ОС/Вт
O,55 OC/BT
1,8ОС/Вт
+200 ос
 60ос...т

к
==

==+125 ос

I
При Т

к>+85 ос импульсная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

Р В
Тп Тк

К. и. макс' т
R

'

r, и (п к)

rAe

Rr, и(п к)==1 +0,03 ( 1 0J;) ,jtи для 2Т9146А,
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Rr,и(п к)==I;; +0,072 (l ).y дЛЯ 2Т9146Б,

б ( 0,86 )Rr, И(П К)==Q
+0,23 1 

.уС}
.у/и дЛЯ 2Т91468.

Формулы справедливы при Рк, и, MaKc 520Вт дЛЯ 2T9146A, Рк , и, MaKC 
 390ВТ дЛЯ 2Т914ББ и Рк. и, MaKc lOOВт для 2Т9146В.

а. {ВК

а
к

LK

С4 С2

Эквивалентная схема замещения транзисторов:

2Т9146А: CK1 ==36 пФ, СК2
== 100 пФ, Ск,== 10 пФ, С,== 1000 пФ, C 1 == С!==4 пФ, C ==C4==

==210 пФ, L,==o,06 HrH, L}\==O, 12 HrH. LB ==0,7HrH, LB ==O,7HrH, и==0.5 HrH, L2==O,4 Hrll,
. L6==0,012 нrи, 6.R==O,u2 Ом, R6==0,u6 Ом, RK ==O,1 Ом;

219146Б: CK1 ==18 пФ, Ск2==50 пФ, Ск,==5 пФ, С ==500 пФ, С,==С2==4 пФ, Сз ==IО5 пФ,

С.==236 пФ, L,==0,12 HrH, L..I'':=O'3 HrH, L ==LJ!K==l/== ?HrH, L2==0,8 HrH, L6==0,03 HrH.

1K O,IОм, Rб О,I Ом, RK O,20'11.

2191468: С 1==4,5 пФ, CK2==12,5 пФ, С ,==1.25 пФ, C,==125 пФ, C 1 ==C2 ==4 пФ, Сз==27 пФ,

С.==58 пФ, 1,==0,3 IIrH, L
B,==L BK ==O,7 IIfH, и==О,9 HrH, L2== Il1rll, L6==0,1 Hrll,  R==O,jОм,

R6==0,3 Ом, R
K
==0,6 ОМ

200

,80

160

1411

120
 80 40 О 40 80

llK,

%

45

43

6,J It 1

39

Зависимости ИМflУЛЬСНОЙ BЫXOД 
ной мощности, коэффициента
усиления и коэффициента полез 

Horo действия коллектора от TeM 

пературы окружающей среды

Ку,Р,
.дБ

Э
40

8 38

36

7
34

32

6
ЗО

1,45 1,5 1.55
,f, rrU,

Зависимости коэффициента уси 
ления и коэффициента полезноrо

действия коллектора от частоты
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1Т9149А, 1Т91496

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарные структуры
п p пусилительные. Предназначены для применения в импульсных

усилителях мощности в диапазоне частот 2...2,3 rrц в схеме ОБ при

напряжении питания 28 В. Выпускаются в металлокерамическом
корпусе с ПО.l0СКОВЫМИ выводам"'. Тип прибора указывается на КОРПУСf'.
Масса транзистора не более 5,5 r.

'lТ91ЧЭ (А, Б)

4J
26.2 .1   1.

/(

t'I - -
э

Электрические параметры

Импульсная выходная мощность на частотах {==2;
2,15; 2,3 rrц при UII ===28 В, /"===300 мкс, Q===5,
Т

к ===+25 ос, не менее:

2Т9149А при Рвх ===7,5 Вт.
2Т9149Б при Р

ВХ
===3 ВТ. .

Коэффициент полезноrо действия на частотах {===2;
2,15; 2,3 rrц при U II

===28 В, t
и ===300 мкс, Q==5,

Т
к ===+25 ос, не менее:

2Т9149А при Рвх ===7,5 Вт .

2Т9149Б при Р
ВХ

===3 Вт. . . . .

Обратный ток коллектора при UКБ===45 В, не более:

при Тк===+25
0

С:
2Т9149А .

2Т9149Б. . . . .

при т
к ===+ 125 и  60ос':

2Т9149А
2Т9149Б .
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30 Вт

12 Вт

30 %
35 %

t 00 мА

50 мА

150 мА
100 мА



ОбратныЙ ток эмиттера при U ЭБ===2 В, не БОЛЕ'е:

при Тк==+25
0

С:

2Т9149А
2Т9149Б

при Тк==+125 и  60ос:

2Т9149А. . . . .

2Т9149Б .

50 мА
20 1\1 А

100 мА
40 мЛ

I
При TK== 60ос UкБ==40 В.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания. . . .

Постояниое напряжение коллектор база I
.

Постоянное напряжение эмиттер база.

Импульсный ток коллектора при t и ==300 мкс, Q==5:
2Т9149А . . . . . . . . . . . . . .

2Т9149Б '. . . . . . . . . . . . . .

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора
2
при

tи===300 мкс, Q==5, Тк== +60 ос:
2Т9149А . .

2Т9149Б
Тепловое сопротивление переход корпус в им 

ПyJIьсном режиме
3

:

2Т9149А
2Т9149Б

Температура p nперехода .

Температура окружающей среды

28 &
45 В

2 В

4,5 А

2,1 А

100 Вт

56 Вт

1,25 ОС/Вт

2,22 ОС/Вт

+ 185 ос

 60ос...тк==
==+125 ос

I
При изменении ТК от +25 до  60ос UКБ,

макс

снижается линейно

до 40 В.
2
При Тк>+60 ос импульсная рассеиваемая мощность Ij:оллектора

определяется из выражения

185 T
к

Рк, и, макс'
Вт==

R
.

.

Т, и(п к)
3
При Т >+60 ос Rr и(п к\

возрастает линейно до 1,4 ОС/Вт дЛЯ

2Т9149А и д 2,5 ОС/Вт для 2Т9 49Б при Т
к==+125

0 с.

Расстояние от корпуса до начала изrиба вывода не мен.ее 3 мм.

При монтаже транзисторов в микрополосковые линии разрешается обре 
зать полосковые выводы на расстоянии не менее 3 мм от корпуса, а также

формовать выводы транзистора на расстоянии не менее 1 мм от корпуса.
. При этом усилие не должно передаваться на место соединения вывода с

Корпусом. Температура корпуса транзистора при пайке не должна

превышать + 150 ос; при этом допускается пайка на расстоянии 1 мм от

корпуса, время пайки не более 3 с.

Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее

3 мм, температура припоя +260 ос. время пайки не более 3 с.

Допускается пайка фланца корпуса транзистора к теплоотводу
при  мпературепайки + 150 ос, время пайки 1 мин.
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Допускается нспользовать транзистор в режиме с I H ДО 500 мкс И

Q==5, при этом значение Р
к и макс не должно превышать 65 ВТ для

2Т9149А и 25 Вт дЛЯ 2Т9149Б при Т
к==+60 ос.

Допускается использовать транзистор в непрерывном реЖиме:

при этом значение Р
к, ср макс не должно превышать 35 ВТ ДЛЯ

2Т9149А и 20 Вт дЛЯ 2Т9149Б при Т
к ==+60 ос.

'

При Т
к ==+60...+ 125 ос средняя рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

Р Вт==
150 TK

К, ср, макс'
Rт(п к)

RT(JJ 'K) увеличивается линейно от 2,6 ОС/Вт при Тк ==+60 ос дО

3,12 ОС/Вт при Т
к==+ 125 ос дЛЯ 2Т9149А и соответственно от 4,5 до

5,4 ОС/Вт для 2Т9149Б.

С1

L1 [2 LJ rl ZЭ
Э

rJ

С5 &6

ь

r2 Lq. L5
1<

Б

Эквивалентная схема замещения транзистора в активном реЖИМf>:
2Т9149А. LI L5 0,:З5HfH при l 2мм, L2 0,06HfH, L3 0,08HfH, и 0,4HfH, Lб 
 O,19пrи резонанс выходноrо контура при иJ(Б 28в на частоте { 2ffц, L7 0,018HfH,
CI 19пФ, 'Cz 3.7пФ. C. 364пФ, C5 C7 3,1пФ, Сб 65пФ, СII С2+СЗ+СI 42пФ

при иКБ 28В, ,l O,12Ом, ,2 O,015Ом, rз о,оtlОм:
21'9149&: L1 L5 O,35HrH при l 2мм, L2==0,3 иfи, L3 0,2иfн, и 1,5HfH, Lб 

 O,55HrH резонанс выходноrо контура при иКIi 28В на {==1,85 ffц, L7 O,036HfH,
C, 4,2пФ, Cz 2,1пФ, C5 C7 3,1пФ, C. 23пФ, Сб == 130 пФ, CK C2+C5+CI 15 пФ

!три UкБ==28 В, rJ O,35Ом, ,2 O,042Ом, r3 O,I:tОм

Ps.,Jf.1f . вт Раых, и , ВТ

ЧQ 20

J8 18

35 16

34- 14-
+50 ос

З2
+6ffc

12

ЗО !о
2 2,Т5 2,3 2 2,15 2,J

f, rщ f, rru,

Зависимости нмпульсной ВblХОД ,
ной мощности от чаСТОТbl

Зависимости импульсной ВblХОД 
ной мощности от частоты
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Электрические параметры

Статический коэффицнент передачи тока в схеме ОЗ

при U
кБ==5 В, /э==50 мА:

при тк== +25 и +85 ос:
КТ9143А, КТ9143В, не менее.

КТ9143Б.
прн T== 60ос:

.

КТ9143А, КТ9143В, не менее.

КТ9143Б. . . . . . . . . . . . .

rраничная частота "рн UКБ
== 10 В, /э==50 мА, не Me 

нее:

КТ9143А, КТ9143Б .

КТ9143В . . . . . . . . . . . . . .

Емкость коллекторноrо перехода при UКБ== 10 В, не
более:

КТ9143А, КТ9143Б .

КТ9143В . . . . . . . . . . . . . .

Обратный ток коллектор эмиттер при U
кэ

==50 В,
Rбэ==1 кОм, не более:

тк==+25 ос .

тк==+85 ос .

ТранзистоРЫ p п p

К19143А, КТ91436,

КТ9143В

Траизисторы кремниевые
эпнтакснально-планарные CTPYK 
туры p n pусилительные. Пред 
назначены для применения в вы-

ходных каскадах усилителей
мощности. Выпускаются в MeTak

JlИческом корпусе с rибкими

выводами и стеклянными изоля-

торами. Тип прибора указывает 
ся на корпусе. Масса транзисто 

ра не более 2 r.

KT91l#J (A B)

,

е5.8*
.

Ii14.95

!
IQ

t

II
">

li
00,5

20
20...60

10
10...60

1,5 rrц
1 rrц

3 пФ
4 пФ

1 мА
2 мА
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Предельиые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор . база. 75 В
Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
R бэ== 1 кОм.

Постоянное напряжение эмиттер база.
П ОСТОянныи ток коллектора .

65 В
3 В
100 мА

Импульсный ток коллектора при lн==500 мкс, Q==100
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 1:

Тк== БО...+25ос .

Т
к==+85

0

С.

Температура p n перехода

Температура окружающей среды

300 мА

3 Вт

1,5 Вт

+ 150 ос

 60"с...тк==
== +85 ос

I

При изменении Т к от +25 до +85 ос Рк . макс уменьшается
линейно.

Раздел восьмой

Сборки транзисторов
KTJ!7*A C z

  .
3.2

1

h21э/hZ13 50мА

0,8

0,5

а4-

0,'1.

о 4.(J 80 120 !БО Iэ ,
нА

Транзисторы п p п

КТ3174АС-2
Сборка из двух кремниевых

эпитаксиально планарныхCTPYK 
туры п p nуСилительных TpaH 
зисторов. Предназначена для

применения в широкополосных

дифференциальных усилителях,
сумматорах, компараторах, CMe 

сителях, балансных усилителях.
Бескорпуснь ,на кристаллодер 
жателе, с rибкими выводами.
Тип прибора укаЗblвается на

rрупповой таре. Масса транзи 
стора не более 0,094 [.

160

Зависимость статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

эмиттера

 f
J

Б2

C'..I 32

Ii")"

ВТ

Бl

110PKlJp080'fHOR mO'fKa (кЛЮ'I)
9.5



 чесК81еаараметры

..кОЭФФJЩиент шума на частоте {== 100 мrц при

Vюr--513, /э==3 мА, r Rн==50 Ом. . . . . .

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЗ

при UкБ==5 В, /Э==3 мА:

Т==+25 ос . . .

Т==+ 125 ос, не менее

T== 60ос, не менее.

Отиошение статических коэффициентов передачи TO 

ка в схеме ОЗ при UкБ==5 В, /Э==3 мА. . . . . .

Абсолютная разность прямых падений напряжений
база ЭМtlТтер пр!" UкБ==5 В, /Э==3 мА, не более. .

Емкость кОллекторноrо перехода при UкБ==5 В, типо 

вое значение .

Емкость эмиттерноrо перехода при UЭБ==О, типовое

зtl8чеtlие .'. . .

Обратный ток коллектора пр и U
КБ==

1 О В, не более

Т==+25 и  60ОС. . . . . . . . . . .

T==+125 ос .

 ныйток эмиттера при UЭБ== 1 В, не более:

Т==+25 и  60ос .

 ;::=+125 ос .

ПреДeJIьные эксплуатационные данные

lIocтвиииое напряжение коллектор база .

lIoeтoиииое.вапряжение эмиттер база.

,Постоянньrй ток коллектора. . . . . . . . .

.I.IoC'roянная рассеиваемая мощность коллектора
I

при
 =-.......БО...+75 ос .

1.1eмuepaтypa p nперехода .

сопротивление переход среда
 aтypaокружающей среды. . .

1,2* ...1 ,8* ...3 дБ

80...160* ...270*
80
40

0,8...1

10 мВ

0,64* пФ

0,7* пФ

1 мкА
20 мКА

20 мкА
200 мкА

IOB
1 В

7,5 мА

150 мВт

+150 ос
400 ОС/Вт
 60...+125 ос

I

При Т>+75 ос Рк.
макс

снижается линейно до 60 мВт при

T==+125 ос.

Расстояние от кристаллодержателя до места пайки не менее

'2 мм, температура пайки не выше +265 ос, время пайки не более

4 с. Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 1 мм от

кристаллодержателя при условии обеспечения надежноrо теплоотво 

да; при этом следует пользоваться серебряно индиеВbIМИ или дpy 
rими припоями, не приводящими к возникновению интерметалли 
ческих соеДИf{ений. Температура пайки не ВbIше +260 ос, время
П8Йки не более 3 с.

Допускается однократный изrиб выводов с радиусом закруrле 

" яне Mef{ee 1,5 мм на расстоянии не менее 1 мм от кристаллодержа 
теля.

6 В. М. Петухов 161



К.,д6 frp ,rrц

6

20

Т8

16

Т4

12

ТО
О

J

2

Лк&-58

f-lOонrц
Rr-RH-500H

2 *' 6 8 [з.нА

4

2
О 2 4- 6lэ ,мА

Зависимости коэффициента шу 
ма и коэффициента усиления от

тока эмиттера

Зависимость rраничной частоты
от тока эмиттера

КТ985АС

Сборка из двух кремниевых эпитаксиально планарныхструктуры

п p пreHepaTopHblX транзисторов. Предназначена для применения

в двухтактных широкополосных усилителях мощности в диапазоне частот

220...400 мrц при напряжении питания 28 В. Выпускается в MeTak

локерамическом корпусе с полосковыми выводами. Сборка содержит
внутренние соrласующие LС-звенья для каждоrо транзистора. Тип сбор-
ки указывается на корпусе. Масса сборки не более 10 r.

о)
 -

C'I
It) ro-;

C'I
"-о:'

.....

....-

!О

2J

J.2

162



Электрические параме.тры

выходная мощность в двухтактной схеме на час те
f===400Мfц прн ио

==28 В, Рвх==35,7 Вт, Т
к==+40 С,

ие менее .
............

u'

Коэффициент уснления по мощности в двухтактнои

схеме на частоте {==400 мrц при И0==28 В, Рвых==

== 125 Вт, Тк==+40 ос .

Коэффнциент полезноrо действия в двухтактной cxe 

ме иа частоте {==4ОО мrц при И0==28 В, Рвых==
== 125 Вт, Т

к==+40 ОС. . . . . . . . . . .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при Uкэ
==50 В, 1 к==4 А, {==зоо мrц .

КритнчесlOfЙ ток при Икэ
== 10 В, {==ЗОО мrц .

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой

частоте при UКБ
== 10 В, lэ==0,5 ,{==5 мrц.

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ ==28 В

Обратный ток коллектор эмиттер при И
кэ

==50 В,
R6'== 10 Ом, не более. . . . . . . . . . .

Обратный ток эмиттера при ИэБ==4 В, не более.

кевн коллекторной цепи при изменении фазы коэф 
фициеита отра ениянаrрузки в пределах 0...360°

при U0== 24 В, {==400 мrц, тк== +40 ОС при KpaTKO 
временной работе (3 с) и уровне выходной мощности
на соrласованную наrрузку не более 80 Вт, не более

Предельные эксплуатацнонные данные

Постоянное напряжение питания .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при
Rб,== 10 Ом. . . . . . . . . . .

Постоянное напряжение эмиттер база. .

'.

Постоянный ток коллектора. . . . . . .

Постояниая рассеиваемая мощность коллектора
I

при
ТK +40 ОС. . . . . . .'. . . . . . . .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в дина 
мическом режиме

2
при ТK +40ОС. . . . . . .

Температура p nперехода . . . . . .

Тепловое сопротивление переход корпус. . . .

Тепловое сопротивление переход корпус в динами 
ческом режиме.

Температура окружающей среды .

125 Вт

3,5* ...5,6*...7,4
*

50...61 * ...65,5* %

2,2...3,6* ...6,4*
26* ...37*.. .45* А

10*...14*...21* пс

160* ...195*...

...270 пФ

120 мА

60 мА

10*

28 В

50 В

4В

17 А

105 Вт

185 Вт

+160°С
1,05 ОС/Вт

0,65 ОС/Вт
 60Ос....Т

к
==

==+85 ос

I

При Тк>+40 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора
определяется из выражения

р В
160 TK

К. макс' T 

1,05
2

При Т
к>+40 ос

р в 160 TK
К. ер. макс' T 

0,65
6*
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62

О. 511ТII

Электрическая схема транзистор-

ной сборки КТ985АС

f...,. . Вт 'к,% F...,x. Вт "к ,%

/20

/00 100

80 80 80 80

60 60 60 60

lIIJ 40 40 1,0

2D 20 20 20

"- 8 12 ,6 20 Ра.. Вт * 8 ,2 ,6 20 Ре.. Вт

Зависимости выходиой мощиости
и коэффициеита полезноrо дей 
ствия коллектора от входной

мощности

Зависимости выходиой мощно 
сти И коэффициента полезноrо

действия коллектора от входиой

мощиости

1C'''tAC

Сборка из двух кремниевых эпнтаксиальио планарных структуры

n p nreHepaTopHblx траизисторов. Предназначеиа для применеция в

двухтактных широкополосиых усилителях мощиости В схеме ОБ в по 

лосе частот 350...700 мrц при напряжении питания 28 В. Выпуска-
ется в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип

прибора указывается иа корпусе. Масса траизистора не более 10 r.
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/б,б

Электрические параметры

Выходная мощность в двухтактной С'лt:Мt на Чi1L[оrt:

{==700 мrц при ип==28 В, Рвх==9,2 Вт, TK +40ос,
не 'менее .

Коэффициент усиления по мощности в двухтактной
схеме иа частоте f==700 мrц при И

п
==28 В,

Рвых==55 Вт, TK +40ос. . . . . . . . . .

Коэффициент полезноrо действия коллектора в ДBYX 
тактиой схеме на частоте f==700 мrц при И[J==28 В,
Рвых==55 Вт, TK +40ос .

Модуль коэффициента передачи тоКа на высокой
частоте при UКЭ

== 10 В, l к==3 А, f==300 мrц .

Критический ток при И
кэ

== 1 О В, f==300 мrц .

Постояиная времени цепи обратной связи при lJ
КБ==

==5В,/э==1 А. . . . . . . .

Емкость коллекторноrо перехода при UКБ==28 В. .

Обратный ток коллектора при И
кБ==50 В, не более

Обратный ток эмиттера при ИэБ==4 В, не более. . .

КСВН коллекторной цепи при изменении фазы коэф 
фициента отражения в пределах 0...3600 при  I==
== 8В, f==500 мrц, тK +50ос при KpaTKOBpeMeH 
нои работе (3 с) и уровне выходной мощности на

соrласованной наrрузке 45 Вт, не более.

55 Вт

6...8*...10*

50...58*...65* %

1,8.. .2,2*.. .2,5*

7*...8* ...9* А

4,6*...6*...6,8* пс

49*...52*...73 пФ
50 мА
20 мА

10*

Предельиые эксплуатациоииые даиные

Постоянное напряжение питания. . . . 29 В
Постоянное напряжение коллектор база. 50 В
Постоянное напряжение эмиттер база. 4 В
ПОстоянный ток коллектора. . . . . 3,75 А
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Постоянная рассеиваемая мощность коллектора' при
тK +40ОС.

Температура p пперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус.

Температура окружающей среды .

67,5 Вт
+175°С
2 ОС/Вт
 60ОС...тк==
==+ 125 ос

I

При Тк>+40 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

в
175 TK

Рк. макс'
T

2
.

Р."'Х t ВТ 'к ,,"0

Yn.28 В КТ991АС

50 .t-7III11fiJ
Р...Х

80 IИJ 80

JO 60 30 60

20 *0 20 40

10 20 10 20

2 4. 6. 8 10

РО ' ВТ

Зависимости выходной мощности
11 коэффициента полезноrо дей 
с II\IIЯ коллектора от входной

мощности

/(Т91ОlАС

1l,Ч

L  j
.::t- C>.I

t:::  '

2,1

16,6
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Вт

Зависимости выходной мощно 

сти И коэффициента полезноrо

действия коллектора от входной

мощности

КТ9101АС

Сборка из двух кремниевых
эпитаксиально планарныхCTPYK 

туры п p пreHepaTopHblx транзи 

сторов. Предназначена для при 
менения в двухтактных широко 

полосных усилителях мощности и

reHepaTopax в схеме ОБ в полосе

частот 350...700 мrц при напря.
жении питания 28 В. Выпускает 
ся в металлокерамическом KOp 

пусе' с полосковыми выводами.

Тип прибора указывается на KOp 

пусе. Масса сборки не более 7 r.



Электрические параметры

Выходная мощность в двухтактной схеме на частоте

{==700 мrц при U
п
==28 В, Рвх==28,5 Вт, TK +40ОС,

не менее .

Коэффициент усиления по мощности в двухтактной
схеме на частоте {== 700 мrц при Ип==28 В, Рвых==
== 100 Вт, TK +40ос

Коэффициент полезноrо действия в двухтактной
схеме на частоте {==700 мrц при И

п
==28 В, Рвых==

==100 Вт, TK +40ос .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой ча 

стоте при Uкэ==
10 В, /к==5 А, {== 100 мrц. . . .

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой

частоте при U-KB==5 В, /э==0,5 А, {==5 мrц .

Емкость коллекторноrо перехода при UкБ==28 В .

Обратный ток коллектора при U
кБ==50 В, не более

Обратный ток эмиттера при UЭБ==4 В, не более. . .

КСВН коллекторной цепи при изменении фазы KO 

эффициента отражения в пределах 0...3600 при
U

п
==24 В, {==500 мrц, TK +50ос при KpaTKOBpe 

мениой работе (3 с) и уровне выходной мощности
на соrласованной наrрузке 60 Вт, не более.

Предельные. эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания . .

Постоянное напряжение коллектор база .

Постоянное напряжение эмиттер база.
Постоянный ток коллектора 1. . . . . . . . .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в дина 
мическом режиме

2

при Тк==+40 ОС. . " ..

Температура p nперехода . . . . . .

Тепловое сопротивление переход корпус
Температура окружающей среды

.

100 Вт

3,5. ..16,5

50...53,8*...58* %

3,5.. .6,5* ...7 ,3*

4,4*. .8,8*...45* пс

100*...102*...

...150 пФ
80 мА

30 мА

10*

29 В

50 В
4 В

7А

128 Вт

+ 190 ос

1,15 ОС/Вт
 45ос...Тк==
== +85 ос

I
Значение J к макс указано для одноrо транзистора.2
При Тк>+40 ос средняя рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения
'

р в 190 TK
К, ер, макс'

T 

1,15

и
Э/

L2 [6

ПРинщшиальная электри 
ческав схема tранзистор ной сборки КТ91О1АС:
L1=<L3==о,б HrH, L2'='L4==
==0.28 н[н, L5==4,5 HrH, L6==
==L7==I,25 HrH, Cl==C2==230 пФ

[З

82

ю

/(2
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.

20

015 zo 25 l/n, В

Зависимость выходной мощности
от напряжения питания

КТ91О5А С

18.9

1,9 J.3 J,J

25

/(у,Р . дБ

УП
= 288

PeIoIX
= 100 ВТ

'1... oj.,

/(Т9101АС

12

10

8

6

400 *50 500 550 БОО J,I1!iJ,

Зависимости коэффициента уси 
ления и коэффициента полезноrо

действия коллектора от частоты

КТ9105АС

Сборка из двух кремниевых

эпитаксиально планарныхCTPYK 

туры п p пreHepaTopHbIx транзи,

сторов. Предназначена для при 

менения в двухтактных широко 

полосных усилителях мощности и

reHepaTopax в схеме аз в диапа 

зоне частот 100...500 мrц при Ha 

пряжении питания 28 В. Выпу 
скается в металлокерамическом

корпусе с ПOJ\осковыми BЫBoдa 

ми. Тип прибора указывается на

корпусе. Масса сборки не более
10 r.

Электрические параметры

Выходная мощность в двухтактной схеме на частоте

f==500 мrц при Uп ==28 В, Рвх==33'3 Вт, TK +40ОС,
не менее . 100 Вт

Коэффициент усиления по мощности в двухтактной
схеме на частоте f==500 мr'ц при ИП ==28 В, Рвых==
== 100 Вт, TK +40ОС. . . . . . . 3...4,4*...5,4*
Коэффициент полезноrо действия в двухтактной cxe 

ме на частоте f==500 мrц при Ип ==28 В, Рвых== 100 Вт,
T

k <+40 ос 50...61*...71,4* %
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".модуль коэффициента передачи тока на высокой

частОте при Uкэ==10 В, /к==5 А, {==300 мrц

Крllтический ток при Uкэ
== 10 В, {==300 мrц .

Лостоянная времени цепи обратной связи на BЫ 

сокой частоте при UкБ==5 В, /э==0,5 А, f==5 мrц .

EMКO Tb,коллекторноrо перехода при UкБ==28 В .

Обратный ток коллектор эмиттер при U
кэ

==50 В,

RБэ==l О Ом .

Обрar нЫЙток эмиттера при UэБ ==4 В, не более

КСВН коллекторной цепи при изменении фазы коэф 

фициента отражения наrрузки в пределах 0...3600

при Uп
==24 В, {==500 мrц, TK +50ос при KpaTKO 

временном рассоrласовании (до 3 с) и уровне BЫ 

ходной моuцности на соrласованной наrрузке не бо 

лее 60 Вт, не более .

Разность коллекторных токов транзисторов в сборке
на частоте f==500 Mrn при U

п ==28 В, Рвых
==100 Вт,

TK +40ОС, не более "

2,2...3,5* ...3,9*

27*...3 *...38* А

4*...4,8*...12* пс

130* ...150* ...

...240* пФ

0,1
* ...23* ..:120 мА

60 мА

10*

1,2 А

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания .

28 А

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

R69== 10 Ом. . . . . .

Постоянное напряжение эмиттер база.

Постоянный ток коллектора .

Средняя рассеиваемая MOUЦHOCTb коллектора в ди 

намическом режиме
l
при TK +40ос. . .

Температура p пперехода .

Тепловое сопротивление переход корпус

Температура окружаюuцей среды .

50 В

4 В
16 А

133 Вт

+ 160 ос

0,9 ОС/Вт
 45ос...Тк==
==+85 ос

160 Т
к

РК.  p,макс' Вт==
or

.

I
При Т

К > +40 ос средняя рассеиваемая мощность КО,1,1ектора оп 

ределяется из выражения

Принципиальная электрическая схема

транзисторной сборки КТ9105АС:

L61 O,47н!'н. L-б2 о,5HrlI, LK I HI'H, Lэ 
 O,17пrн, C 440пФ

L K

L!

3

Lэ

( к
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I<lJ,р,дБ llK''/:
I<Т9!О5АС

80
f-500мrц Рвых

100 ,0 8

80 8 6 60

60 fj 4

"'о 1
Uп=288

404
f'вwx -1008т

20 2
'S 20 25 Uп .8 100 200 JOO 400

f,Нщ ' 1

Зависимости выходной мощности Зависимости коэффициента уси 
и коэффициента усиления от Ha ления и коэффициента полезноrо

пряжения питания действия коллектора от частоты

1Т9115АС

Сборка из двух кремниевых эпитаксиально планарныхструктуры
n p nreHepaTopHblx транзисторов. Предназначена для применения в

двухтактных широкополосных усилителях мощности и reHepaTopax
в диапазоне частот 100...500 мrц в схеме аз при напряже 
нии питаl;lИЯ 28 В. Выпускается в металлокерамическом корпусе
с полосковыми выводами. Тип сборки указывается на корпусе.
Масса сборки не более 10 r.

2 Т9!25АС

2 от6. 93.2.

о)
......'

10

23

J.l

:::::

Электрические параметры
Выходная мощность в двухтактной схеме на частоте

{==500 мrц при U
п ==28 В. Рвх

== 12.5 Вт, TK +40ос.
не менее

. 50 Вт
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Коэффициент усиления по мощности в двухтактной

схеме иа частоте /==500 мrц при Ип
==28 В, Рвых==

 50Вт, TK +40ос .

4...7,2*...9,8*

Коэффициент полезноrо действиЯ в двухтактной cxe 

ме на частоте /==500 мrц при Ип==28 В, Рвых==

 50Вт, ТK +40ос .

. 50...55,2*...70* %

Статический коэффициент передачи тока в схеме

оэ при Икэ==5 В, /к==0,5 А, не более. . ., 110

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при ИКЭ== 10 В, /к==3 А, /==300 мrц. . . . 2,2...3*...4,9*

rраиИЧИое иапряжение при /э==50 мА, не менее
' 30* В

Критический ток при Икэ==10 В, /==300 мrц . 6* ..9,6*...13* А

Постоянная времени цепи обратной связи на BЫCO 

кой частоте при ИкБ==5 В, /э==0,5 А, /==5 мrц.. . . 3*...4,9*...20* пс

ЕмкостЬ коллекторноrо перехода при ИкБ==28
В 40*...41,8*...70 пФ

Обратиый ток коллектор эммитер при Икэ==55 В,

.

R6,== 10 Ом, не более .

Обратиый ток эмиттера при ИэБ
==4 В, не более

Разность коллекторных токов в сборке иа частоте

1==500 мrц при И
п
==28 В, рвых==50 Вт, TK +40 ОС,

не более. . . . . . . . . . . . . . . .

КСВН при всех фазах коэффициента отражения при
Uп ==28 В, TK +50ос при кратковременном pacco 

rласовании (3 с) и уровне выходной мощности на

соrласованной наrрузке не более 30 и 45 Вт на

частотах 100 и 400 мrц соответственно, не более

Предельиые эксплуатациоииые даниые

Постоянное напряжение питания .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

Rбэ == 10 Ом

Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора .'. . . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
1

при

TK +40ос . . . . . . . . . . . . . .

Средияя рассеиваемая мощность коллектора в ди 

намическом режиме
2

при TK +80ОС. . . . .

Температура p nперехода . . . . . . .

Тепловое сопротивление переход корпус .

Тепловое сопротивление переход корпус в дина-

мическом режиме .

Температура окружающей среды .

60 мА

30 мА

0,5 А

10*

28 В

55 В

4 В
4 А

60 Вт

64 Вт

+ 160 ос

2 ОС/Вт

1,25 ОС/Вт
 60ос...Тк==
==+ 125 ос

I

При Тк>+40 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

р Вт==
160 TK

К. макс,
2

2
При Тк>+80 ос

160 Тк

Рк . ер. макс, Вт::=:
1,25
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lHrH

OJ5HrH

о, 75HrH

1HrH

1Т9118АС

Принципиальная электриче 
екая схема транзисторной

сборки 2Т9125АС

Сборка из двух кремниевых эпитаксиально планарных структуры
п p пreHepaTopHbIx транзисторов. Предназначена для применения
в двухтактных усилителях мощности в диапазоне частот 100...200 мrц в

схеме ОЭ при напряжении питания 28 В. Выпускается в металло 

керамическом корпусе с полосковыми выводами. Сборка содержит
ВНУ1 реlШИl' цени С()I'лаСОВdIlИЯ по входу. Тин при60ра указывается
на корпусе. Масса сборки не более 10 r.

2 Т9 72ВА С

2 от8. flJJ.2

о)
""

It')
C'\I

1'0;)-

"-

то

2]

8

Электрические параметры
Выходная мощность в двухтактной схеме на часто 

те f===175 мrц при U
п ===28 В, Т

к ===+40 ОС, не менее 2ОО ВТ
Коэффициент усиления по мощности в двухтактной
схеме на частоте f==175 мrц при U

п
==28 В, Рвых==

===200 Вт, т
к
== +40 ОС, не менее . 5,5
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Коэффициент полезноrо действия в двухтактной cxe 

ме на частоте f== 175 мrц при И
п
==28 В, Рвых ==

==200 Вт, Тк==+40 ОС, не менее.

СтатическИЙ коэффициент передачи тока в схеме

оэ пр" Икэ==5 В, Iк ==500 мА, не более. . . . .

Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при Икэ==10 В, Iк ==5 А, f==100 мrц,

не менее. .

критический ток при Икэ
== 10 В, f== 1оомrц, не менее

Постоянная времени цепи обратной связи на BЫCO 

кой частоте при ИкБ==5 В, lэ==0,5 А, f==5 мrц,

ие более.. ....
. .

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ==28 В,

не более. .. ..,
.'

Емкость эмиттерноrо перехода при иэБ==о, не более

Обратный ток коллектор эмиттер при Икэ==50 В,

Rбэ== 10 Ом, 'не более .

Обратный ток эмиттера при ИЭБ==4 В, не более.

Ра3НОС1"Ь коллекторных токов в сборке при Ип
==

==28 В, Рвых==2ОО Вт, f== 175 мrц, не более. ..

КС8Н при изменении фазы коэффициента OTpa 
 женияиаrрузки в пределах 0...360

о

при Ип==24 В,
Тк==+50 ос при кратковременном рассоrласовании

(3 с) и уровне выходной мощности на соrласован 

НОЙ паrрузке не более 110 Вт на частоте f==2OO мrц

и не более 100 Вт на частоте f== 100 мrц, не более 5*

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания .

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

Rб,== 1 О Ом. . . . . . . . . . .

Постоянное напряжение база эмиттер.
Постоянный ток коллектора. . . . . . . . .

,Постоянная рассеиваемая мощность коллектора! при

TK +50ос ... . . . . . . . . . . .

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в дина 

мическом режиме
2
при TK +50ОС. . . . . .

Температура p nперехода . . . . . . .

Тепловое сопротивление переход корпус. . . .

Тепловое сопротивление переход корпус в динами 

ческом режиме .

Темп"ература окружающей среды .

1

При Тк>+50 ос постоянная рассеиваемая

тора определяется из выражения

16O Тк
РК, макс'

Вт==

2
П риТк>+50 ос

1 ЬО Тк
РК , ср. макс'

Вт==
(),6l"

60%

100

2
12 А

30 пс

430 пФ
4300 пФ

100 мА

80 мА

1 А

28 В

50 В
4 В
18 А

115 Вт

180 Вт

+ 160 ос

0,96 ОС/Вт

0,61 ОС/Вт
 60ос...Тк==
==+125 ос

мощность коллек 
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fHrH

о. 15H{if

D, 15HIН

ТнТн

Принципиальная электриче 
ская схема транзисторной

сборки 2T9128AC

90

20 22 24. 26 lIп , 8

Зависимости' выходной мощно 
сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия

коллектора от напряжения пита 
lfИя

1Т9131АС

2 T9TJ2A С
lf,ч.

=
2J,2

к Б

.;:t t'-.I
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Сборка из двух кремниевых

эпитаксиально планарныхCTPYK 
туры n p nreHepaTopHblx транзи 
сторов. Предназначена для при 
менения в двухтактных широко 

полосных усилителях и reHepa 
торах в полосе частот 350...
700 мrц в схеме ОБ при Ha 

пряжении питания 30 В. Выпу 
скается в металлокерамицеском
корпусе с полосковыми BЫBoдa 
ми. Сборка содержит внутренние
цепи соrласования по входу.
Тип прибора указывается на KOp 

пусе. Масса сборки не более

7 r.



Электрические параметры

выходная мощность в двухтактной схеме на частоте

{==650 Mru при и
п ==З0 В, TK +60ос, не меиее 140 Вт

Коэффициент уснления по мощности в двухтактной
схеме на частоте f==650 Mru при U

П
==ЗО В, Рвых==

==140 ,Вт, TK +600C,не менее. .,. 3,5

Коэффицнент полезноrо действия в двухтактной cxe 

ме на. частоте f==650 Mru при и
п ==З0 В, Рвых==

==140 Вт, TK +60ос, не менее. ...... 55 %

Модуль коэффнциента передачи тока на высокой

часТОте при Uкэ== 10 В, Iк ==-5 А, f== 100 мrц, не менее 3,2

КРИТ}JЧеский ток для каждоrо транзистора при

Uкэ===IОВ,f==l00мrц,неменее. . . . lЗ-А

Разность токов эмиттера в сборке. не более. . . . 1.5 А

Постоянная времени цепи обратной связи на BЫCO 

кой частоте при UкБ==-5 В. lэ==5 А, f==5 мrц,

не более .

Емкость коллекторноrо перехода при uкБ ==з0 В,

не более .
170 пФ

Обратный ток коллектора при UкБ ==50 В, не более 150 мА

Обратный ток эмиттера при UэБ==4 В, не более. 75 мА

При м е ч а н и е. Для IкБо , /ЭБО приведены суммарные

двух параллельно ВlUlюченных транзисторов.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания. . . . 31 В

Постоянное напряжение коллектор
.. база . 50 В

Постоянное напряжение эмиттер база. . . . 4 В

Постояниый ток коллектора для двух транзисторов 11.2 А

Импульсный ток коллектора для двух транзисторов

при t
и==250 мкс, Q== 10 .

Импульсная рассеиваемая мощность коллекторов

при tи==250 мкс, Q== 10. ТK + 105 ос .

Средняя рассеиваемая мощность коллекторов в ди 

 амнческомрежиме
l
при TK== 60°Cv.+60 ос. .

Температура p nперехода . '. .

Температура окружающей среды

20 пс

значения

22 А

220 Вт

163 Вт

+ 190 ос

 60ос... Тк==

==+125 ос

I

При Т
к>+60 ос средняя рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

р 190 TK
К, ср. макс' Вт==-

0,6Hrн 0,19HrH 1, 25Hrн

92

кт
31

o,6HrH
1<2

Прннципиальная электрическая схема транзисторной сборки 2T9132AC
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120

ТОО

80

22 24 25 28 ип. В

Зависимости выходной мощности
от напряжения питания

Ку,р к,'10

'ТlK 2T9TJ2AC
б 60

5

q. 40
Реых-Т4ОВт

J

2 20

350 525 700
.f, иrll,

Зависимости коэффициента уси 
ления и коэффициента полезно 

ro действия коллектора от часто 

ты

1Т9134А, 1Т9134&
Сборка из двух кремниевых эпитаксиально планарныхструктуры

n-p n reHepaTopHblx транзисторов. Предназначена для применения в

усилителях мощности и reHepaTopax в схеме ОБ в диапазоне
частот 0,6...1,5 rrц при напряжении питания 45 В. Каждый
транзистор содержит внутренние соrласующие цепи. Выпускается в

металлокерамическом корпусе с полосковыми вwводами. Тип сборки
указывается на корпусе. Масса сборки не более 25 r.

17 17

;1,:< !I 1.......... ........... 1

"l

It;)

"'"-

с.а

1(
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Электрические параметры

'Импульсtfая выходная МОЩНОСТЬ в двухтактной cxe 

,.e1Ja част е.f==1,5rrц при Uп ==45 В, tи==lO мкс,

Q== 100, TK +25ос, не менее:

2Т9134А при Р
вх ==25О Вт .

Р
вх
== 125 Вт.

219134& при Рвх==200 Вт .

Р
вх
==IОО Вт .

Коэффициент уснлення по мощности в двухтактной
,схеме на частоте '== 1,5 rrц прн U"==45 В, tИ == 1 О мкс,

Q==loo, TK +25ос, не менее:

219134А при Р
вх ==250 Вт .

Р
вх

== 125 Вт.

219134& при Р
вх
==200 Вт

РВХ== 100 Вт

Коэффициент полезноrо действия в двухтактной
схеме на частоте '== 1,5 rrц при U11== 45 В, tИ== 1 О M C,

Q== 100, ТK +25ос, не менее.

Обратный ток коллектора при UкБ==50 В, не более:

Тк==+25 ос .

т
к==+ 125 и  60ос .

Обратный ток коллектор эмиттер при Uкэ==45 В,

ае более:
при Т

к
== +25 ос:

2Т9134А
2Т9134Б .

при Т
к==+125 и  60ос:

2Т9134А .

2Т9134Б. . . . . . . .

Обратный ток эмиттера при UэБ==3 В, не более:

Тк==+25 ос
Т
к==+125 и  60ос .

1 000 Вт

550 Вт

800 Вт

440 Вт

.6 дБ

. 6,4 дБ

6 дБ

6,4 дБ

30 %

120 мА
180 мА

160 мА
120 мА

200 мА
150 мА

120 мА
180 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база. 50 В
Постоянное напряжение эмиттер база. . .. 3 В

Импульсный ток коллектора при tИ
== 1 О мкс, Q== 100:

2Т9134А 78 А

2Т9134Б . . . . . . . . . . . . . 63 А

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора! при

(11==10 мкс, Q==I00, TK +85ос:
2Т9134А
2Т9134Б . . . . .

Температура p пперехода .

Температура окружающей среды

2600 Вт

2100 Вт

+ 190 ос

 600с..."{к==
==+125°L

I

При TK +85ос импульсная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

.

Рк. И,макс' Вт==
RT(n K)

.
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О
190 T;"

При Тк> +85 С Рк , и, макс'
BT 

R
к

,"

т (п к)

0,5 (  8 Rт(п к),OC/BT Q+O,012
1 ,jtи дЛЯ 2Т9134А,

Rт(п  к),°С/Вт===
б
+0,015 (1   б),j'и ДЛЯ 2Т9134Б.

rде

Э1 1<1 32 /(2

L1 L3  ,.

3!

(32)

СТ С2

Схема соединения

электродов с BЫBO 

дами 21'9134 (А, Б)

Эквивалентная схема замещения транзисторов 2Т9134 (А, Б) в активном

режиме:
L1 I э о.о6HrH. Lб О,О2HrH, LK O,12HrH,L2 O,18HrH. CI 8...9пф, С2==200 пф,

CJ 400пф, C4 8..,9пф, Сэ 1800 ф,Cкl ==47  ф,Сх2==93 пф. Скэ==20 пф. М==О,Оl Ом,

'I\ О,lUM. 'K O,lим

P8 ,8т fK%
Uп- 8m1J4A

800 tm-!ОНКС
Q-too

700 /-1,*...
...1,6т

600

500

4110

300

200
50 !ОО !5О 200

Рах,8т

Зависимости выходной мощно 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия

коллектора от входной мощности
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Р....х,8Т К. р,дь 'К%
2T91Jlfb

800 Рах- 250 8Т
tм -lОикс

700 а-тоо

!-1,4...
608 ...1,6rrц

500 40

400 35

JOO 30

20025 ЗО З5 40 *5
Оп ,8

Зависимости ВЫХО.11l0И мощно 
сти, коэффициеНТ;1 усиления и

коэффициента полезноrо действия
коллектора от напряжения пита 

ния



1Т9136АС

Сборка из двух кремниевых

эпитаксиально планарныхCTPYK 

туры n p nreHepaTopHblx TpaH 
зистороВ. Предназначена для

применения в импульсных reHe 

раторах, усилителях мощности в

диапазоне частот 200...500 мrц в

схеме ОБ при напряжении пита 

ния 45 В. Выпускается в метал 

IЮкерамическом корпусе с полос 

ковыми выводами. Тип прибора
указывается на корпусе. Масса

сборки не более 7 r.

2ТЭfJ6АС

.

: .
f,

...

4

-J J. .УЗ
1( Б

t'.I

Электрические параметры

Импульсная выходная мощность в двухтактной схеме
на частоте f===5oo мrц при И

п
===45 В, Р

вх==71,4 Вт,
J.==250 мкс, Q== 10, ТK +40ос, не менее . 500 Вт

:Коэффициент усиления по мощности в двухтактной
схеме на частоте f==500 мrц при И

п ==45 В, Р
ВХ

==

==71,4 Вт, /и===250 мкс, Q== 10, TK +40ос, не менее 7

Коэффициент полезноrо действия в двухтактной
схеме на частоте {==500 мrц при И"==45 В,
Р8х==71.4 Вт, /и==250 мкс, ,Q==10, TK +40ос,
JIe менее. . . . . . . . . . . . . . . . 45 %
Модуль коэффициента передачи тока на высокой

частоте при Икэ
== 10 В, /к==5 А, f== 100 мrц, не менее 3

Критический ток для каждоrо транзистора
.

при
Uкэ==10 В, f==100 мrц, не менее. . . . . . . 18 А

Постоянная времени цепи обратной связи на BЫCO 
КОЙ частоте при ИкБ ==5 В, /э==О,5 А, f==5 мrц,
1fe более. . . . . . . . . . . . . . . . 20 пс

Емкость коллекторноrо перехода при ИкБ ==45 В,
не более. . . . . . . . . . . . . . . . 260 пФ
Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ==о, не более 3100 пФ

Обратиый ток коллектора при И
кБ==60 В, не более 140 мА

Обратный ток коллектор эмиттер при Икэ==45 В,
Не более. . . . . . . . . . . . .. 100 мА

 ратныйток эмиттера при ИэБ ==4 В, не более. 100  A
, При м е ч а н и е. ДЛЯ /КБО, /КЭК, /ЭБО fIриведены суммарные зна 

Чения двух параллельно ВlUlюченных транзисторов.
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база .
60 В

Постоянное напряжение эмиттер база .
4 В

Импульсный ток коллектора для двух транзисторов

при t
и ==250 мкс, Q== 10 .

Импульсная рассеиваемая мощность коллекторов

при t
и ==250 мкс, Q== 10, Тк==+60 ос .

Температура p пперехода .

Температура окружающей среды .

0,6HrH о,25Hrн

Э!

0.5HrH
Э2

30 А

250 Вт

+200 ос
 60ос."Тк

==

==+125°С

1,25HrH
КТ

1<2

Принципиальная электри 
ческая схема транзистор 

н йсборки 2Т9136АС

P8lolll.,II ,Вт Kv. p

ZTSTJ6AC

500

Зависимости импульсной выход-
400 10

ной мощности и коэффициента 300 8

усиления от напряжения питания

200 6

100 4

2* 28 J2 36 IНJ Уп,В

P8IoIII.,II ,Вт 7lK ,%

2Т91J6АС

PВWX,M
60

500

450 50

400
Un=458

j=500НТц
З50 40

IНJ 50 60 70 ТК , ос

Зависимости импульсной BЫXOД 

ной мощности И коэффициента
полезноrо действия коллектора

от температуры корпуса

180

Pк,M,мa.l\.t ,Вт

2Т91З6АС

10-0-0-",,-

tм -Z50икс ,

Q-1O

тоо
800
600

/#JO

2.00

100
IНJ 60 80 ТОО 120 Тк,tt'

Зависимость максимально допу 

стимой импульсной рассеиваемой
мощности коллектора от темпера 

туры корпуса



-Транзисторы p n p

1Т687АС-1, 1Т687&С-1

Сборки из двух кремниевых эпитаксиально планарных cтpyктy 
ры p п pпереключате,lЬНЫХ транзисторов. Предназначены ДЛЯ при 
менения в импу.1ЬСНЫХ линейных усилителях и преобразователях.
Бескорпусные, в керамическом кристаллодержателе, с защитным по 

крытием с rибкими выводами. Сборки маркируются цветными точ-

ками: 2Тб87АС2 черной, 2Т687БС 2  -бслой. Тип сборки указы 
вается в этикетке. Масса сборки не более 3 r.

9
2Т687(АС 2.БС 2)

ФI
c:::r

МаРК[Jро60чная
точка

о...:

-::t-"'

LQ
tO..I
о...:

4,2

!/,5

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока в схеме

ОЭ при UкБ ==5 В, tи ==30 МКС, Q== 100:

при lэ==0.3 А .

.

при lэ==3,5 А, не менее. .

l"\одуль коэффициента передачи тока на высокой

, aeTOTeпри UкБ ==5 В. lэ== 1 А, f==300 мrц .

.напряжение насыщения коллектор эмиттер при
'к==300 мА, IБ ==60 :v1A:

при тк == +25 ос:
2Т687АС2 .

2Т687БС-2 .

при Т
к ==+125 и  60ос, не более:

2Т687АС2

2Т687БС2 .

20...60*...90*

10

1,5* ...2*.. .5,5*

0,2*...0,4*...1 В

0,2*...0,3*...0,8 В

2 В

1,6 В

18!



Напряжение насыщения база эмиттер при Iк==
==300 мА, IБ==60 мА 0,95* . ..1,1 *...

1,2* В

Время включения при Iк==1 А, Iк/IБ==5, типовое

значение .

Время рассасывания. при Iк == 1 А, Iк/IБ==5, типо 

вое значение .

Время спада при Iк== 1 А, Iк/IБ==5, типовое зна 

чение .

Обратный ток коллектора при ИкБ==50 В:

тк
== +25 ос .

8* нс

70* нс

6* нс

Т
к==+125 и  60ОС, не более.

Обратный ток эмиттера при ИЭБ ===3 В:

Тк
=== +25 ос .

0,001
* ...0,5*...

2 мА
5 мА

Т
к===+125 и  60ОС, не более.

Емкость коллекторноrо перехода при ИКБ == 10 В '.

Емкость эмиттерноrо перехода при ИэБ ==0,5 В .

0,001
* ...0,5*...

5 мА
10 мА
20*...25*...40* пФ

40*...60*...80* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база:

2Т687АС2
2Т687Б.С2

Постоянное напряжение коллектор эмиттер при

R6з ==100 Ом:

2Т687АС2
2Т687БС 2. .

Постоянное напряжение база эмиттер

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора при t
и
== 10 мкс, Q== 100:

2T687AC 2 3,5 А

2Т687БС-2 4,5 А

Постоянный ток базы. . . . . . . . . . . 0,3 А

Постояннаfl рассеиваемая мощность коллектора
I
при

TK== 60...+50ос . . .

Температура p nперехода .

Температура окружающей среды

70 В
60 В

60 В
50 В
3 В
1,5 А

1,5 Вт
+ 150 ос
 60ОС... T ===
== +125°t.

I
При Т

к
>50 ос постоянная рассеиваемая мощность коллектора

150 т

определяется из выражения Рк.
макс'

Вт=== K.

При монтаже сборки в rибридную схему рекомендуется приклеивать

основание кристаллодержателя к теплоотводящей поверхности монтаж 

ной платы теплопроводящим
клеем УП-5 207МTY6-05-241-208 79.Перед

нанесением клея кристаллодержатель сборки и монтажная плата должны

быть nporpeTbl при +60 ос в течение 6 мин. Клей должен быть нанесен

тонким равномерным слоем. Соединение склеиваемых поверхностей

производить прижатием так, чтобы избыток клея равномерно BЫCTY 

пал из подоснования. После приклеивания должна производиться под 

сушка при +120°С в течение 1 ч и при +150°С в течение 2 ч.

Разрешается производить монтаж сборки в rибридную схему при.

пайкой металлизированноrо основания кристаллодержателя к т.еплоотво 
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.I1ящеи поверхности при температуре припоя не выше + 180 ос или при

+200 ос в течение не более 3 мин.

Изrиб выводов допускается на расстоянии не ближе 2 мм от кристал 

лодержателя с радиусом закруrления 1,5...2 мм.

Присоединение выводов в аппаратуре осуществляется методом CBap 

ки или бесфлюсовой пайки. Минимальное расстояние места присоеди 

пения вывода от кристаллодержателя 0,5 мм. Пайка производится

при температуре + 180 ос в течение не более 3 с.

'50

IJJ

3D

2D

lJ

о 0.8 /,6 2/1 J,2 4- 13.A

Зависимость статическоrо коэф 

фициента передачи тока от тока

эмиттера

8

2

о 0,8 1,6 2,4 сХ2 Iн , А

Зависимости напряжений Hacы 

щения коллектор эмиттер и

база эмиттер от тока коллек 

тора

; асти безопасной работы
транзисторов

о 0,8 1,6 2/,. J,Z IK' А

Зависимости времени включения,

рассасывания и спада от тока

коллектора

250

200

150

100

50

О 0,5 1,5 UБэ ,8

Зависимости тока базы от Hal!pH 
жения база эмиттер

[к,мА

4-

2

IOJ
8

4

2

102
8

4-

2

10
тo ,2

2T687AC 2

2Т687БС 

* 68/ 2 4 6810 2 " 68

llкэ. 8
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЕВЫХ

ТРАНЗИСТОРОВ

КП317А, КП3176, КП3178, КП317r

Транзисторы кремниевые планарные полевые с двумя изолирован 

IIЫМИ затворами, имеющими защитные диоды,. с каналом п типа.

Предназначены ДЛЯ применения в селекторах каналов телевизионных

приемников. Выпускаются в пластмассовом корпусе с rибкими выво,

дами. Маркируются цветными точками: КП327А одной белой,
КП327Б двумя белыми, КП327В одной красной, КП327r двумя
красными. Тип прибора указывается в этикетке. Масса транзистора
не более 0,3 r.

КПJ27 (А  r)

'< : '1  }
0,7

и5

\r,)
..::t-
......

I 7,7
""
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Электрические параметры

Коэффициент шума при Иси == 1 О В, ИЗ2И==4 В,

/с== 10 мА, не более':

КП327А на частоте f==800 Мfц .

КП327Б на частоте f==200 Мfц .

КП327В на частоте f==800 Мfц .

КП327f на частоте f==200 Мfц .

Коэффициент усиления по мощности при Иси
== 10 В,

Из2и==4 В, Ic ==10 мА, не менее:

КП327А на частоте f== 800 Мfц .

КП327Б на частоте f==200 Мfц .

Оптимальный коэффициент усиления по МОШ,ности

при Иси ==10 В, ИЗ2и==4 В, Ic==10 мА, не менее:

КП327В на частоте f==800 Мfц .

КП327r на частоте f==200 Мfц .

Коэффициент обратной передачи напряжения при
Иси == 10 В, ИЗ2и==4 В, Ic== 10 мА, не более:

КП327А на частоте f==800 Мfц .

КП327Б на частоте f==200 Мfц .

rлубина реrулирования усиления при Иси == 1 О В,

Из2и
== +4... 2В, не более:

КП327А на частоте f==800 Мfц .

КП327Б на частоте f==200 Мfц .

Крутизна характеристики при Иси== 1 О В, Из2и
==

==4 В, /с== 10 мА, не менее:

Т==+25 и  45ОС .

Т==+85 ос

Пробивное напряжение защитных диодов затворов 1

и 2 при IЗlи==/З2И== 10 мА .

Начальный ток стока при Из2и ==4 В, ИЗ1И==0:

при Т== +25 "С, Иси == 1 О В:

КП327А, КП327Б. . . .

КП327В, КП327f, не более

при т== +80 ОС, Иси ==6 В:

КП327А, КП327Б . . . .

КП327В, КП327f, не более. .

при T== 45ОС, Иси ==6 В, не более

Ток утечки затворов 1 и 2 при Иси==О, И:НИ==

==Из2и==:f:5 В, не более.

Емкость затвор исток при Иси
== 10 В, ИЗ2и== 2В,

ИЗ1И==0:
КПЗ27А
КП327Б
КП327В, не более

КП327f, не более .'

Емкость сток исток при Иси == 1 О В, ИЗ2И== 2В,

Из1и==0, не БО,']ее:

КП327А
КП327Б
КП327R
КПЗ27r

3,9 дБ
2,8 дБ
4,5 дБ
3 дБ

13 дБ
19 дБ

12 дБ
18 дБ

  30дБ
 25дБ

40 дБ
40 дБ

9,5 мА/В
8 мА/В

6...18 В

0,5...17 мА
17 мА

0,5...17 мА
17 мА
20 мА

50 нА

1,3...2,3 пФ
1,5...3 пФ
2,5 пФ
3,6 пФ

1,3 пФ
2 пФ
1,6 пФ
3 пФ
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное нанряжение сток исток.

Постоянное напряжение затвор 1, 2 исток

Постоянное напряжение затвор 1, 2 сток.

Постоянный ток затвора 1, 2 .

Постоянный ток стока. . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность
1
при T== 45...

+60
о

С

Температура окружающей среды .

14 В

5 В

16 В

10 мА

30 мА

200 мВт

 45...+85ос

1
При Т>+60 ос Р

макс уменьшается на 2,5 мВт/°С.

1П333А, 1П3336

2ПJJJ (А, Б)

J

Транзисторы кремниевые планарные по 

левые с каналом n типа и затвором в виде

обратносмещенноrо р-n перехода. Предназна 
чены для применения в усилителях низкой

частоты. Выпускаются в металлостеклянном

корпусе с rибкими выводами. Тип IIрибора
указывается на корпусе. Масса транзистора

не более 0,5 r.

o,s

Электрические параметры

эдс шума на частоте f==75 rц при Иси == 10 В,

/с==10 мА, не более.

Крутизна характеристики при Иси == 10 В, Изи==О,

не менее:

при Т== +25 и  60ос:

2П333А
2П333Б .

при Т==+125 ос:

2П333А

2П333Б .

20 HB/.yrц

4 мА/В
2 мА/В

2 мА/В

1,2 мА/В
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Напряжение отсечки при Иси
== 10 В, /с== 10 мкА:

2П333А

2П333Б, не более. .

Остаточный ток стока при Иси==10 В, Изи== 10В,

не более .

Ток утечки затвора при Иси==О, Изи== 10В дЛЯ

2П333А и  3,5В для 2П333Б, не более:

при Т==+25 и  60ос:

2П333А

2П333Б

при Т==+125 ос:

2П333А .

2П333Б .

Сопротивление сток исток в открытом состоянии

при Иси ==0,5 В, изи==о, не более.

Емкость затвор исток при Иси==lО В, Изи==О,
не более .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток:

2П333А

2П333Б

Постоянное напряжение затвор сток:

2П 333А

2П333Б

Постоянное напряжение затвор исток:

2П333А

2П333Б . . . . . . . . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощность
1

при T== 60...

+25
о

С

Температура p nперехода .

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

1...8 В

4 В

1 0 6А

2.1O IOА

1 .1O 7А

1 . IO' 7 А

1 . 1O 5А

1,5 кОм

6 пФ

50 В
40 В

50 В

40 В

45 В

35 В

0,25 Вт

+ 150 ос

500 ОС/Вт

 60...+125 ос

I

При Т>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность определяет 

ся из выражения

150 Т
Рмакс' Вт==

КП346А9, КП34669, КП34689

Транзисторы кремниевые планарные полевые с двумя изолированны 

ми затворами, имеющими защитнь едиоды, с каналом n типа.Предназна 
чены для применения в селекторах каналов MeTpOBoro и дециметровоrо

диапазонов длин волн телевизионных приемников. Выпускаются в пласт 

массовом корпусе с жесткими выводами. Маркируются цветными точ 

ками: КП346А9 белой, КП346Б9 желтой. Тип прибора указывается
в этикетке. Масса траll3истора не более 0,2 r.
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J

Электрические параметры

Кuэффнциент ШУ:\1а ври иен == 10 В, Uз2и ===.t В,

'с=== 10 мА, не БОЛЕ'l':

КП346А9 на частоте f===800 MrIJ,

КП346Б9 на частоте f===800 MrlJ,

КПЗ46В9 на Частоте (===200 Mra .

t\l):1ффIILtlН'Нl yClI,!t'I1f1i1 Ilu V!lJlIН!(хrи 11 lj Си!==- lL) 8,

L'З2и===4 В, 1(.=== 10 мА, lIе ченее:

КП346А9 На частоте {=== OOЛ,'\Тц .

КП346Б9 на частоте f==HOO :\t\['ll .

КП34БВ9 113 частоте f=='200 ,У\["н '

Коэффициент обратноЙ передачи наllряжеНIIЯ при
UCI!

=== 1 О В, U т1=== 4 В, 'с === 1 О \1А, не .\1E'HE'e:

КП34БА9 11'-1 частоТl' (==800 ;'v\rIJ, .

КП346В9 на 'JacтoтC' f===200 MrLI .

r,lубина рet'УЛИрl)ваНIIЯ уСII,1еllИЯ IIРИ UCl1
=== 10 В,

Uз1и ===4 B,/c==o 10 \IА, и32!1==+4... 2 В, не :v!elle(':

КП34БА9, Ю 1346Б9

КП346В9 .

Крутизна хар:1КТl'рИСТlIК!! при Uп !== 1 О В, Uз2и
===

=== 4 В, 'с==' 1 О :v! А, не :v!CII '(':

при Т===+25 и 45
С

С:

КI 1346А9, КIВ4nБ9 .

ЮIЗ46В9
при Т===+85 ис:

КП346А9, КП34ББ9 ,

КП346В9
[Iробивное напряжение защи I'HbIX диодов JaTHOpOB

J и 2 при Иен===О, И,1 ,
2И===() .

Начальный ток стока IIрИ Uеи == 10 В, Uз2и ==4 В,

Uз1и===0, не более:

Т==+25 и +85 ос .

T=== 45ос

188

3,5 дБ

4,5 дБ

\,9 дБ

15 ;:!.Б
13 ;:!.Б
:? 1 ;:!.Б

:30 дЬ
25 дБ

40 дБ
50 дБ

12 мА/В
1 О мА/В

 ) У!А/В
8  IA/В

6...20 В

20 мА

25 мА



Ток утечки затвора при Иси===О, Из1и===5 В, ИЗ2И ===0,

не более .

Емкость затвор исток при Иси === 10 В, ИЗlИ ===

=== ИЗ2и=== 2В, не более:

КП346А9, КП346В9 .

КП346Б9 .

Емкость сток исток при Иси === 10 В, ИЗIИ===О,

ИЗ2и=== 2В, не более:

КП346А9, КП346В9 .

КП346Б9 .

Емкость сток затвор при Иси == 10 В, ИЗlИ=--:О,

ИЗ2и=== 2В, не более:

КП346А9, КП346В9

КП346Б9

50 нА

2,6 пФ

3 пФ

1,3 пФ

1,5 пФ

0,035 пФ

0,04.5 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток.

Постоянное напряжение затвор 1, 2 исток.

Постоянное напряжение затвор 1, 2 сток. . . .

Постоянная рассеиваемая мощность' при T=== 45...

+60
О

С

Температура окружающей среды .

14 В

16 В

16 В

200 мВт

 45...+85ос

1
При Т>+60 ос Рмак!: снижается на 2,5 мВт/°С.

1П6Q1 А9

Транзистор кремниевый планарный полеВОlf с затвором в виде

обратносмещенноrо p n перехода и каналом n типа. Предназначен
для применения во входных и выходных каскадах усилителей и в

преобразователях частоты rерметизированной аппаратуры. Выпускается
в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указы 
вается в этикетке. Масса транзистора не более 0,1 r.

2П601А 9

C'O.I

.::t"

1,6
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Электрические параметры

Коэффициент шума на частоте {==400 мrц при

иен == 10 В, /с==20 мА .

ЭДС шума на частоте {==100 кrц при Иси ==10 В,

/с==20 мА .

Крутизна характеристики при Иси
== 10 В, ИЗИ==О,

не менее:

Т== +25 и  60ОС

Т== +125 ос .

Напряжение отсечки при Иси
== 10 В, /с== 10 мкА

Начальный ток стока при Иси
== 10 В, изи==о, не бо 

лее

Ток утечки затвора при Изи
==  15В, не более:

Т== +25 ос

Т== + 125 ос .

Емкостьсток затворприИси==lОВ, Изи ==  IOB,

не более .

2,6*...3*...& дБ

0,8* ...1 *...

2 нв/.j rц

50 мА/В
35 мА/В
4...12 В

400 мА

1.10 8A
1 . I 0 6А

6 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток .
20 В

Постоянное напряжение затвор сток 20 В

Постоянное напряжение затвор исток 15 В

Постоянный прямой ток затвора .

5 мА

Постоянная рассеиваемая мощность' при Т==  60...

+25 ос

Тепловое сопротивление переход среда

Температура окружающей среды .

I Вт

125 ОС/Вт
 60...+125 ос

150 T
Р
макс ' Вт==

l25"
.

I
При Т>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность опреде 

ляется из выражения

f(ш,дБ

2,8

2,6Т2

то

в

5

4

2,4

2,2

2

250 JOO З50 400
f, /'1rl1,

ЗависиМОСТИ коэффициента шу 
ма и коэффициента усиления от

частоты
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КП704А, КП704&

Транзисторы кремниевые эпитаксиаЛЬНО lIланарныеполевые с изо 

лированным затвором с каналом п типа. Предназначены для приме 

ненИЯ в быстродействующих импульсных устройствах, в выходных KaCKa 

дах мноrоцветных rрафических дисплеев, в источниках вторичноrо

электропитания. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими

выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзистора

не более 2,5 r.

КП70ц. (А, Б)
4,8

1,J7

Q;:)
 - 11)

IQ

.;:t

N
О"

::t-
1()

2,5 2,8 !,Т

Электрические параметры

Крутизна характеристики IIРИ /с== 1 А .

Пороrовое напря ениепри /с== 10 мА .

Начальный ток стока при Изи==О, не более:

при Т=== +25 и   45ос:

КП704А при Иси ==200 В .

КП704Б при Иси ==200 В .

при Т===+85 ос, Иси ===180 В .

Ток утечки затвора при Uзи ===30 В, не более.

Сопротивление сток исток в открытом состоянии

при Изи
=== 15 В, /с===0,5 А:

КП704А

КП704Б

1000.. .2500 мА! В
1,5*...2*...4 В

0,8 мА

1 мА

1,5 мА

1 мкА

Время включения при Rr===75 Ом, Rи
===2 ОМ .

Время выключения при Rr===75 ОМ , Rи
==2 ОМ .

0,2*.. .0,25* ...

0,35 О м

0,2*. ..0,25*...
0,5 Ом

60*...80* ...100* нс

60*.. .80* ...100* нс

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток:

т
к
=== +25 и  45ос .

Тк ===+85
0

С .
. . . .

Постоянное напряжение затвор исток.

Постоянный ток стока. . . . . . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощносты
l

при TK=== 45...

+ 25 о С

200 В

180 В

20 В
10 А

75 Вт
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Температура кристалла.
Тепловое сопротивление кристалл корпус
Температура окружающей среды.

+150 ос

8,3 ОС/Вт
 45ос...Тк==
==+85 ос

·
При Т >25ос Р

макс
снижается линейно до 8 Вт пр Тк== +85 ос.

x-...on . Ом

t =JOHКC
КП70lf(А,5)

.f=SOrц
a;J ,

lJЗJf-ТО8

(J,2

Зависимости сопротивления
сток исток в открытом состоя 

нии от тока стока

IJJ
11 5' 10 15 20 Iс,А

1П706А, 1П706&, 1П7068

Транз-исторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с изо 

Л"]IOВ3ННЫМ з.атвором И каиалом n-типа переключательные. Предназна 
чeRЬJ ДJIЯ применения в источниках вторичноrо электропитания, переклю-

IUЮщих и импульсных устройствах, ключевых стабилизаторах и преоб-
разонателЯх напряжения, усилителях и reHepaTopax. Выпускаются в Me 

таллокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора

указывается иа корпусе. Масса транзистора не более 10 r.

2П706 (A B)
20,J .,

itt I
l'  I' . :

Il-)
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Электрические параметры

Крутизна характеристики при Иси==30 В, Ic==2 А,
не менее .

Ток стока при Иси ==30 В, Изи ==25 В, не менее.

Начальный ток стока при Иси==30 В, Изи==О,
не более:

Т==+25 и  60ОС .

Т==+ 125 ос .

Остаточный ток стока при Иси
== Иси , макс,

Изи ==

== 10В, не более.

Сопротивление сток исток в открытом состоя 
нии при Изи ==20 В, 'с== 1 А, не более:

2П706А
2П706Б
2П706В

1,5 А/В
15 А

10 мА
30 мА

10 мА

0,8 Ом

0,5 Ом

0,65 ОМ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток:
2П706А

2П706Б, 2П706В. .. .

Постоянное напряжение затвор сток:

2П706А

2П706Б, 2П706В .

Постоянное положительное и отрицательное напря 
жение затвор исток. . . . . . . . . . .

Постоянная рассеиваемая мощносты при TK== 60...
+35

О

С
Тепловое сопротивление структура корпус
Температура окружающей среды .

500 В
400 В

510 В
410 В

30 В

100 Вт
1 ОС/Вт
 60ос."Т

к
==

== + 125 ос

I

При Т
к>+35 ос Р

макс снижается линейно до 21 Вт при Т
к
==

==+125
0

с.

Расстояние от корпуса до начала изrиба вывода не менее 3 мм.

Расстояние от корпуса до места лужения и пайки выводов не менее

3 мм, температура припои не, выше +265 ОС, время пайки не более

3 с.

Iс ,А

20

16

/2

8

4.

fJси "'208
2П705(А 8)

t... - БОО МКС
/'

Q 200

J

/
J

,,/

s, А/В

2П706(А 8)

8 !о 12 1'+ Iб 18 20
Uзи ,8

ч.

J

2

1

О 4 8 12 Iб 20

Iс ,А

Зависимость тока стока от напря 
жения затвор исток

Зависимость крутизны характе.
ристики от тока стока
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7т,и(п к), ОС/Вт
2п706(kB)

0.8

0.6

0.4-

0.2

!O 5TO "lO J1O 2!O 1ТО
tи , с

Зависимость импульсноrо тепло 
Boro сопротивления структура

корпус от длительности импуль 
са:

Rт,и(п":'к) (Q) (l Rт.и(п к))/Q+
+Rт.и(п к)

Области безопасной
. транзисторов

работы

Iс,А

25

то

о,!

то INJD 500
lIси , В

КП911А, КП911А1, КП911&, КП91161
КП922 (А, Б)
27.2

":1

""

"-

с:::)
"s

r-s

3

to')

....

fJf,l
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Транзисторы кремниевые
эпитаксиально планариые поле 

вые с изолированным затвором

и каналом п типапереключатель 

ные. Предназначены для приме 
нения в источниках вторичноrо

электропитания, в ключевых CTa 

били заторах и преобразователях
напряжения, переключателях и

импульсных устройствах. Bы 
пускаются в металлическом KOp 

пусе с жесткими выводами и CTeK 

лянными изоляторами (КП922А,
КП922Б) и в пластмассовом KOp 

пусе с жесткими выводами

(КП922А1, КП922Бl). Тип при-
бора указывается на корпусе.

Масса транзистора в металличе 

ском корпусе не. более 20 r,
в пластмассовом 2,5 r.



50*...60*...100* нс

1500* ...1700*...

2000* пФ

300*...380*...
600* пФ
350*...600*...
1200* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток. . 100 В
Постоянное напряжение затвор исток. ::!::30 В
Постоянный ток стока. . . . . . . . 1 О А

Импульсный ток стока при tи
== 1 мкс, Q==80. . . . 20 А

Постоянная рассеиваемая мощность) при TK== 45...
+35 ос . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура кристалла... . . .
. . .

Тепловое сопротивление кристалл корпус.
Температура окружающей среды.

QQ

c-.j

КП922 (А1 ,'Б1)

0305!О.б5

!с)
"

QQ

Ic:i

 -
т,l5
И

2,5
С

2,5

Электрически параметры

Крутизна характеристики при 1с== 1 А .

Пороrовое напряжение при 1с==30 мА:
Т==+25 ос .

Т==+85 ОС, не более.

Ток стока при u
зи

== 15 В .

Остаточный ток стока при Uси== 10 В, uзи==о,
T== 40...+25ОС, не более. .

Ток утечки.затвора при Uзи==30 В, не более.

Сопротивление сток исток в открытом состоянии

при Uзи
== 15 В, 1с==0,5 А:

КП922А, КП922Аl

КП922Б, КП922Бl
Время включения при Uси==70 В, Rr==75 Ом,
R H

==2 Ом .

Время выключения при Uси==70 В, Rr==75 Ом,
R H

==2 Ом .

Емкость затвор исток при Uзl1 ==5 В.

Емкость сток исток при Uси== 15 В .

Емкость затвор сток при Uзи==20 В .

48

1.31

,....

It)

f----
...

..;:t-

......

О,!
...

.

2.8 !,!

1...1,4*...
2,1* А/В

2...5* ...8 В
4 В

10...11 *...13* А

2 мА
5мкА

0,13*...0,17*...
0,2 Ом

0,2*...0,3*...0,4 Ом

40*...60*...100* нс

60 Вт

+150°С
2 ОС/Вт
 45ос...Тк==

==+85 ос

I

При Тк>+35 ос Р
макс снижается линейно до 45 Вт при Тк== +85 Ос.
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12

10

8

Б

4

2
[fзи

= 78

О 2 4 б 8 U"с.и, 8

Зависимости тока стока от напря 
жения сток исток

1П918.\, 1П918&

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеполевые с изо 

лированным затвором и каналом п типа reHepaTopHbIe. Предназна 
ченЫ для применения в усилителях мощности и reHepaTopax. Bы 

пускаются в мt'таллокt'рамическом корпусе с полосковыми выводами.

Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзистора не бо 

лее 17 r.

Iw)

Ici

т7 т7

.
з?

I 1 1:::1-

It)
I I...............I ' 

i Il-)

r
*-

I I 1

2П928 (А, Б)
Jч

С1 С2

'C::I

t:?

,,"о, 2

45,2

19б



Электрические параметры

Выходная мощность на частоте {===400 мrц при
И си===50 В, Тк===+25 ос:

2П928А при Рвх===60 Вт

2П928Б при Рвх===50 Вт .

250.. .265* ...

280* Вт

200...220*...
240* Вт

Коэффициент усиления по мощности на

{===400 мrц при Иси===50 В, Т
к===+25 ос:

2П928А при Рвых===250 Вт.

2П928Б при Рвых===200 Вт .

частоТе

.Коэффициент полезноrо действия на

{===400 мrц при Иси===50 В, Т
к===+25 ос:

2П928А при Рвых===250 Вт .

2П928Б при Рвых===200 Вт.
Крутизна характеристики при Иси===20 В, Ic===3 А
Ток стока при Иси===20 В, Изи===20 В:

2П928А
2П928Б

Начальный ток стока при Иси==20 В, Изи===О,
не более:

Т
к===+25 и  600C.

Тк=== + 125 ос .

Остаточный ток стока при Иси===50 В, Изи===10 В,
не более .

Сопротивление сток исток в открытом состоянии

при Изи===20 В, Iс=== 1 А, типовое значение.

Емкость затвор исток при разомкнутом выводе
стока и Изи === 10 В .

6,2*...6,4*...
6,7* дБ
6*...6,4*...
6,8* jI.Б

частоте

50*...53*...55* %
45*...50*...53* %

1...1,8*...2,3* А/В

16...21 *...24* А
13...16*...18* А

150 мА

400 мА

150 мА

0,4* Ом

470*...530* ...

570* пФ

150*.. .160* ...

180* пФ

Проходная емкость при Иси===20 В, Изи===О. 33*...50*...60* пФ

При м е ч а н и е. Электрические параметры (кроме Р
вых' Ку, р и l1с)

указаны для каждой половины транзистора.

Выходная емкость при Иси===20 В, Изи===О .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток:

2П928А

2П928Б . . . " ....

Постоянное напряжение затвор исток.

Постоянное напряжение затвор сток:

2П928А 60 В

2П928Б . . . . . . . . . . . . . . 65 В
Постоянная рассеиваемая мощносты при Т

к===+25...
 60ос . . . . . . . . . .

Температура окружающей среды .

50 В

55 В

25 В

250 Вт
 60ОС...Тк===
===+125 ос

I

При Тк>25 ос Р
макс снижается линейно до 50 Вт при Тк=== + 125°с.
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32

Зависимости выходной мощности,

коэффициента усиления и коэф 
фициента полезноrо действия сто-

ка от входной мощности

/50

/00
llc 2

50 1

20 25 за З5 4-0 Uси , 8

Зависимости выходной мощно 
сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия
стока от входной мощности

llc.%

80

/50 "60

ЮО  O

50 20

20 25 JO J5 *0 Uси . в

198

Схема соединения электродов с

выводами 2П928 (А, Б)

100

SO

60

40

20

О 10 .20 JO 40 Рах.8т

Зависимости выходной мощно 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия
стока от напряжения сток

исток

llc .10

80

60

4-0100

50 20

о ю 20 JO ч.о Рвх,8т

Зависимости выходной мощно 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия
стока от напряжения Сток

исток



2П933А, 2П933&

Транзисторы кремниевые эпитаксиально планарныеполевые с изо 

лированным затвором и каналом п типаreHepaTopHbIe. Предназначены
для применения в линейных и широкополосных усилителях Мощности
и reHepaTopax с высокой стабильностью частоты на частотах до 1 rrц.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с ПОЛосковыми ВЫводами.
Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзистора не бо 
лее 9 r.

20933.(А, Б)

1"  {З
JO,2

Io,,,"

 i j /,

RJ3,7
СТ

It) C'J
-...:
C\I

Зl

32

.23,1

Электрические параметры

Выходная мощность в двухтактной схеме на часто 
те '==1 rrц при Uси==45 В, рвх

==зо Вт, Т
к==+25 ос:

2П933А
2П933Б "

.

к.оэффициент полезноrо действия в двухтактной cxe 

Ме На частоте '==1 rrц при Uси==45 В, р
вх
==зо Вт,

Тк==+25 ос, не менее:

2П933А

2П933Б . . .

к.рутизна характеристики lIрИ Uси==20 В, Ic==2 А,
t
и==60 мкс, Q==200, не менее:

при Тк== +25 и  60ос:

2П933А
2П933Б .

70...75*...78* Вт
60...64*...69* Вт

30 %
28 %

650 MAjB
550 MAjB
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при Т
к==+125 ос:

2П933А .

2П933Б .

Ток стока при Иси==20 В, Изи==20 В, t
и
==60 мкс,

Q==200:

при Тк ==+25 ос:
2П933А .

2П933Б .

при T== 60ос, не менее:

2П933А .

2П933Б .

при Tk==+125 ос, не менее:

2П933А
2П933Б

Начальный ток стока при Иси==20 В, Изи==О,
не более:

Тк==+25 и  60ос.

Т
к==+125 ос

Остаточный ток стока при Иси
==45 В, Изи== 10В,

не более .

Ток утечки затвора при Изи== 20 В, Иси==О,
не более. . . . . . . . . 2,5.10 7А
Емкость затвор исток при Изи== 10 В, типовое

значение
210* пФ

П.р и м е ч а н и е. Электрические параметры (кроме Рвых
И 11) указаны

для ОДНОro транзистора.

500 мА/В
450 мА/В

9...12*...15* А

7,5...8* ...9* А

9А
7,5 А

6,5 А
5,5 А

75 мА
200 мА

75 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток. .
45 В

Постоянное напряжение затвор нсток .
20 В

Постоянное напряжение затвор сток. . . . . 55 В

Постоянная рассеиваемая мощносты при ТK== 60...

+35 ос

Температура окружающей среды .

160 Вт

 60ОС...Тк==
== 125 ос

I
Прн Т

к>+35 ос Р
макс

снижается линейно до 30 Вт при т
к
==

==+125
0С.

Расстояние от мест.а пайки выводов до корпуса не менее 2 мм,

температура припоя не выше +260 ос, время пайки не более 3 с.

Допускается пай ка выводов на расстоянии не менее 1 мм от корпуса;

при этом температура пайки не должна превышать + 150
о

С, время
пайки не более 3 с.

Зl

Схема соединения электродов с

выводами 2П933 (А, Б)
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fвыx . Вт Ilc ./0

70

60

50

40

БЧ.f}
4.
35

230

30
25 30 35 40 '+5

fJr.и.В Н'Л

Зависимости выходной мощно 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия
стока от напряжения сток

исток

Рвых ,8т

Ра"IХ'ВТ Ку,р,дБ 1lt,%'

70
.1= lП-Ц 2ПSJJА

/j.O
исм"" 458

60

50

40

30

20
5 то

35

20

15 20 25 JO
Рвх . 8т

Зависимости выходной мощно 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия
стока от входной мощности

RCM,OI1< ,Ом

120
12

10 Ю
Ку.Р 8 80

Б 60

4 40

2
20

о 5 Ю 15 20 25
РВХ , вт

Зависимости выходной мощности,

коэффициента усиления и коэф 

фициента полезноrо действия CTO 

ка от входной мощности

1O 1
О 5 то 15 20 25

изи. В

Зависимость сопротивления
сток ИСТОI< в открытом состоя 

нии от напряжения затвор
исток

КП934А, КП934Б

Транзисторы кремниевые планарные полевые со статической ин 

дукцисй и каналом п типа. Предназначены для ПРlJмеllСIIИЯ в ИСТ()II 

никах вторичноrо электропитания, в BbJCOKOBoт;rHI,I\ l\:lЮЧ\,ВI,1\ \ cl'j1oii.
ствах. Выпускаются в металлическом KOPIlYC(, С iI\,'('1 1\11\111 IШВ() ];I\III

И стекл янными изоляторами. Тип прибора у K;III,III;)\' 1 01 11;) I\Oj1I1YCt'.

Масса транзистора не более 20 r.
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.....

TJ ТО,]

I<П9J4 (А,Б)
зо,т

J TJ, 3

39,2

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока при Uси==
==5 В, Ic==5 А .

Ток утечки сток исток при Rзи==300 Ом, не более:
Т==+25 ос .

Т==+85 ос .
.

Ток утечки затвора при Uзи== 5В, не более:

Т==+25 ос
Т==+85 ос . . . . .

Сопротивление сток исток в открытом состоянии

при Ic==5 А, 13==1 А .

10...20*...80*

3мА
5 мА

3 мА
5 мА

0,03* ...0,04*...
0,1 Ом

Время включения при Uси==200 В, Ic==5 А, 13==1 А 0,06*...0,07*...
0,1 мкс

Время рассасывания при Uси==200 В, Ic==5 А,
13==1 А .

В ремя спада при Uси==200 В, 1с==5 А, 1з== 1 А .

0,5*...1,4*...
2,5 мкс

0,02* ...0,06* ...

0,1 мкс

ПреДe;lьные эк Rлуатационныеданные
Постоянное напряжение сток  "исток:

КП934А 450 В
КП934Б "

.... 300 В
Постоянное напряжение затвор исток. 5 В
Постоянный ток стока . ...... 10 А
Импульсный ток стока при t и

== 10 мкс, Q==2. 15 А
Постоянный ток затвора. . . . . . . ., 2 А
Импульсный ток затвора при tи

== 10 мс, Q==2 3 А
Постоянная рассеиваемая мощность при Тк==+25 ОС:

с теплоотводом . 40 Вт.
без теплоотвода . 2 Вт

Температура окружающей среды  45ОС... Тк==
== +85 ос
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PHCl.1tc, Вт

2

т

 ;!!!:
КП9J4(А,Б)

40
"

JO ,.

20 'r'\.,

ТО

О 25 50 75 ТОО Т25 Тк,ОС

Зависимость максимально допу 
стимой рассеиваемой мощности

от температуры корпуса

1Jr;т

140

Т20

ffX}

80

60

4-0

20
0,1

КП9J4(А.Б)

Iс,А

Зависимость статическоrо коэф 
фициента передачи тока от тока

стока

RCM,O'I'K ,Ои

/(П9J4 (А. Б)

Iс/1з -5

0,1

Q01
0,1 Ie,A

Зависимость сопротивления сток

исток в открытом состоянии от

тока стока

t,MKC

КП9J4(А.Б)

0.1

Iс. А

Зависимости времени включения,
расtасывания и спада от тока

стока

АПЭ31А-l

Транзистор арсенидоrалли-
евый полевой усилительный с

барьером Шотки и каналом n-ти-
па. Предназначен для примене 
ния в широкополосных усилите-
лях rерметизированной аппара-
туры. Выпускается в металло 

керамическом кристаллодержа-
теле. Тип прибора указывается
в этикетке. Масса транзистора
ре более 0,1 r.

АпЗЗ'А 2

 jl'
4,55

Щ
с: J

/
'3  I

c-l
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Электрические параметры
Минимальный коэффициент шума на частоте '==
== 10 rrц при Иеи==4 В, le== 10 мА, не более

Коэффициент ШУМ,а на частоте '== 10 rrц при
Иеи ==4 В, le==40 мА, не более.

Максимальный коэффициент усиления по мощности

на частоте '== 10 rrц при Иеи==4 В, le==40 мА,
не менее .

Оптимальный коэффициент усиления по мощности
на частоте '== 10 rrц при Иеи==4 В, не менее:

le==40 мА .

le== 10 мА .

Выходная мощность на частоте '== 10 rrц при
Иеи ==4 В, le==40 мА, Р

вх
== 10 мВт, не менее

Крутизна характеристики при Иеи ==4 В, le==40 мА,
не менее .

Ток утечки затвора при Изи ==  2,5В, не более:

Т== +25 и  60ос .

Т== +85 ос

2,5 дБ

4,5 дБ

8 дБ

6,5 дБ.
5,5 дБ

30 мВт

15 мА/В

1 мкА

1 О мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток. 5 В

Постоянное напряжение затвор сток  8В
Постоянное напряжение затвор исток  4В
Постоянная рассеиваемая мощность. 200 мВт

Постоянная СВЧ мощность, падающая на вход TpaH 

зистора

Температура окружающей среды .

КУ .I',макс/Ку,Р,макс 1Orru,

Т,!
АПJJlk2

0,9

0.8

0.7
8 9 то 11 f,rrlJ,

Зависимость коэф 

фициента усиления
от частоты

204

Рвых/Рвых ТОПu,
.

t

0,95

а9

0,85

0,8
10 '0.5 тт Тl,5f,П-Ц

Зависимость BbIXOk
ной мощности от

частоты

200 мВт

 60...+85ос

I<ш ,t1ин!l<w,t1"" 1Jrru,

1,2

1

0,8

0,6

0,4
7 8 9 то"f,rrц

Зависимость коэф 
фициента шума от

частоты



3П606А-1, 3П606&-1, 3П6068-1

Электрические параметры
Выходная мощность на част оте '== 12 rrц приUси==8 В, Т

к==+25 ос, не менее:

3П606А 2при PBx==0,16 ВТ .

3П606Б 2при Рвх==О, 1 Вт.

3П606В 2при Р
вх==0,24 Вт .

Коэффициент усиления по мощности на частоте
f==12 rrц, Т

к==+25 ос, не менее:

при U
си==8 В:

3П606А 2при РBx==O,16 Вт.
3П606Б 2при Рвх==О,1 ВТ .

3П606В 2при Рвх==0,24 Вт.

при Uси==5 В, Р
вх==20 мВт:

3П606А 2

3П606Б 2

3П606В 2

Коэффициент полезноrо дейсТвия на частоте '==
== 12 rrц при Uси==8 В, Тк== +25 ос, не менее:

3П606А 2 при P
Bx==0,16 ВТ

3П606Б 2при Рвх==О,1 ВТ .

3П606В 2при Р
вх==О,24 ВТ .

Крутизна характеристики при Uси==3 В, /с==0,25 А,
не 'менее:

3П606А 2

3П606Б 2 .

Тра нзисторы а рсенидоrал

лиевые планарные полевые с

барьером Шотки и каналом п ти 

па reHepaTopHbIe. Предназначены
для применения в усилителях
мощности, aBToreHepaTopax, пре 

образователях частоты на часто 

тах до 12 rrц в rерметизиро 
ванной аппаратуре. Бескорпус 
ные, с rибкими выводами, на Me 

таллокерамическом кристалло 

держателе. Маркируют яточк  
ми: 3П606А 2 однои черно и,
3П606Б 2 двумя черными,
3П606В 2 тремя черными.
Масса транзистора не более 0,2 r.

3ПБОБ (А  28-2)

 : 
......

7

0,4 Вт

0,4 Вт

0,75 Вт

4 дБ

6 дБ

5 дБ

4 дБ
6 дБ
6 дБ

20 %
20 %
35 %

70 мА/В
90 мА/В
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ЗП606В 2 . .. .. .

Остаточный ток стока при Uси==З В, Uзи==5 В .

Ток утечки затвора при Uзи ==З,5 В, не более:

Т
к==+25 и  60ос .

Т
к==+ 125 ос .

Время нарастания при Uси==7,5 В, Uзи==4 В, R и
==

==50 Ом, и
вх
==4 В, типовое значение.

Время задержки включения при Uси==7,5 В, Uзи==

==4 В, R и
==50 Ом, Uвх==4 В, типовое значение.

100 мА/В
0,01 *...0,5*...
5* мА

0,05 мА

0,125 мА

100* пс

200* пс

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания стока
l

при Т
к
==

==  60...+85ос .

Постоянное напряжение затвор исток .

Постоянная рассеиваемая мощность
2

при Т
к
==

==  60...+40ос .

Средняя рассеиваемая мощность в динамическом

режиме
2
при Тк

==  60...+40ос .

Тепловое сопротивление переход корпус

Температура окружающей среды

8 В

 З,5В

2 Вт

2 Вт

60 ОС/Вт

 60ос...
Т
к
== + 125 ос

I

При T
K==+85...+125 ос Uси==6 В.

2
При изменении Тк от +40 ос ДО + 125 ос Рмаке И Р

ер. маке
снижают 

ся линейно до 0,5 Вт, при Т
к==+85 ОС, P

MaKe==I,2 Вт.

[с,мА

350

300

250

200

Т50

100 ТОО

50 50

О 2 J Uси ,
В о

Зависимости тока стока от напря _

жени я сток исток
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JП606(k2 8 2)

\

\ Uси=J 
\

'\
'"

2 J Uзи ,8

Зависимость тока стока от напря 

жения затвор исток



$, нА/В Сl1и,Пf:IJ

,4.0

120

100

80

Ба

4-

J

2

JПБО6(k2 8 2)

Uси :58

,

"
.........

...........

2 J Uзи,В о 2 J lIзи, 8

Зависимость крутизны xapaKTe 
ристики от напряжения затвор

исток

Зависимость входной емкости от

напряжения затвор исток

Р....,Х ,мВт l<у.Р ,дБ

700

600

500

400

ЗОО

200

ТОО

О 50 ТОО '50 f'вx,HBT

8 40

б JO

lf 20

2 10

О 0,6 а8
Рвых, Вт

Зависимость выходНой мощности
от входной

Зависимости коэффициента уси 
ления и коэффициента полезно-

ro действия стока от выходной'
мощности

3П607А-1

Транзистор арсенидоrаллиевый планарный полевой с барьером
Шотки и каналом п-типа rенераторный. Предназначеи для приме 

нения в усилителях мощности и reHepaTopax на частотах до 10 rrц

в rерметизированной аппаратуре. Бескорпусный, с rибкими выводами,

на керамическом кристаллодержателе. Тип прибора указывается в эти 

кетке. Масса транзистора не более 0,12 r.
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3П607А  2

А
и

",5

*.2

N
 .

Электрические параметры

Выходная мощность на частоте f==10 rrц при Иеи ==

==8 В, Р
вх
==380 мВт, т

к
== +25 ос .

Коэффициент усиления по мощности на частоте f==
== 10 rrц при Иеи ==8 В, Рю, ==380 мВт, т

к
== +25 ос

Коэффициент усиления по мощности в линейной об 

ласти амплитудной характеристики на частоте

f== 10 rrц при Иеи ==5 В, Рвх
== 100 мВт, т

к
== +25 ос

Коэффициент полезноrо действия стока на частоте

f== 10 rrц при Иеи ==8 В, Рвх
==380 мВт, т

к
== +25 ос

Крутизна характеристики при Иеи ==3 В, Изи ==  2В

Начальный ток стока при Иеи==3 В, Изи==О...
Остаточный ток стока при Иеи==3 В, Изи==  5В

Ток утечки затвора при Изи ==  5В:

т
к
== +25 и  60ос

Т
к==+125

0С . . . .

Сопротивление сток исток в открытом состоянии

при Иеи
== 1 В, le==500 мА .

Предельные эксплуатационные данные

Постоя нное на пряжение пита ния стока .

Постоянное напряжение затвор исток. . . . .

Постоянная рассеиваемая мощносты при ТK== 60...
+25 ос

Средняя рассеиваемая мощность в динамическом pe 

ж име
2

при ТK==  60...+25ос .

208
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1...1,1*...1,2* ВТ

4,5...4,9* ...6* дБ

4...5*...7* дБ

20...26* ...45* %

80...300*...

400* мА/В

0,8*...1,1*...1,6* А

0,01...0,5...5 мА

0,01
* ...0,5*...

400 мкА

0,1 *...5*...800 мкА

3*...5*...6* Ом

8 В
 5B

3,5 Вт

3,5 Вт



Температура структуры
Тепловое сопротивление структура корпус
Температура окружающей среды .

+165 ос
37 ОС/Вт
 60ос...Тк===

==+ 125 ос

I
При Тк>+25 ос постоянная рассеиваемая мощность определяется

из выражения

165 Тк

37
Рмакс' Вт

2
Средняя рассеиваемая мощность может быть определена из Bыpa 

жения

Р
ср, макс== иси!C (РBЫX PВХ)'

При монтаже транзисторов в rибридную микросхему рекомендуетсяприклеивать основание кристаллодержателя к теплоотводящей поверх ности монтажной платы теплопроводящим клеем УП 5 207М
TY6 05 241 208 79. Перед нанесением клея

кристаллодержатель TpaH 
зистора и монтажная плата должны быть проrреты при +60 ос в тече 
ние 6 мин. Клей должен быть нанесен тонким слоем, соединение
склеиваемых поверхностей производить прижатием так, чтобы избыток
клея равномерно выступал из подоснования. После приклеивания долж 
на производиться подсушка при +120°C в течение 1 ч и при +150°C
в течение 2 ч.

Допускается осуществлять монтаж транзисторов в
микросхему при 

пайкой основания кристаллодержателя к теплоотводящей поверхности
платы при температуре пайки не более + 180 ос или при +200 ос в Te 

чение не более 3 мин.

Изrиб выводов допускается не ближе 1 М:\I от кристаЛJlOдсржа 
теля с радиусом закруrления 0,5 мм. Минимальное расстояние места

присоединения вывода от кристаллодержателя 2 мм, температура пайки
не более +260 ОС, время пайки не более 3 с. Допускается пайка
или сварка на расстоянии 0,5 мм от кристаллодержателя при температуре
не более +150°C в течение не более 3 с.

, % 18..,x , мВт

5

ц.

J

2

Т

50

чО

JO

20

то

о 400 800 1200 febIx,M8r

Зависимости коэффициента уси 
ления и коэффициента полезно 
ro действия стока от выходной

мощности

1250

1000

750

500

250

о ТОО 200 JOD *00Рек , мВт

Зависимость выходной мощности
от входной
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$, мAl8 /, .МА

500 1000

800

600

*00

200

Зависимость крутизны xapaKTe 
ристики от напряжения сток

истокзоо

о 2 J иен, в

3П608А-1, 3П608&-1, 3П608r-1

Транзисторы арсенидоrаллиевые планарные полевые с барьером
Шотки и каналом п типаreHepaTopHbIe. Предназначены для примене 
ния в усилителях МОLЦности и reHepaTopax в rерметизированной аппа 

ратуре. Бескорпусные, с rибкими выводами, на керамическом кристалло 

JП608 (А 2, Б 2,T 2)

1'-)

t'OI

.....

f 1
с::)'

.

11 11
""

и

3

11)
со

с
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держателе. Маркируются цветными точками: 3П608А 2 одной желтой;
3П608Б 2 двумя желтыми, 3П608r 2 одной зеленой. Тип прибора
указывается в этикетке. Масса транзистора не более 0,09 r.

Электрические параметры

Выходная мощность на частоте {===26 rrц, при иси===
=== 7 В, Тк=== + 25 ос:

'3П608А 2при Рвх==44,5 мВт

3П608Б 2при Р
вх==66,5 мВт

3П608r 2при Рвх==60 мВт .

0,1...0,11*...
0,12* Вт
0,15...0,16*...
0,17* Вт
О, 1 ...0,16*...
0,2* Вт

Коэффициент усиления по мощности на частоте

{===26 rrц при иси== 7 В, Тк=== +25 ос:

3П608А 2при Р
вх==44,5 мВт. .

3П608Б 2при Рвх===66,5 мВт .

3П608r 2при Рвх===60 мВт .

3,5...3,7*...4
*

3,5...3,7*...4
*

4...4,2*...5,2*

дБ
дБ
дБ

Коэффициент усиления по мощности в линейной об 

ласти амплитудной характеристики при иси==4 В,
. Рвх==5 мВт, Тк===+25 ос:

3П608А 2,3ПБО8Б 2на частоте {===26 rrц .

на частоте {=== 18rrц .

3П608r 2на частоте {==26 rrц .

Коэффициент полезноrо действия на частоте

{== 26 rrц при иеи== 7 В, Тк== +25 ос:

3П608А 2при Рвх==44.5 мВт .

3П608Б 2при Р
вх===66,5 мВт .

3П608r 2при Р
вх
==60 мВт. . . .

Крутизна характеристики при Иси==3 В:
3П608А 2при [с==50 мА .

3П608Б 2при [с=== 100 мА

3П608r 2при Ic===100 мА

3,5...4*...5* дБ
4...5*...6* дБ
5...6*...7* дБ

Ток утечки затвора при И зи==  3,В:

тк=== +25 и  60ос .

Т
к===+125 ос.

15...17*...20* %
10...12* ...15* %
15...16*...17* %

15...20* ...

30* мА /В
20...40* ...

60* мА/В
20...40* ...

95* мА/В

0,005*...0,01 *...

0,2 мА

0,05*...0,1*...1 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение стока 1

при ТK== 60...
+70 ос . .

.

Постоянное напряжение затвор исток.

Постоянная рассеиваемая мощность
2

при Тк==

== 60...+40ос:
3П608А 2
3П608Б 2 .

3ПБО8r 2 .

7В
 3В

0,6 Вт

1,1 Вт

1 Вт

Средняя рассеиваемая мощность в динамическом

режиме при ТK=== 60...+40ос:
3П608А 2 . 0,6 Вт
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3П608Б 2 .

3П608r 2 .

Температура структуры.
Тепловое сопротивление структура кристаллодер 
жатель:

3П608А 2 .

3П608Б 2, 3П608r 2 .

Температура окружающей среды

1,1 Вт
1 Вт

+ 150 ос

200 ОС/Вт
100 ОС/Вт
 60ос...Тк==
==+ 125 ос

1
В диапазоне TK==+70...+125 ос Uси 6В.

2
При Тк>+40 ос постоянная рассеиваемая мощность определяется

из выражения

Р BT 150 TK
макс'

RТ(П ...)

При монтаже транзисторов в rибридную микросхему рекомендуется
приклеивать основание кристаллодержателя транзистора к теплоотводу

теПЛОПРОВОДЯЩI1М клеем УП 5 207М T26 05 241. 208 85.

Изrиб выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм от

кристаллодержателя с радиусом закруrления не БOJlее 0,5 мм. Мини 

мальное расстояние места присоединения вывода от кристаллодержа 
теля 0,5 мм. Допускается пайка выводов при температуре не более

+260 ос в течение не более 3 с.

fВЫX . м8т

Иси =78

f=26rrи,
Jп608r 2

200
Jп608Б 2

150

ТОО

50

о 20 40 60 80 РВХ ,мОт

Зависимость выходной мощности
от входной

80

60

40 20

20 то

О 2 J Uзи .8

Зависимости тока стока и крутиз 
ны характеристики от напряже 

ния затвор исток

3П608А-5, 3П608Д-5, 3П608Е-5

Транзисторы арсенидоrаллиевые планарные полевые с барьером
Ш.отки и каналом п типа reHepaTopHble. Предназначены для приме 
нения в усилителях и reHepaTopax в rерметизированной аппар'атуре.
Бескорпусные, на пластине. IIt'Р:] \.1t':lt'llllhI('. Тип прибора указывается
в этикетке. Масса Tpa11311l' I'<Ip;1 1ft' !JO.It'l' п.оош; r.
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JП608 (A 5,Д 5,E 5)

л It
......
..:j-

с:::)

0,52
и

Электрические параметры

Выходная мощность при U
n
==7 В, не менее:

ЗП608А 5 на частоте [==26 rrll при РВА ==

==44,5 мВт.. .

3П608Д 5на частоте [==37 rrц при Р
ВХ

== 12 мВт

3П608Е 5на частоте [==45,5 rrц при Р
вх
==4 мВ,

Коэффициент усиления по мощности при U
n
==7 В,

не менее:

3П608А 5 на частоте [==26 rrц при Р
ВХ

==

==44,5 мВт. ., . . . .

3П608Д 5на частоте [==37 rrц при Р
ВХ

== 12 мВт

3П608Е 5на частоте [==45:5 rrц при Р
вх
==4 мВт

Коэффициент усиления по мощности в линейной об 

ласти амплитудной характеристики при U
n
==4 В,

Р
вх
==5 мВт, [==26 rrц при 3П608А 5,не менее.

Коэффициент полезноrо действия стока при U
n
==7 В,

не менее:

3П608А 5на частоте [==26 rrц при Рвх ==44,5 мВт

3П608Д 5на частоте [==37 rrц при Р
ВХ

== 12 мВт

3П608Е 5на частоте [==45,5 rrц при Р
ВХ

==

==4 мВт .

Крутизна характеристики при Uси==3 В, [с==50 мА,
не менее .

Ток утечки затвора при Uзи== 3В, не более:

Т==+25 и  600C.
'" .

т== + 125 ос .

t]с::)

100 м Вт

30 мВт

10 мВт

3,5 дБ
4 дБ
4 дБ

3,5 дБ

15 %
5%

2%

15 MAjB

0,2 мА
1 мА
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Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания стока
!

при Т==

== 60...+70 ос
.

Постоянное напряжение затвор исток.
Постоянная рассеиваемая мощность

2
при Т==

== 60...+40ос
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом

режиме
2
при T== 60...+40ос. . . . . . . . 0,6 Вт

Температура структуры. +150 ос
Тепловое сопротивление структура кристаллодер 
жатель

Температура окружающей средЬ! .

7 В

 3B

0,6 Вт

200 ОС/Вт

 60...+125 ос

1
В диапазоне Т==+70...+125 ос И

п , макс:<6 В.
2
При. Т>+40 ос постоянная и средняя рассеиваемая мощность

определяется из Вblражения

150 Т

Рмакс==Рср, макс'
Вт==

Монтаж транзистора в rибридную микросхему рекомендуется осу-
ществлять с помощью клея типа ЭЧЭ СЫУО. 028.052 ТУ. Темпе 

ратура сушки + 120 ОС, время сушки 90 мин.

Термокомпрессионное присоединение к контактным площадкам исто-
ка транзистора рекомендуется осуществлять переМblЧКОЙ из золотой

фольrи размером 0,7...0,4 мм. Присоединение выводов к контактным

площадкам рекомендуется производить термокомпрессионной сваркой
при температуре +330

0

С в течение времени не более 3 с. В качестве
вывода должна применяться золотая проволока.

50 5

4

J

2

110

о то 20 JO Ре,. ,мВт

Зависимости ВblХОДНОЙ мощности
и коэффициента усиления от вход-

ной мощности

.5

4-

J

2

о 2 4 6 Рвх,НВТ

Зависимости ВblХОДНОЙ мощности
и коэффициента усиления от вход-

ной мощности

3П915А-1, 3П9156-1

ТраНЗИСТОРbl арсенидоrаллиевые эпитаксиально планаРНblеполеВblе
с барьером Шотки и каналом п-типа усилитеЛЬНblе. ПредназначеНbI
для применения в ШИРОКОПОЛОСНblХ усилителях мощности в диапазонах

частот 3,7...4,2 rrц (для 3П925А-2), 4,3...4,8 rrц (для 3П925Б-2)
в тракте с ВОЛНОВblМ сопротивлением 50 Ом в rерметизированной аппа-
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ратуре. БеСКОРПУСНblе, в металлокерамическом кристаллодержателе,
с rибкими Вblводами. Тип прибора укаЗblвается на кристаллодержателе.
Масса транзистора не более 5 r.

JП925(k2,Б 2)

L,J L 
L.:...:.J

н

о,БJ

С

 J,7 (J

C'I
.    ...:

C'I

(]

12,5

18

.

Электрические параметры

Вblходная мощность при Иси ==7 В, lвх==lвых==
==50 Ом, Р

рх
==0,7 Вт, Т

к==+25 ос:
3П925А 2в диапазоне частот 3,7...4,2 rrц .

3П925Б 2в диапазоне частот 4,3...4,8 rrц .

Коэффициент усиления 'по мощности при Uси ==7 В,

lBX==lBbIX==50 Ом, Р
вх ==0,7 Вт, тк

== +25 ос:
3П925А 2в диапазоне частот 3,7...4,2 rrц .

3П925Б 2в диапазоне частот 4,3...4,8 rrц .

Коэффициент полезноrо действия при Иеи ==7 В,

lBX==lBblX==50 Ом, Р
вх ==0,7 Вт, Т

к ==+25
0

С:

3П925А 2в диапазоне частот 3,7...4,2 rrц .

. 3П925Б 2в диаIlазоне частот 4,3...4,8 rrц .

Коэффициент стоячей волнЬ1 по напря(Кению при
. Иси ==7 В, lBX==lBbIX==50 Ом, Р

вх ==0,7 Вт, Т
К
==

==+25 ос в ДИallазонЕ' частот 3,7...4,2 rrц (для
3П925А 2)и 4,3...4,8 rrц (для 3П925Б 2),не более

Крутизна характеристики при Иси ==3 В, /с== 1,8 А

Начальный ток стока при Иси ==3 В, изи==о. .

Остаточный ток стока ПРИ  си==3В, Изи== 6В.

2...2,8*...3* Вт

2...2,8*...3,5* Вт

4,5...6*...6,5* дБ

4,5...5,5*...6* дБ

25...35*...4.0* %
25...35*...40* %

3

300* ...500*...

700* MAjB
1,8*...2,4*...3* А

1 * ...10*...1 00* мА
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Ток утечки затвора при Изи ==  5В, не более:

Т
к
== +25 и  60ос .

Т
к==+125 ос

Сопротивление сток исток в открытом состоянии

при Иеи
== 1 В, Изи==О .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток. при Тк
==

== 60...+85ос
Постоянное напряжение затвор исток.

Постоянная рассеиваемая мощность
2

при Тк
==

=== 60...+25ос
Средняя рассеиваемая мощность в динамическом

режиме
2
при TK== 60...+25ос . .....

Температура кристалла.
Тепловое сопротивление кристалл корпус.
Температура окружающей среды '.

0,1 мА

0,25 мА

0,75*...1*...1,5* Ом

8 В
5 В

7 Вт

7 Вт
+ 150 ос
18 ОС/Вт
 60о с... Т

к
===

== + 125 ос

I

При Т
к>+85 ос ИеИ макс:<7 В.

2

При Т
к>+25 ос постоянная и средняя рассеиваемая мощность

определяется из выражения

150 TK.

Р
макс , BT== ,

Рср , макс==' Иеиlе (PBыx PBX)'

Расстояние места пайки выводов до кристаллодержателя не менее

2 мм, температура пайки +260 ОС, время пайки не более 3 с. Дo 

пускается пайка или сварка выводов на расстоянии не менее 0,5 мм

от кристаллодержателя при температуре + 150 ос в течение не бо 

лее 3 с.

2,5

2

1,5

0,5

о 0,2 0/+ 0.6 0.8 f'в .вT

Зависимости выходной MOIЦHO 

сти, коэффициента усиления и

коэффициента полезноrо действия
стока от входной мощности
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Pв J ,Вт

Т,5

0,5

о 0.2 0.* 0.6 f'sx, вт

Зависимости выходной мощности,

коэффициента УСИ,f]ения и коэф 
фициента полезноrо действия CTO 

ка от входной мощности



Зависимости тока стока и крутиз 
ны характеристики от напряже 

ния затвор исток

$, мА/В

500

2

JOO 1,5

200 7

100 0,5

О J 4 5 6

изи. в

3П917А-1, 3П9176':1, 3П9178-1, 3П917r-1,

3П917Д-1

Транзисторы арсенидоrал 
лиевые планарные полевые с

барьером Шотки и каналом п ти 

па reHepaTopHble. Предназначены
для применения в усилителях
мощности, 8BToreHepaTor<JX. пр(' 

образователях частоты в диапа 

зоне частот 1...18 rrH. Б('скор 

пусные, на кристаллодержателе,
с rибкими выводами. Маркиру 
ются цветными точками:

3П927А 2 красной, 3П927Б 2 

белой, 3П927В 2 черной,
3П927r 2 красной и белой,
3П927Д 2 красной и черной.
Тип прибора указывается в эти 

кетке. Масса транзистора не бо 

лее 0,085 r.

JП927(k2  Д-2)
ч..J

.....

I:::i

.t

с'о-.

'"

о:-..;

.....

--..:

и

J

 I
I

i"

Маркиро80 чна я

точка.

с

Электрические параметры

Выходная мощность при Иеи ==? В, тк == +25 ос:
3П927A. 2на частоте f== 17,4 rrц, Р

вх ==0,25 Вт 0,5...0,6*...0,7* Вт

3П927Б 2на частоте f== 17,4 rrH, Р
вх ===0,17 Вт 0,5...0,55*...0,6* Вт

3П927В.2 на частоте f== 17,4 rrц, Р
ВХ

=== О, 195 Вт 0,6...0,65* ...0,7* Вт

3П927r 2на частоте f== 17,4 rrц, Р
вх ===0,35 Вт 0,7...0,75*...0,8* ВТ

3П927Д.2 на частоте f==21 rrц, Р
вх ==0,25 Br O, ...0,55*...0,6*Вт
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Коэффициент усиления по мощности при Иеи ==7 В,
Т
к==+25 ос:

3П927А 2на частоте f==17,4 rrц, Р
вх ==0,25 Вт

3П927Б 2на частоте f==17,4 rrц, P
Bx ==0;17 Вт

3П927В 2на частоте f==17,4 rrц, P
Bx ==0,195 Вт

3П927r 2на частоте f==17,4 rrц, Р
вх ==0,35 Вт

3П927Д 2на частоте f==21 rrц, Р
вх ==0,25 Вт

Коэффициент усиления по мощности в линейной об 

ласти амплитудной характеристики по Иеи ==5 В,
Тк ==+25

0 С:
3П927A 2на частоте f== 17,4 rrц, Рвх ==50 мВт
3П927Б 2на частоте f== 17,4 rrц, Рвх ==20 мВт
3П927В 2на частоте f== 17,4 rrц, Р

вх ==20 мВт
3П927r 2на частоте f== 17,4 rrц, Р

вх==20 мВт
3П927Д 2на частоте f==21 rrц, Р

вх
==20 мВт

Коэффициент полезноrо действия стока при Иеи ==

==7 В, Тк==+25 ос:
3П927A 2на частоте f== 17,4 rrц, Р

вх ==0,25 Вт 20...22*...25* %
3П927Б 2на частоте f==17,4 rrц, P

Bx ==0,17 Вт 20...22*...25* %
3П927В 2на частоте f== 17,4 rrц, Р

вх ==0,195 Вт  20...22*...25*%
3П927r 2на частоте f== 17,4 rrц, Рвх ==0,35 Вт .20...22*...25* %
3П927Д 2на частоте f==21 rrц, Р

вх ==0,25 Вт 20...22*...25* %
Крутизна характеристики IIРИ Иеи ==3 В, /е==0,4 А:

3П927A 2.

3П927Б 2,3П927В 2,3П927r 2,3П927Д 2.

Ток утечки затвора при Изи== 3В:
Т==+25 и  60ос

Т==+ 125 ос .

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания стока .

Постоянное напряжение затвор исток. . .

Постоянная и средняя рассеиваемая  ощносты при
TK== 60...+40ос

'

Температура окружающей среды

3...3,5* ...4,9* дБ
5...5,5* ...5,8* дБ
5...5,3*...5,6* дБ
3...3,3* ...3,6* дБ
3...3,5* ...4* дБ

3,5...4,5* ...5*

5,5.. .6* ...6,5*

5,5...6* ...6,5*

3,5.. .4,5* ...5*

3,5...4,5* ...5*

дБ

дБ

дБ

дБ

дБ

50...140* ...

150* мА/В
50...150*...
200* мА/В

0,005*...0,01 *...

0,1 мЛ

0,05*...0,1*...1 мА

7 В
3 В

2,5 Вт
 60ос... Т

к
==

== + 125 ос

1

При Т
к>+40 ос Р

макс
И Р

ср . макс
снижаются линейно до 0,5 Вт

при Т
к
== + 1 25 о

С.

Присоединение выводов в аппаратуре осуществляется сваркой.
Минимальное расстояние места сварки выводов до кристаллодержа 
теля 0,2 мм.

При монтаже транзистора в
аппаратуре обязательна припайка

основания к теплоотводящей плате или приклейка теплопроводящим
клеем. Пайка кислотными флюсами не допускается. Температура пайки
не выше + 150 ос.

В рабочем режиме ток в цепи затвора не должен превышать
5 мА.

218



о

SOO
JП927(k2"';k2

 1B

JOO  2B

200
 зв

100

500

ц.оо

JOO

200

100

о 2 J 4 S

UсиfВ

Зависимости тока стока от наllрЯ 
жения сток исток

U3и'В  J 2 1 О

Зависимость тока стока от напря 
жения затвор исток

3П930А-1, 3П9306-1, 3П9308-1

Транзисторы арсенидоrаллиевые эпитаксиально планарныеполевые
с барьером Шотки и каналом п типа reHepaTopHble. Предназначены

для применения в широкополосных усилителях мощности в диапазоне

частот 5,7...6,3 rrц в rерметизированной аппаратуре. Бескорпусные,
на металлическом кристаллодержателе, с rибкими выводами. Тип при 

бора указывается на кристаллодержателе. Масса транзистора не бо 

лее 10 r.

Щ

3Л930(k2  8 2)
14.,9

I I

.... t
с::)

I 
и
/

з

eoV)

flJ J, 7

q
0,9

15,*

21

24,1
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Электрические параметры

Выходная мощность в диапазоне частот 5,7...6,3 rrц,
Иси ==8 В, lBX==lBbIX==50 Ом, Тк==+25 ос:

3П930А 2при Р
вх
== 1,4 Вт .

3П930Б 2при Р
вх ==2,4 Вт .

3П930В 2при Р
вх ==3,6 Вт, не менее.

типовое значение.

Коэффициент усиления по мощности в диапазоне

частот 5,7...6,3 rrц, Иси==8 В, lB ==lBblX==50 Ом,
Т
к==+25 аС:

3П930А 2при Р
вх

== 1,4 Вт .

3П930Б 2при Р
вх ==2,4 Вт, не менее.

3П930В 2при Р
вх ==3,6 Вт ,

Коэффициент полезноrо действия в диапазоне частот

5,7...6,3 rrц, Иси ==8 В, lBX==lBblX==50 Ом,
Т
к==+25 ос:

3П930А 2при Р
вх

== 1,4 Вт .

3П930Б 2при Р
вх ==2,4 Вт .

3П930В-2 при. Р
вх ==З,6 Вт, не менее.

типовое значение.

Крутизна характеристики при Uси ==3 В, Iс==4 А,
не менее .

типовое значение.

Начальный ток стока при Иси ==3 В, изи==о,
не менее .

типовое значение

Остаточный ток стока при Иси ==3 В, Изи=== 5В,
не более .

.

Ток утечки затвора пrи и,HI==  5В:"
Т
к==+25 и  60ос.

5...5,5*...7* Вт

7,5...8*...9,5* Вт

10 Вт

10,5* Ь.

5,5...6,5*...7* дБ
5 дБ

4.5...5*...5,5* дБ

25...30*...40* %
30...35*...45* %
40 %
45* %

1 А/В
1,3* А/В

4А

4,5* А

15 мА

T
K==+125 ос, не более.

0,001 *...0,01 *...
0,5 мА
1 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток, 8 В

Постоянное напряжение затвор исток .  5В
Постоянная рассеиваемая мощность

1

при Т
к
==

== 60...+35ос
.

. . . . 21 Вт

Средняя рассеиваемая мощность в динамическом

режиме
2

при TK== 60...+35ос. . . . . . . . 21 Вт

Температура кристалла, + 150 ос
Тепловое сопротивление кристалл кристаллодер 
жатель

Температура окружающей среды .

6
о

С/ Вт
 60ос."Т

к
==

==+ 125 ос

1

При Т
к>+35 ос постоянная рассеиваемая мощность определяется

из выражения

150 Тк
Рмакс , Вт==

2

Средняя рассеиваемая мощность может быть определена из

выражения

Рср.макс' Вт==Иси/с (Рвых Рвх),
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Минимальное расстояние места пайки выводов до кристалло 

держателя 1 мм, температура пайки не выше +260
0 с. Допускается

пайка (сварка) выводов на расстоянии не менее 0,5 мм от кристал 

лодержателя, температура пайки не выше + 150 ос, время пайки не

более 3 с.

70

В

6

4-

2

70

8

б

4-

2

О 4 5 б 7 8
[Jеи. 8

?ВЫХ' Вт

О 2 J 4 5
РВХ . 8 т

Зависимости выходной мощности

от входной

ЗаВИСI1МОСТI\ BbIXO.1HOii \lОЩНОСТlI

от напряжения сток исток

S,A/B lc, А

JП9JО (A-2 8 2) JП9JО(k2 8-2)
7.ц

7,3 б

4.5

J

7,2

т,т

7,0

о 2 J !f 5
изи,8.

о 2 ЗЧ 5
Uзи. В

Зависимость крутизны характе-

ристики от напряжения затвор
,

исток

Зависимость тока стока от н<.шря-

жения затвор исток

КП931А, КП937А-5

Транзисторы кремниевые полевые планарные с затвором на основе

p п перехода
и вертикальным каналом п типа переключате.'1ьные.

Предназначены для применения В источниках вторичноrо электро 

питания, преобразователях напряжения, системах электропривода,

импульсных [енераторах электроискровых обрабатывающих комплек 

сах'- Транзистор КП937А-5 предназначен для применения в rибрид 

ных интеrральнЫХ микросхемах. Конструктивно транзистор КП937A 5

выполнен в BHJ.e кристалла размером 6Х6х 0,4 мм на общей пластине

диаметром 76 М:';! с контактными площадками. Транзистор КП937А
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выпускается в металлическом корпусе с жесткими выводами и CTeK 

лянными нзоляторами. rабаритный чертеж корпуса соответствует
КП934А. Тип прнбора указывается tIa корпусе. Масса траtIзистора

не более 20 r.

Электрические параметры

Сопротивление сток исток в открытом состоя 

tIии прн Jc
== 10 А, Iз == 1 А, не более .

Статический коэффициент передачи тока при

Uеи==5 В. le==5 А, типовое значение. . .

Напр,яжеtIие отсечки при Иеи==450 В, le==2 мА,
не MetIee. . . . . . .

Ток утечки затвора при Изи ==  15В, Изе
==  15В,

не более .

Ток затвор сток обратносмещенноrо перехода

при Изе
==475 В, l;Ie более. . . . . . . . . .

Предельные эксплуатационные данные

0,07 Ом

20

 15В

0,3 мА

мА

450 В
475 В
20 В
17,5 А
30 А
2А
4 А
50 Вт
 60oc...T ==
== + 125 0L,

lП938А, 1П9386, 1П9388, 1П938r,

1П938Д, КП938А, КП938&, КП838В,

КП988r, КП938Д

ПостояtItIое tIапряжение сток исток.

Постоянное tIапряжение затвор сток .

Постоянное напряжение, затвор исток

Постоянный ток стока .

ИмпульсtIый ток стока .

Постоянный прямой ток затвора.

Импульсный прямой ток затвора
Постоянная рассеиваемая мощtIость

Температура окружающей среды .

Транзисторы кремниевые полевые эпитаксиально плаtIарныес затво 

ром на OCtIOBe p пперехода н вертикальным каналом п типа пере 

ключательные. Предназначены для применения в импульсных .источ 

никах вторнчноrо электропитания, для питания двиrателей постоян.

Horo и переменноrо тока, в .мощных коммутаторах, усили-rелях низкой
частоты. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами

н стеКЛЯНtIыми изоляторами. rабаритный чертеж корпуса соответствует
КП934А. Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзистора
не более 20 r.

Электрические параметры

Сопротивление каtIала в открытом состоянии при

Ic==IO А, 13==2 А, не более:

при Т== +25 ос:
КП938А, КП938Б .

КП938В, КП938r, КП938Д
при Т==  60и + 125 ОС:

КП938А. КП938Б

КП938В. КП938r, КП938Д
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Статический коэффициент передачи тока при иен
==

== 5 В, 1е
=== 5 А, не менее:

Т===+25
0

С. .

.

. .20
Т===  БОи +125 0С: : : : : : : : . . 10

Напряжение насыщения сток исток при lе==
=== 10 А, Iз ===2 А дЛЯ 2П938А 2П938Д, не более:

Т=== +25 ос 0,7 В
Т===  БОи + 125 ОС: : : : : : . . . . 1 В

Ток утечки затвора при Изи ===  5В, не более:
Т=== + 25 ос .

. . . . . . . . . . . . 3 мА
Т===  БОи +125 ОС. . 10 мА

Остаточный ток стока при Иси== ИСИ макс дЛЯ
2П938А при Изи===О, 2П938Б, 2П938В, 2П938r,
2П938Д при Изи===  3В, не более

Т== +25 ос . . . . . .'.
Т==  БОи + 125 ОС. . . .

Время включения при Иси==150 В, lе==10 А, 1з==
== 2 А, ие более. . . . . . . . . . . . . 0,2 м кс

Время спада при Иси===150 В, lе==10 А, 13==2 А,
не более. . . . . . . . . . . . . . . : 0,15 мкс

Время рассасывания при ИСИ== 150 В, lе== 10 А,
13==2 А, не более. . . . . . . . . . . . 1,5 мкс

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток исток:

2П938А, 2П938Б, КП938А, КП938Б .

2П938В, КП938В ..

2П938r, КП938r . . . . . . .

2П938Д, КП938Д. . . . . . .

Постоянное напряжение затвор сток:

2П938А, 2П938Б
2П938В
2П938r

2П938Д
КП938А, КП938Б

КП938В
КП938r

КП938Д
Постоянное напряжение затвор исток.

ПОСТОЯННЫЙ ток стока:

2П938А 2П938Д

КП938А КП938Д

Импульсный ток стока:

2П938А 2П938Д

КП938А КП938Д

ПОСТОЯННЫЙ прямой ток затвора:

2П938А 2П938Д. . . .

КП938А КП938Д. . .

Импульсный прямой ток затвора:

2П938А 2П938Д . 10 А

КП938А КП938Д '. 5 А

Постоянная рассеиваемая мощнос;ь.' при Т
к
==

==  БО...+25ос '. . . .

Температура p п перехо а
Температура окружающеи cpeд . . . . .

3 мА

10 мА

500 В
450 В

400 В
300 В

505 В

. 455 В

. ,405 В
'ЗО5" В
500 В
450 В
400 В
300 В
 5B

1'5 А
12 А

20 А
18 А

)1.

4А
3А

50 Вт

+ 150 ос

 60oc...T ==
== + 125 0t,.
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